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(57) Resumo: SISTEMA E METODO DE TRANSMISSAO SEM
FIO. E descrito aqui um sistema de transmissao sem fio, incluindo:
uma pluralidade de sistemas de linhas de transmissdo de sinal de
onda milimétrica, capazes de individualmente transmitir informacdes
em uma faixa de onda milimétrica independentemente entre si; um a
segdo de envio disposta em um lado extremo de cada um dos diversos
sistemas de linhas de transmissao de sinal de onda milimétrica; e uma
segdo de recepgado disposta no outro lado extremo de cada um dos
diversos sistemas de linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica. A secédo de envio é adaptada para converter um sinal de
um objeto de transmissdo em um sinal de onda milimétrica e suprir o
sinal de onda milimétrica para a linha de transmissdo de sinal
milimétrico. A secao de recepgao é adaptada para receber o sinal de
onda milimétrica transmitido através da linha de transmisséo de sinal
de onda milimétrica e converter o sinal de onda milimétrica recebido no
sinal do objeto de transmisséo.
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“SISTEMA E METODO DE TRANSMISSAO SEM FIO”
FUNDAMENTOS DA INVENCAO

1. Campo da Invencio

Esta invencio refere-se a um sistema o aparelho de
transmissdo sem fio e um método de transmissio sem fio.

2. Descricdo da Técnica Relacionada

Por exemplo, a LVDS (sinalizagdo diferencial de baixa
voltagem) é conhecida como um método de implementar transmiss@o de sinal
de alta velocidade entre aparelhos eletrfnicos dispostos em uma relagdo
afastada por uma distdncia comparativamente curta entre si (por exemplo, de
alguns centimetros a dez e diversos centimetros) ou dentro de um aparelho
eletronico. Entretanto, junto com mais aumento de quantidade de dados de
transmissdo e velocidade de transmissdo nos Gltimos anos, o aumento do
consumo de poténcia, aumento da influéncia de distor¢do de sinal por reflexdo
e assim em diante, o aumento de radiac8o desnecessario e assim por diante
tornou-se assunto. Por exemplo, a LVDS exibe seu limite a um caso em que
um sinal de imagem (incluindo um sinal de imagem de captago), um sinal de
uma imagem de computador ou sinal semelhante é transmitido em uma alta
velocidade (com base no tempo real) dentro do aparelho.

A fim de enfrentar os problemas pelo aumento da velocidade
de transmissdo dos dados de transmissfo, parece uma idéia promissora
aumentar o numero de fios para transmitir sinais em paralelo enquanto a
velocidade de transmissdo € diminuida por uma linha de sinal. Entretanto, esta
contramedida d4 origem ao aumento de terminais de entrada e de saida. Isto
pode requerer complicagdo de uma placa impressa e fios de cabo e aumento
do tamanho do chip semicondutor. Além disso, uma vez que uma grande
quantidade de dados de alta velocidade ser transmitida por fio, a interferéncia
do campo magnético torna-se um problema.

Problemas na L VDS ou uma técnica de aumentar o nimero de
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fios todos surgem da transmissdo de um sinal por meio de fios elétricos.
Portanto, como uma técnica para resolver problemas surgindo da transmisso
de um sinal por meio de fios elétricos, uma técnica foi proposta em que um
sinal é transmitindo eliminando-se fios elétricos, como descrito, por exemplo,
na Patente Japonesa Aberta ao Publico No. 2005-20421 (a seguir referida
como Documento de Patente 1) e Patente Japonesa Aberta ao Publico No.
2005-223411 (a seguir referida como Documento de Patente 2).

Os Documentos de patente 1 e 2 descrevem a utilizagfo de tais
normas como IEEE 802.11a/b/g, em que a faixa de 2,4 GHz ou a faixa de 5
GHz € usada.

Aqui, uma vez que o nimero de sinais conectados pelos fios
elétricos ndo é limitado a um, se for tentado modificar os fios elétricos de
modo que todos os sinais sejam transmitidos sem fio, usando-se a mesma
frequéncia, entdo ocorre um problema de interferéncia. A fim de eliminar o
problema de interferéncia, parece uma idéia promissora aplicar, por exemplo,
multiplexagdo por divisdo de tempo ou multiplexagdo por divisdo de
frequéncia.

Entretanto, a multiplexacdo por divisdo de tempo prové o
problema de que a transmissdo e recep¢io de sinais ndo podem ser realizadas
em paralelo, enquanto a multiplexag&o por divisdo de frequéncia prové outro
problema de que a largura de faixa tem que ser aumentada.

Desta maneira, onde for pretendido transmitir sinais sem fio
em transmissdo de sinal entre aparelhos afastados por uma comparativamente
curta distancia entre si ou dentro de um aparelho, permanecergo ainda falhas.

SUMARIO DA INVENCAO

Portanto, é desejavel prover-se um novo sistema e método de
transmissdo de radio, pelo qual na transmissdo de sinal entre aparelhos
afastados por uma comparativamente curta distdncia entre si ou dentro de um

aparelho (referida como uma transmissfo de sinal de curta distincia), uma
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pluralidade de sinais de um objeto de transmissdo pode ser transmitida em
uma alta velocidade em uma grande quantidade, sem depender de fios
elétricos, preferivelmente usando-se a mesma frequéncia ao mesmo tempo.

De acordo com uma forma de realizagdo da presente invengao,
é provida uma pluralidade de sistemas de linhas de transmissdo de sinal de
onda milimétrica, capazes de individualmente transmitir informa¢&o em uma
faixa de onda milimétrica independentemente entre si. Uma se¢do de envio e
uma secdio de recep¢io sdo dispostas em um lado de extremidade e no outro
lado de extremidade de cada um dos diversos sistemas de linhas de
transmissfo de sinal de onda milimétrica.

A secdo de envio converte um sinal de um objeto de
transmissdo em um sinal de onda milimétrica e supre o sinal de onda
milimétrica para a linha de transmiss8o de sinal milimétrico. A sec@o de
recepgdo correspondendo & se¢do de envio recebe o sinal de onda milimétrica
transmitido para ela através da linha de transmissfo de sinal de onda
milimétrica e converte o sinal de onda milimétrica recebido de volta no sinal
do objeto de transmissdo.

Em particular, entre a se¢fio de envio e a se¢do de recepgéo,
dispostas dentro de uma faixa determinada antecipadamente (por exemplo,
disposta em uma distincia comparativamente curta), um sinal de um objeto de
transmissdo é transmitido através da linha de transmisso de sinal de onda
milimétrica apés ser convertido em um sinal de onda milimétrica. A
expressdo “transmissdo sem fio” na presente invengio significa que um sinal
de um objeto de transmissfo ¢ transmitido nfo por um fio elétrico, porém
utilizando-se uma onda milimétrica. Aqui, provendo-se uma pluralidade de
sistemas de linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica, comunica¢io
simultdnea bidirecional (isto é, comunica¢do duplex-total) € realizada ou
transmissdo simultdnea (paralela) de sinais de uma pluralidade de sinais €

realizada independente da dire¢do de transmiss&o.
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O alcance da expressdo “dentro de uma faixa determinada
antecipadamente” é qualquer faixa que possa restringir a faixa de transmisséo
de uma onda milimétrica e tipicamente é uma faixa de uma distdncia mais
curta do que a distincia entre aparelhos de comunicag¢@o que sdo usados em
radiodifusdo ou em comunicagfo sem fio geral. Por exemplo, a transmissédo
dentro da faixa é transmissfo de sinal de onda milimétrica entre substratos de
um aparelho eletrdnico ou entre chips semicondutores. Além disso, a
transmissdo dentro da faixa € transmissfo em que as se¢des de envio e as
secbes de recepgdo sdo dispostas na mesma placa de circuito. Também a
transmissdo dentro da faixa & transmissdo em um estado em que as segdes de
envio ou as se¢des de recepgdo sdo respectivamente formadas de chips
semicondutores e sdo acomodadas em uma embalagem tudo-em-um. Ou, a
transmissdo dentro da faixa é transmissfo de onda milimétrica em um estado
em que, onde um aparelho de comunicagfo tendo as segdes de envio ou as
secdes de recepciio for um aparelho eletronico tendo uma estrutura de
montagem € outro aparelho de comunicagdo, tendo as segdes de recepgio ou
as se¢des de envio, € outro aparelho de processamento de informag&o para ser
montado na estrutura de montagem, tal como, por exemplo, um aparelho de
processamento de informag8o do tipo cartdo (a seguir referido como aparelho
tipo cartio), o aparelho de processamento de informagdo € montado na
estrutura de montagem do aparelho eletrénico (tal como, por exemplo, uma
estrutura de fenda ou uma mesa de recepgéo).

No aparelho de comunicagfo disposto com as linhas de
transmissdo de sinal de onda milimétrica intercaladas entre si, as se¢des de
envio e as segdes de recepgio sdo dispostas em combinag¢des emparelhadas.
Embora a transmissio de sinal entre os dois aparelhos de comunicagdo possa
ser unidirecional (comunicagdo de uma diregdo) ou bidirecional,
preferivelmente é comunicagfo bidirecional.

Cada uma das se¢des de envio inclui, por exemplo, uma se¢éo
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de produgio de sinal do lado remetente, para processar o sinal do objeto de
transmissdo para produzir um sinal de onda milimétrica (uma sec¢do de
conversdo de sinal para converter o sinal elétrico do objeto de transmisséo
para dentro de um sinal de onda milimétrica) e uma segdo de acoplamento de
sinal do lado remetente, para acoplar o sinal de onda milimétrica produzido
pela secdio de produgdo de sinal do lado remetente a correspondente linha de
transmissio, para transmitir o sinal da onda milimétrica (a linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica). Preferivelmente, a se¢do de
produgio de sinal do lado remetente é provida integralmente com uma se¢&o
de fungfo para produzir o sinal do objeto de transmissZo.

Por exemplo, a se¢fo de producdo de sinal do lado remetente
tem um circuito de modulagfo, que modula um sinal de entrada. A se¢@o de
produciio de sinal do lado remetente converte em frequéncia o sinal de
entrada, ap6s modulado pelo circuito de modulagio, para produzir um sinal de
onda milimétrica. A se¢fo de acoplamento de sinal do lado remetente supre o
sinal de onda milimétrica produzido pela se¢do de produgdo de sinal do lado
remetente para a linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica. Em
principio, o sinal do objeto de transmissdo pode ser convertido diretamente
em um sinal de uma onda milimétrica.

Por outro lado, cada uma das se¢Bes de recepgdo inclui, por
exemplo, uma se¢do de acoplamento de sinal do lado receptor, para receber
um sinal de onda milimétrica transmitido para elas através da correspondente
linha de transmisso de sinal de onda milimétrica e uma se¢do de produgdo
para processar o sinal de onda milimétrica (o sinal de entrada) recebido pela
se¢io de acoplamento de sinal do lado receptor, para produzir um sinal
elétrico geral (que é o sinal do objeto de transmisséo) (isto &, uma segfo de
conversdo de sinal para converter o sinal de onda milimétrica em um sinal
elétrico do objeto de transmissdo). Preferivelmente, a se¢do de producdo de

sinal do lado receptor é provida inteiricamente com uma se¢fo de fungo para
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receber um sinal de um objeto de transmissfo. Por exemplo, a segdo de
produgdo de sinal do lado receptor inclui uma se¢do de demodulagéo e
converte em frequéncia o sinal de onda milimétrica, para produzir um sinal de
saida. Em seguida, o circuito de demodulag&o demodula o sinal de saida para
produzir um sinal do objeto de transmissdo. Em principio, o sinal de onda
milimétrica pode ser convertido diretamente em um sinal do objeto de
transmiss&o.

Em outras palavras, no interfaceamento de sinal entre
diferentes aparelhos, tais como um aparelho eletr6nico, um aparelho de
processamento de informag&o e um aparelho semicondutor, o sinal do objeto
de transmissfo nfo € transmitido usando-se um sinal de onda milimétrica em
um modo sem contato ou sem cabo (sem utilizar transmissdo por um fio
elétrico).

Preferivelmente, para pelo menos transmissdo de sinal
(particularmente para transmissdo de sinal exigida ser transmissdo de alta
velocidade), um sinal de onda milimétrica é usado. Em particular de acordo
com uma forma de realiza¢io da presente invencfo, a transmissfo de sinal
que foi realizada através de um fio elétrico no passado € substituida pela
transmissdo por um sinal de onda milimétrica. A transmiss&o de sinal na faixa
de onda milimétrica torna possivel implementar transmissdo de alta
velocidade na ordem Gbps e pode facilmente restringir a faixa de sinal de
onda milimétrica (a razdo € a seguir descrita) e pode obter efeitos surgindo
desta natureza.

Também um sinal para o qual transmissfo de alta velocidade €
nfo é necesséria pode ser transmitido em um modo sem contato ou sem cabo
por uma interface de comunicagdo por um sinal de onda milimétrica.
Preferivelmente, com respeito ao suprimento de energia, a energia pode ser
transmitida sem fio, adotando-se um de um sistema de recep¢do de onda de

radio e um sistema de ressonincia. Por exemplo, parece uma idéia promissora
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aplicar o sistema de recep¢dio de onda de radio para realizar transmiss&o de
energia sem fio, utilizando-se uma onda milimétrica. Entretanto, do ponto de
vista da eficiéncia de transmiss3o de energia e assim em diante, o sistema de
inducdo eletromagnética ou o sistema de ressondncia devem ser adotados (¢
considerado particularmente eficaz adotar o sistema de ressonéncia).

Aqui, cada uma das se¢des de acoplamento de sinal pode
permitir um sinal de uma onda milimétrica ser transmitido entre a seg8o de
envio e a seco de recepgio através da linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica. Por exemplo, a se¢do de acoplamento de sinal pode incluir uma
estrutura de antena (uma segio de acoplamento de antena) ou pode ser do tipo
que estabelece acoplamento de uma onda milimétrica sem utilizar uma
estrutura de antena.

Embora a “linha de transmissfo de sinal de onda milimétrica
para transmitir um sinal de uma onda milimétrica” possa ser o ar (isto €, um
espaco livre), preferivelmente ela tem uma estrutura para transmitir um sinal
de onda milimétrica, embora confinando o sinal de onda milimétrica na linha
de transmissfo. Utilizando-se positivamente esta natureza, a colocagdo das
linhas de transmissio de sinal de onda milimétrica pode ser finalmente
determinada arbitrariamente como a colocagio de fios elétricos. Por exemplo,
a linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica pode ser formada de um
material dielétrico, que pode transmitir um sinal de onda milimétrica (referida
como uma linha de transmissdo dielétrica ou onde milimétrica em linha de
transmissdo dielétrica) ou um guia de onda oco, que € provido com um
membro de bloqueio que forma uma linha ou linhas de transmiss&o e € oco no
lado interno do membro de bloqueio para suprimir radiacdo externa de um
sinal de onda milimétrica.

Incidentalmente, no caso do ar (no caso de um espago livre),
cada secfio de acoplamento de sinal é formada com uma estrutura de antena,

de modo que um sinal seja transmitido em uma curta distdncia no ar atraves
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das estruturas de antena. Por outro lado, onde a linha de transmiss&o de sinal
de onda milimétrica for formada de um material dielétrico, embora esta possa
adotar uma estrutura de antena, esta nio € essencial.

Onde uma pluralidade de sistemas de linhas de transmisséo de
sinal de onda milimétrica, capazes de individualmente transmitir informac&o
na faixa de onda milimétrica independentemente entre si, sdo providos em um
espago livre, é meio eficaz para conectar uma antena, que tenha forte
diretividade na direcdo de transmissfo, mas tenha fraca diretividade em
qualquer outra diregdo que nfo a dire¢do de transmissdo, para cada uma da
secdo de envio e a recepgdo de cada sistema de modo que uma linha de
transmissfo de sinal de onda milimétrica é configurado entre a antena, a fim
de diminuir a distdncia do canal.

Desta maneira de acordo com uma forma de realizagdo da
presente invengdo, o sistema de transmissdo sem fio é caracterizado pelo fato
de ser provida uma pluralidade de sistemas de linhas de transmiss@o de sinal
de onda milimétrica, capazes de transmitir informacfo na faixa de onda
milimétrica independentemente entre si. O termo “independentemente”
significa que as linhas de transmiss@o sfo separadas entre si em um tal grau
que, por exemplo, mesmo de os diversos sistemas realizarem transmiss&o com
a frequéncia ao mesmo tempo, nfo ocorre interferéncia ou pode ser ignorada.
Entretanto, neste significado, as linhas de transmissfio de sinal de onda
milimétrica nfo sfo limitadas a linhas de transmissdo que sdo fisicamente
separadas entre si. Em resumo, uma pluralidade de sistemas de linhas de
transmissdo de sinal de onda milimétrica independentes entre si € construida
separando-os espacialmente entre si em um tal grau que nenhuma influéncia
mutua é tida entre eles para se tornar possivel as multiplas transmissdes com a
mesma frequéncia ao mesmo tempo. O método de separagfio das linhas de
transmissdo inclui um método que separa o espago com a distdncia ou

estrutura ou outro método que utilize uma pluralidade de linhas de
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transmissfo dielétricas ou guias de onda ocos.

Com o sistema de transmissio sem fio da forma de realizagdo
da presente invengdo, a transmissdo de uma pluralidade de sistemas de sinais
(isto é, transmissdo por multiplexagfo de sinais) pode ser implementada com
uma velocidade de transmissdo e um grau de transmissdo que ndo pode ser
implementado por fios elétricos, sem ser influenciado por interferéncia. Uma
vez que a faixa de onda milimétrica seja usada, a transmissdo de sinal pode
ser realizada sem depender de um fio elétrico e nenhuma perturbagéo ¢é
aplicada aos outros fios elétricos vizinhos.

Os objetivos, aspectos e vantagens acima e outros da presente
invencdo tornar-se-do evidentes pela seguinte descri¢do e as reivindicagdes
anexas, tomadas em conjunto com os desenhos acompanhantes, em que partes
ou elementos semelhantes indicados por simbolos de referéncia iguais.
BREVE DESCRICAO DOS DESENHOS

A Fig. 1 é um diagrama em blocos mostrando uma

configuragio funcional de uma interface de sinal de um sistema de
transmissdo sem fio como uma configuragéo de referéncia;

As Figs. 2A a 2D sfo vistas diagramaéticas ilustrando
multiplexaée“to de sinais pelo sistema de transmissdo sem fio da Fig. 1;

A Fig. 3 é um diagrama em blocos mostrando uma
configuracio funcional de uma interface de sinal de um sistema de
transmissdo sem fio como um exemplo comparativo;

As Figs. 4A a 4F sfo vistas esquemdticas ilustrando um
resumo de “multiplexagdo por divisdo de espago”;

As Figs. 5A a 5C sfo vistas esquematicas ilustrando uma
condi¢fio apropriada para a multiplexagfo por divisdo de espago;

A Fig. 6 é um diagrama em blocos mostrando uma
configuracio funcional de uma interface de sinal de um sistema de

transmissdo sem fio a que a presente invengéo ¢ aplicada;
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As Figs. 7A a 7C s#o vistas esquemdticas do, por exemplo, de
uma estrutura de divisdo de onda milimétrica por divisio de espago da
interface de sinal da Fig. 6;

As Figs. 8A a 8C sdo vistas esquematicas do segundo exemplo
de uma estrutura de transmissdo de onda milimétrica por divisdo de espago da
interface de sinal da Fig. 6, respectivamente;

As Figs. 9A a 9C sfo vistas esquemadticas mostrando um
exemplo comparativo com um terceiro exemplo da estrutura de transmissdo
de onda milimétrica por divisio de espago da interface de sinal da Fig. 6;

As Figs. 10A a 10F sdo vistas esquematicas mostrando o
terceiro exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica por divisdo
de espaco da interface de sinal da Fig. 6;

As Figs. 11A a 11D sHo vistas esquematicas mostrando o
terceiro exemplo da estrutura de transmisséo de onda milimétrica por diviséo
de espaco da interface de sinal da Fig. 6;

As Figs. 12A a 12D sfo vistas esquematicas mostrando o
terceiro exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica por divisdo
de espago da interface de sinal da Fig. 6;

As Figs. 13A e 13B sdio vistas esquematicas de um quarto
exemplo da estrutura de transmissdo de onda milimétrica por divisdo de
espago da interface de sinal da Fig. 6;

As Figs. 14A e 14B sdo vistas esquemdticas ilustrando uma
concepcdo basica de transmissdo de placa de onda milimétrica adotada pela
estrutura de transmissio de onda milimétrica por divisdo de espago mostrada
nas Figs. 13A e 13B;

As Figs. 15A e 15B s#o vistas esquematicas mostrando um
exemplo comparativo com um quinto exemplo da estrutura de transmissdo de
onda milimétrica por divisdo de espago da interface de sinal da Fig. 6;

As Figs. 16A e 16B sfo vistas esquematicas ilustrando uma
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configuragio geral do quinto exemplo da estrutura de transmissdo de onda
milimétrica por divisio de espaco da interface de sinal da Fig. 6;

As Figs. 17A e 17B sfo vistas esquemdticas mostrando um
exemplo comparativo com um sexto exemplo da estrutura de transmisséo de
onda milimétrica por divisdo de espago da interface de sinal da Fig. 6;

As Figs. 18A a 18C sfo vistas esquemdticas ilustrando uma
configuragio geral do sexto exemplo da estrutura de transmissfo de onda
milimétrica por divisdo de espago da interface de sinal da Fig. 6;

As Figs. 19A e 19B sfo vistas esquemdticas mostrando o
sétimo e oitavo exemplos da estrutura de transmissdo de onda milimétrica por
divisdo de espago da interface de sinal da Fig. 6; e

As Figs. 20A e 20B sdo vistas esquematicas mostrando 0s
sétimo e oitavo exemplos da estrutura de transmissdo de onda milimétrica por
divisdo de espago da interface de sinal da Fig. 6.

DESCRICAO DETALHADA DA FORMA DE REALIZACAO
PREFERIDA

A seguir, uma forma de realizagdo da presente invengdo ¢
descrita em detalhes com referéncia aos desenhos acompanhantes. Deve ser
citado que, onde cada elemento de fungfo ¢ distinguido entre diferentes
formas de realizacdio, um caractere de referéncia alfabético de uma letra
maidscula como A, B, C, ... é adicionado como um sufixo a um caractere de
referéncia. Além disso, um caractere de referéncia “_@” € as vezes
adicionado como um sufixo a fim de subdivisionalmente distinguir cada
elemento funcional. Onde tal distingdo nfio ¢ requerida, tais caracteres de
referéncia, como mencionado acima, sdo omitidos. Isto similarmente aplica-se
também aos desenhos.

A descrigdo € feita na seguinte ordem:

1. Sistema de transmissfo sem fio: configuragdo de referéncia

2. Sistema de Transmissdo sem fio: forma de realizagcdo
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3. Estrutura De Transmiss@io De Onda Milimétrica Por Divisdo
De Espaco: primeiro exemplo (aplicagdo em cartdo de memoria/mesma face
de placa)

4. Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica por Divisdo
de Espaco: segundo exemplo (aplicagfio em cartdo de meméria/faces de placa
diferentes)

5. Estrutura De Transmissdo De Onda Milimétrica Por Divisdo
De Espaco: terceiro exemplo (aplicagdo em aparelho de captac@o de imagem)

6. Estrutura De Transmissio De Onda Milimétrica Por Divis&o
De Espaco: quarto exemplo (aplicagéio em transmissdo em placa)

7. Estrutura de Transmissfo de Onda Milimétrica por Diviséo
de Espago: quinto exemplo (aplicagio em transmissio em embalagens
semicondutoras)

8. Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica por Divisdo
de Espaco: sexto exemplo (aplicagdo em transmissdo entre embalagens
semicondutoras)

9. Estrutura de Transmissio de Onda Milimétrica por Diviséo
de Espago:

sétimo exemplo (aplicagdo a transmissdo entre placas)

10. Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica por Divisdo
de Espaco: oitavo exemplo (quarto exemplo + sétimo exemplo)

E para ser entendido que, a fim de facilitar os entendimentos
do mecanismo da presente forma de realizagio, um mecanismo basico
(configuragio de referéncia) de transmissdo sem fio, adotado na presente
forma de realizacfo, é primeiro descrito e entdo um mecanismo particular da
presente invengdo € descrito.

Sistema de Transmissio Sem-Fio: configuracio de referéncia

As Figs. 1 a 3 mostram uma configuragdo de referéncia de um

sistema de transmissdo sem fio para a forma de realizagdo da presente
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invengdo. Em particular, a Fig. 1 mostra uma configuragfio funcional de uma
interface de sinal de um sistema de transmissfo sem fio IX da configurag@o de
referéncia, e as Figs. 2A a 2D ilustram multiplexagfo de sinais pelo sistema
de transmissdo sem fio 1X. A Fig. 3 mostra uma configuragdo funcional de
uma interface de sinal de um sistema de transmissdo sem fio 1Z de um
exemplo comparativo.

Configuracfo Funcional: Base

Com referéncia a Fig. 1, o sistema de transmissdo sem fio 1X
da presente configuragio de referéncia ¢ configurado de modo que um
primeiro aparelho de comunicagiio 100X, que é um exemplo de um primeiro
aparelho sem fio e um segundo aparelho de comunicagdo 200X, que ¢ um
exemplo de um segundo aparelho sem fio, sdo acoplados entre si através de
uma linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 e a transmissdo do
sinal & realizada com uma faixa de onda milimétrica. Um sinal de um objeto
de transmissio é frequéncia convertida em um sinal da faixa de onda
milimétrica adequado para transmissdo de faixa de onda e entfo o sinal
resultante da frequéncia convertida € transmitido.

Um chip semicondutor 103, capaz de realizar comunicagfo de
faixa de onda milimétrica, é provido no primeiro aparelho de comunicagéo
100X e um chip semicondutor 203, capaz de realizar comunicagio de faixa de
onda milimétrica, é provido também no segundo aparelho de comunicag&do
200X.

Na presente configuragio de referéncia, somente um sinal,
para o qual transmissdo de alta velocidade e grande quantidade € requerida, €
determinado como um sinal de um objeto de comunicagdo da faixa de onda
milimétrica. No interim, qualquer outro sinal, para o qual pode ser usada
transmissio de baixa velocidade e pequena quantidade, pode ser usado e um
sinal que pode ser considerado como corrente continua, tal como suprimento

de energia, nio sdo determinados como um objeto de conversdo em um sinal
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de onda milimétrica. Similarmente, como na técnica relacionada, com respeito
aqueles sinais que ndo sdo determinados como um objeto de conversdo em um
sinal de onda milimétrica (incluindo suprimento de energia), fios elétricos s@o
colocados a fim de estenderem-se das unidades de fungéo LSI 104 e 204 para
terminais (conectores), de modo que a conexdo elétrica é estabelecida por
contato mecéinico através de terminais de tanto o primeiro aparelho de
comunica¢fo 100X como do segundo aparelho de comunicagfo 200X. Deve
ser citado que um sinal elétrico original, que seja um objeto de transmissdo
antes da convers3o em uma onda milimétrica, ¢ em seguida referido como um
sinal de faixa de base.

Por exemplo, um sinal de comando, um sinal de estado de
barramento (no caso de especifica¢des de interface em série), um sinal de
enderecgo, varios sinais de controle (no caso de especificacdes de interface
paralela) e assim em diante, sdo sinais para os quais transmissdo de baixa
velocidade e pequena quantidade pode ser usada. Além disso, em um exemplo
de aplicagdo a transmissdo de sinal entre uma placa de captagdo de imagem e
uma placa principal em um aparelho de captagdo de imagem, um sinal de
controle de uma sec¢fo de controle de cdmera, um sinal de sincronizagdo de
uma secio de geragdo de sinal de sincronizagdo e assim em diante, sdo sinais
para os quais transmissio de baixa velocidade e pequena quantidade pode ser
usada.

Por exemplo, um sinal de dados de uma imagem de tela de
cinema, uma imagem de computador ou similar sfo dados que sdo um objeto
de conversdo em um sinal de onda milimétrica e para os quais transmissdo de
alta velocidade e grande quantidade € requerida. Um sistema de transmissio
de onda milimétrica é construido convertendo-se tais dados, como acabamos
de descrever, em um sinal de uma faixa de onda milimétrica, cuja frequéncia
de propagacéo é de 30 GHz a 300 GHz e transmitindo-se o sinal em uma alta

velocidade.
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Como uma combinag¢fo de aparelho de comunicagdo 100 e
200, por exemplo, tais combinagdes como descritas abaixo sfo aplicaveis.
Onde o aparelho de comunicagdo 200 for um equipamento acionado por
bateria, tal como um telefone portatil, uma cadmera digital, uma cimera de
video, uma méquina de jogo, controlador remoto, um barbeador ou similar, o
primeiro aparelho de comunica¢do 100X é um carregador de bateria ou um
aparelho que é chamado de estagdo de base para realizar processamento de
imagem e assim em diante. Onde o segundo aparelho de comunicagdo 200X
tiver uma aparéncia como um cartfo IC comparativamente fino, um aparelho
de leitura e gravagdo de cartdo € o primeiro aparelho de comunicagdo 100X.
O aparelho de leitura e gravagdo de cartdio é ainda usado em combinagédo com
um corpo principal de aparelho eletrénico, tal como, por exemplo, um
aparelho de gravagdo e reprodugfo digital, um receptor de televisdo de ondas
terrestres, um aparelho telefonico portatil, uma maquina de jogar, um
computador ou similar. Além disso, onde a aplicagdo a um aparelho de
captacdo de imagem for realizada, por exemplo, o primeiro aparelho de
comunicagio 100X ¢ disposto no lado da placa principal e o segundo aparelho
de comunicacdo 200X ¢ disposto no lado da placa de captacdo de imagem e
transmissdo do aparelho, e a transmisso no aparelho € realizada.
Naturalmente, a combinacio descrita acima é um mero exemplo.

Primeiro Aparelho de Comunicacido

No primeiro aparelho de comunicagdo 100X, um chip
semicondutor 103, capaz de implementar comunicagdo de faixa de onda
milimétrica e uma se¢fio de acoplamento de linha de transmissdo 108 séo
montados em uma placa 102. O chip semicondutor 103 é um sistema LSI
(Circuito Integrado em Grande Escala) em que uma unidade de fungio LSI
104 e uma unidade de produgdo de sinal 107 (uma se¢éo de produgdo de sinal
de onda milimétrica) sdo integrados. Embora nfo mostrada, uma configuragéo

ode ser aplicada em que a unidade de fungfo LSI 104 e a unidade de produgéo
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de sinal 107 sdo formadas separadamente entre si sem serem integradas. Onde
a configuragdo que acabamos de descrever € aplicada, uma vez que um
problema surgindo da transmissdo de um sinal por um fio elétrico preocupa
com referéncia a uma transmissfo de sinal entre as unidades 104 e 107, €
preferivel integrarem-se as unidades 104 e 107. Onde a configuragdo descrita
acima € aplicada, € preferivel dispor dois chips (a unidade de fun¢fo LSI 104
e a unidade de produgdo de sinal 107) proximamente entre si e fazer o
comprimento de liga¢do do fio tdo curto quanto possivel, de modo que uma
ma influéncia possa ser reduzida. Preferivelmente, uma configuragdo tendo
uma caracteristica bidirecional de dados € aplicada a unidade de produgdo de
sinal 107 e a se¢do de acoplamento de linha de transmissdo 108. Portanto,
uma unidade de produ¢do de sinal no lado remetente e outra unidade de
produgdo de sinal no lado receptor sfo providas na unidade de produgdo de
sinal 107. Embora a se¢do de acoplamento de linha de transmissdo 108 possa
ser provida tanto no lado remetente como no lado receptor a se¢fo de
acoplamento de transmissdo 108 aqui € usada tanto para transmissdo como
recepgao.

Deve ser citado que a expressio “comunicacdo bidirecional”
na presente configuragio de referéncia ¢ uma transmisséo bidirecional de um
ntcleo, em que uma linha de transmiss&o de sinal de onda milimétrica 9, que
é um canal de transmissio de uma onda milimétrica de um sistema (um
nucleo) € usado. A fim de implementar a transmissfo bidirecional de um
nucleo, um método semi-duplex, a que multiplexacfo por divisdo de tempo
(TDD: Divisdo de Tempo Duplex) é aplicada, a multiplexagdo por divisdo de
frequéncia (FDD: Divisdo de Frequéncia Duplex: Figs. 2A a 2D) e assim em
diante sdo aplicadas.

Uma vez que, no caso de multiplexagdo por divisdo de tempo,
separagfo entre transmiss@o e recepgdo ¢ realizada por divisdo de tempo,

“simultaneidade de comunicag¢do bidirecional (transmissdo bidirecional de
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simultaneidade de um nicleo)”, em que transmissdo de sinal pelo primeiro
aparelho de comunicagdo 100X para o segundo aparelho de comunicagdo
200X e transmissdo de sinal do segundo aparelho de comunica¢io 200X para
o primeiro aparelho de comunicagdio 100X sdo realizadas ao mesmo tempo,
néo é implementada. Entretanto, a transmissdo bidirecional de simultaneidade
de um nucleo é implementada por multiplexagfo por divisdo de frequéncia.
Entretanto, uma vez que diferentes frequéncias na transmissio e recep¢éo séo
usadas na multiplexagfo por divisdo de frequéncia, como visto na Fig. 2A, a
largura de faixa de transmiss3o da linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 tem que ser grande.

O chip semicondutor 103 nfo é montado diretamente na placa
102, porém uma embalagem semicondutora, em que o chip semicondutor 103
¢ montado em uma placa intercaladora e o chip semicondutor 103 € moldado
por resina (por exemplo, resina epoxi), pode ser montado na placa 102. Em
particular, a placa intercaladora configura uma placa para montagem de chip e
o chip semicondutor 103 é provido na placa intercaladora. Um membro em
folha, tendo constante dielétrica dentro de wuma faixa fixada
(aproximadamente 2 a 10) e formada combinando-se, por exemplo, folha de
resina e cobre termicamente reforcada, pode ser usada para a placa
intercaladora.

O chip semicondutor 103 é conectado a uma segfo de
acoplamento de linha de transmiss@o 108. Na segdo de acoplamento de linha
de transmissdo 108, & aplicada uma estrutura de antena incluindo, por
exemplo, uma se¢do de acoplamento de antena, um terminal de antena, uma
linha de microtarja, uma antena e assim em diante. Deve ser observado que,
aplicando-se uma técnica em que uma antena é formada diretamente em um
chip, também a se¢dio de acoplamento de linha de transmissdo 108 pode ser
incorporada no chip semicondutor 103.

Uma vez que a unidade de fungdo LSI 104 manipula o controle
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de aplicagfo principal do primeiro aparelho de comunicag¢do 100X e inclui um
circuito para processar uma imagem, dados de voz e assim em diante, a serem
transmitidos para a parte oposta de comunicag&o, e um circuito para processar
dados de imagem e voz e assim em diante, recebidos da parte oposta. Deve
ser citado que, onde o segundo aparelho de comunicagéo 200X for formado
como um cartio de meméria, nfo somente uma se¢do de funcéo de aplicagéo,
mas também uma secdo de controle de cartdo de memdria sdo providas na
unidade de fun¢do LSI 104. A se¢dio de controle de cartdo de memoria
executa controle légico para um cartdo de memoria 200A, tal como, por
exemplo, controle de leitura e gravagfo de dados ou similar de acordo com
uma solicitacfio da se¢do de aplicagdo de comunicagéo.

A unidade de produgdo de sinal 107 (segdo de conversdo de
sinal elétrico) converte um sinal da unidade de fun¢@io LSI 104 em um sinal
de onda milimétrica e executa controle de transmissdo de sinal, através da
linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9.

Em particular, a unidade de produgéo de sinal 107 inclui uma
secdo de produgdo de sinal do lado remetente 110 e uma se¢éo de produgdo de
sinal do lado receptor 120. Uma sego remetente ¢ configurada pela se¢éo de
produgio de sinal do lado remetente 110 e a segéo de acoplamento de linha de
transmissdo 108, e uma secio de recepgdo é configurada pela Tegﬁo de
produgio de sinal do lado receptor 120 e a segéio de acoplamento de linha de
transmisséo 108.

A sec¢do de produgdo de sinal do lado remetente 110 inclui
uma sec¢do de processamento de multiplexagdo 113, uma se¢do de conversao
em paralelo-para-em série 114, uma se¢do de demodulagdo 115, uma segéo de
conversdo de frequéncia 116 e uma secdo de amplificagdo 117, a fim de
processar um sinal de entrada, para produzir um sinal de onda milimétrica.
Deve ser citado que um sistema de conversdo direta, em que a se¢do de

modulacgio 115 e a segfo de conversdo de frequéncia 116 séo integralmente
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providas, pode ser aplicado. A se¢do de envio ¢ configurada pela secéo de
produgio de sinal do lado remetente 110 e pela se¢@o de acoplamento de linha
de transmissdo 118.

A secio de producdo de sinal do lado receptor 120 inclui uma
secfo de amplificagdo 124, um se¢fio de conversdio de frequéncia 125, uma
secdo de demodulagio 126, uma se¢do de conversdo em série para em
paralelo 127 e uma se¢do de processamento de unificagéo 128, a fim de
processar um sinal elétrico de uma onda milimétrica recebida pela segéo de
acoplamento de linha de transmissdo 108, para produzir um sinal de saida
(sinal de faixa de base). Deve ser citado que um sistema de conversdo direta,
em que a se¢do de conversdo de frequéncia 125 e a secéo de demodulagéo 126
sdo integralmente providas, pode ser aplicado.

A secdio de conversdo em paralelo-para-em série 114 e a se¢do
de conversio em série para em paralelo 127 s@io providas no caso de
especificacdes de interface paralela, para utilizar uma pluralidade de sinais de
dados para transmissdo paralela, porém ndo tém que ser providas no caso de
especificagBes de interface em série.

A se¢dio de processamento de multiplexagdo 113 realiza, onde
o sinal da unidade de funcdo LSI 104 inclui uma pluralidade de espécies de
sinais (isto &, N sinais), que fazem um objeto de comunica¢do em uma faixa
de onda milimétrica, um processo de multiplexagéo, tal como multiplexagdo
por divisio de tempo, multiplexag&o por divisdo de frequéncia, multiplexagdo
por divisdo de c6digo ou similares, para coletar os diversos sinais em um sinal
de um sistema. No caso da presente configuragdo de referéncia, diversos
diferentes sinais, para os quais transmissfo de elevada velocidade e grande
quantidade é necessdria, sdo coletados como um objeto de transmissédo em
uma onda milimétrica em um sinal de um sistema. As diversas espécies de
sinais para os quais transmissfo de alta velocidade e grande quantidade ¢

necesséaria, incluem sinal de dados e um sinal de sincronizagéo.
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Deve ser citado que, no caso de multiplexacédo por divisdo de
tempo ou multiplexacdo por divisdo de cddigo, a se¢do de processamento de
multiplexag@o 113 é provida no estagio precedente para a segdo de conversdo
em paralelo-para-em série 114 e os diversos diferentes sinais podem ser
coletados para um sinal de um sistema e entdo supridos para a sec¢do de
conversio em paralelo-para-em série 114. Por outro lado, no caso de
multiplexagdo por divisdo de tempo, pode ser provido um comutador para
finamente dividir o tempo dos diversos sinais _@ (@ € 1 a N) e suprir os
sinais para a se¢cdo de conversdo em paralelo-para-em série 114.

Por outro lado, no caso de multiplexagdo por divisdo de
frequéncia, frequéncias dos diversos diferentes sinais tém que ser convertidas
em frequéncias dentro de uma faixa de faixas de frequéncia F_(@ diferente de
cada outra, para produzir um sinal de onda milimétrica como mostrado na Fig.
2A. Para este fim, por exemplo, a se¢do de conversdo em paralelo-para-em
série 114, secdo de modulagdo 115, se¢do de conversdo de frequéncia 116 e
segdo de amplificacdo 117 podem ser providas para cada um dos diversos
diferentes sinais (@ e uma se¢do de processamento de adicdo pode ser
provida como a segdo de processamento de multiplexacdo 113 no estagio

seguinte para as respectivas se¢des de amplificagdo 117. Além disso, sinais

-elétricos de uma onda milimétrica da faixa de frequénciaF 1 + ... +F_N apos

o processo de multiplexacdo de frequéncia, pode ser suprida para a secdo de
acoplamento de linha de transmissao 108.

Como pode ser reconhecido pela Fig. 2B, a largura de faixa de
transmissdo tem que ser grande na multiplexag@o por divisdo de frequéncia
em que sinais de diversos sistemas sdo coletados em um sinal de um sistema.
Como mostrado na Fig. 2C, onde tanto um método em que diversos sistemas
de sinais sfo coletados em um sistema por multiplexagdo por divisdo de
frequéncia como um sistema totalmente duplex, em que frequéncias diferentes

entre si s@o usadas na transmissdo e recepgdo, sdo usados, a largura de faixa
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de transmissio tem que ser tornada ainda maior.

A sec¢fo de conversio em paralelo e em série 114 converte os
sinais paralelos em um sinal em série e supre o sinal resultante para a seg¢fo de
modulacdo 115. A se¢io de modulagdo 115 modula um sinal objeto de
transmissdo e supre o sinal modulado para a se¢do de conversdo de frequéncia
116. Como a sec¢io de modulagfo 115, um elemento para modulagdo de pelo
menos um de amplitude, frequéncia e fase com um sinal objeto de
transmissfo, pode ser usado e também um método de combinagdo arbitraria
da amplitude, frequéncia e fase pode ser adotado. Por exemplo, a modulagdo
de amplitude (AM: Modulagdo de Amplitude) e modulagdo de vetor séo
aplicaveis. Para modulagdo de vetor, modulagio de frequéncia (FM:
Modulagdo de Frequéncia) e modulagdo de fase (PM: Modulagéo e Fase) séo
aplicaveis. Para um método de modulag&o digital, por exemplo, séo aplicaveis
modulacdo de transi¢do de amplitude (ASK: chaveamento por deslocamento
de amplitude), modulagio de transig¢go de frequéncia (FSK: Chaveamento por
Deslocamento de Frequéncia), modulagdo de transicdo de fase (PSK:
Chaveamento de Deslocamento de Fase), modulagdo de fase de amplitude
(APSK: Chaveamento de Deslocamento de Fase de Amplitude) para modular
a amplitude e a fase. Como a modulagdo de fase de amplitude, modulagéo de
amplitude de quadratura (QAM: Modulagdo de Amplitude de Quadratura) €
representativa.

A secdio de conversfo de frequéncia 116 realiza conversdo de
frequéncia para um sinal objeto de transmissfo, ap6s a modulagio pela se¢éo
de modulacdo 115 para produzir um sinal elétrico de uma onda milimétrica e
suprir o sinal produzido para a se¢do de amplificagdo 117. O sinal elétrico de
uma onda milimétrica geralmente significa um sinal elétrico de uma
frequéncia dentro de uma faixa de 30 GHz a 300 GHz. A razdo pela qual o
termo “geralmente” é usado € que uma frequéncia pode ser usada com que um

efeito por comunica¢do de onda milimétrica da presente forma de realizagéo
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(incluindo a configuragdo de referéncia) é obtido e o limite inferior ndo €
limitado a 30 GHz e o limite superior ndo ¢ limitado a GHz.

Embora vérias configuragdes de circuito possam ser aplicadas
como sec¢do de conversdo de frequéncia 116, por exemplo, uma configuragio
pode ser aplicada em que um circuito de mistura (circuito misturador) e um
oscilador sdo providos. O oscilador local gera uma portadora (um sinal de
portadora ou uma portadora de referéncia) a ser usada para modulagdo. O
circuito de mistura multiplica (modula) uma portadora da faixa de onda
milimétrica gerada pelo oscilador local com um sinal da se¢do de conversdo
em paralelo-para-em série 114, para gerar um sinal de modulagéo da faixa de
onda milimétrica e supre o sinal gerado para a se¢do de amplificagdo 117.

A se¢do de amplificagdo 117 amplifica o sinal elétrico de uma
onda milimétrica apds a conversfo de frequéncia e supre o sinal amplificado
para a se¢do de acoplamento de linha de transmissdo 108. A segdo de
acoplamento de linha de transmisséo bidirecional 108 é conectada a se¢fo de
amplificagdo 117 através de um terminal de antena ndo mostrado.

A segdo de acoplamento de transmissdo 108 transmite o sinal
de uma onda milimétrica produzida pela se¢8o de produgio de sinal do lado
remetente 110 para a linha de transmiss@o de sinal de onda milimétrica 9.
Além disso, a se¢do de acoplamento de transmissdo 108 recebe um sinal de
uma onda milimétrica da linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9
e entdo emite o sinal recebido para a se¢fo de produgdo de sinal lateral do
receptor 120.

A se¢do de acoplamento de linha de transmissdo 108 ¢&
configurada de uma sec¢do de acoplamento de antena. A se¢do de acoplamento
de antena configura um exemplo ou parte da se¢fio de acoplamento de linha
de transmissdo 108 (se¢do de acoplamento de sinal). A secdo de acoplamento
de antena significa uma parte para acoplamento de um circuito elétrico em um

chip semicondutor para uma antena disposta no lado interno ou no lado
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externo de um chip em um sentido estreito, porém em um sentido amplo
significa uma parte para acoplar sinal entre um chip semicondutor e uma linha
de transmisséo dielétrica.

Por exemplo, a segdo de acoplamento de antena inclui pelo
menos uma estrutura de antena. Além disso, onde a transmissfo e recepgdo
sdo realizadas por multiplexagdo por divisdo de tempo, uma segao de
conversido de antena (se¢dio de compartilhamento de antena) é provida na
secdo de acoplamento de linha de transmiss&o.

Estrutura de antena significa uma estrutura em uma segéo de
acoplamento para a linha de transmissgo sinal de onda milimétrica 9 e pode
ser qualquer estrutura se ela acoplar um sinal elétrico da faixa de onda
milimétrica a linha de transmissio de sinal de onda milimétrica 9, mas nao
significa somente uma antena. Por exemplo a estrutura de antena ¢ formada
no mesmo chip, o terminal de antena e a linha de microtarja, que néo a segdo
de conversio de antena, configuram a se¢fo de acoplamento de linha de
transmissdo 108.

A antena é configurada de um membro de antena tendo um
comprimento (por exemplo, aproximadamente de 600 pum) com base no
comprimento de onda A do sinal de uma onda milimétrica e € acoplada a linha
de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9. Como antena, é usada ndo
somente uma antena embutida mas também uma antena sonda (tal como
dipolar), uma antena de quadro, um elemento de acoplamento de abertura de
pequena dimensgo (tal como uma antena fendida) ou similar.

Onde a antena do lado do primeiro aparelho de comunicagéo
100X e a antena do lado do segdo de acoplamento 200X forem dispostas em
uma relagio de oposigio entre si, uma antena ndo-direcional pode ser
aplicada. Por outro lado, onde as antenas forem dispostas em uma relacdo
deslocada entre si em um plano, uma antena tendo diretividade pode ser

aplicada. Ou entdo é uma idéia técnica de que a diregéo do avango de um sinal
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¢ variada de uma direcio de modo de espessura da placa para uma direcéo
plana, utilizando-se um membro de reflexdo, outra idéia técnica de que uma
linha de transmiss&o dielétrica para avangar um sinal em uma dire¢do plana €
provida podem ser aplicadas.

A antena do lado do remetente irradia uma onda
eletromagnética com base em um sinal de uma onda milimétrica para a linha
de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9. Por outro lado, a antena do
lado do receptor recebe a onda eletromagnética com base no sinal da onda
milimétrica da linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9. A linha de
microtarja interconecta o terminal de antena e a antena, de modo que um sinal
de uma onda milimétrica no lado remetente é transmitida pelo terminal de
antena para a antena e o sinal de uma onda milimétrica do lado do receptor &
transmitido pela antena para o terminal de antena.

A secio de conversio de antena é usada onde a antena for
empregada para tanto transmissdo como recepgao.

Por exemplo, quando um sinal de uma onda milimétrica € para
ser transmitido para o segundo aparelho de comunicagdo 200X, que € a parte
de comunicagfio oposta, a secdo de conversdo de antena conecta a antena a
secdo de produgfo de sinal do lado remetente 110. Por outro lado, quando um
sinal de uma onda milimétrica do segundo aparelho de comunicagdo 200X,
que é a parte oposta, é para ser recebido, a se¢do de conversio de antena
conecta a antena & secio de producdo de sinal do lado do receptor 120.
Embora a secdo de conversio de antena seja provida na placa 102
separadamente do chip semicondutor 103, a configuragdo da presente
invencdo ndo ¢ limitada a isto e a se¢@io de conversdo de antena pode ser
provida no chip semicondutor 103. Onde a antena para transmissdo e a antena
para recepgo forem providas separadamente entre si, a se¢do de conversdo de
antena pode ser omitida.

A linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9, que €
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um trajeto de propagacio de uma onda milimétrica, pode ser configurada de
uma linha de transmiss3o de espaco livre. Entretanto, preferivelmente, a linha
de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 é configurada de uma estrutura
de guia de onda para confinar e transmitir uma onda milimétrica, tal como um
tubo de guia de onda, um trajeto de linha de transmissdo, um trajeto de linha
dielétrica, um dielétrico ou similar, de modo que tenha uma caracteristica para
transmitir um onda eletromagnética da faixa de onda milimétrica
eficientemente. Por exemplo, a linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 pode ser uma linha de transmissfo dielétrica configurada
incluindo um material dielétrico tendo uma constante dielétrica dentro de um
faixa fixa e uma tangente de perda dielétrica dentro de uma faixa fixa.

A “faixa fixa” pode ser qualquer faixa dentro da qual um efeito
da presente forma de realizagdo pode ser conseguido pela constante dielétrica
ou a tangente de perda dielétrica do material dielétrico, e um valor fixo
antecipadamente pode ser aplicado & faixa fixa. Em particular, como um
material dielétrico, um material que pode transmitir uma onda milimétrica e
tem uma caracteristica com que o efeito da presente forma de realizagéo €
conseguido, pode ser aplicado. Embora a faixa fixa ndo seja necessariamente
determinada definitivamente por que ela nfo pode ser determinada de
somente o proprio material dielétrico e refere-se também ao comprimento da
linha de transmissdo e a frequéncia de uma onda milimétrica, a faixa fixa €
determinada da seguinte maneira, como exemplo.

A fim de transmitir um sinal de uma onda milimétrica em uma
alta velocidade para uma linha de transmissdo dielétrica, € desejado
estabelecer a constante dielétrica do material dielétrico em aproximadamente
2 a 10 (preferivelmente 3 a 6) e estabelecer a tangente de perda dielétrica do
material dielétrico em aproximadamente 0,00001 a 0,01 (preferivelmente
0,00001 a 0,001). Como um material dielétrico que satisfaz tais condi¢des

como acabamos de descrever, por exemplo, um material configurado de
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material baseado em resina acrilica, baseado em resina de uretano, baseado
em resina epdxi, baseado em silicone, baseado em poliimida ou baseado em
resina de cianocrilato, pode ser usado. Tais faixas da constante dielétrica do
material dielétrico e a tangente de perda dielétrica dadas acima sdo similares
na presente forma de realizagfo, a menos que de outro modo especificado.
Deve ser observado que, como a linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9, tendo uma configuracio em que um sinal de onda milimétrica €
confinado na linha de transmissdo, ndo somente a linha de transmissdo
dielétrica, mas também um guia de ondas oco, em que a periferia da linha de
transmissfo é circundada por um material de blindagem e o lado interno da
linha de transmissdo é oco, podem ser aplicados.

A secdo de produgdo de sinal do lado receptor 20 é conectada
4 secdo de acoplamento de linha de transmiss@o 108. A sec¢éo de amplificacéo
124 da secdio de produgdo de sinal do lado receptor 120 é conectada a secéo
de acoplamento de linha de transmissdo 108 e amplifica um sinal dielétrico de
uma onda milimétrica, apés recebido pela antena e entfio supre o sinal
amplificado para a segdo de conversdo de frequéncia 125. A segfo de
conversdo de frequéncia 125 realiza a conversdo de frequéncia para o sinal
dielétrico de uma onda milimétrica, apés a amplificagdo e entfo supre o sinal
ap6s a conversdo de frequéncia para a se¢8o de demodulagdo 126. A secdo de
demodulacio 126 demodula o sinal apds a conversfo de frequéncia adquirir
um sinal de uma faixa de base e entdo supre o sinal de faixa de base para a
secdo de conversdo de em série-para-em paralelo 127.

Embora vérias configura¢des de circuito possam ser adotadas
para a se¢do de conversdo de frequéncia 125 e a secéio de demodulaggo 126,
por exemplo, um circuito de detec¢@o quadrada para obter uma saida de
detecgdio que aumente em proporgdo para o quadrado de uma amplitude do
(um invélucro do) sinal de onda milimétrica recebido, pode ser aplicado.

A secdo de conversdo em série e em paralelo 127 converte os
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dados de recepgio em série em dados de saida paralela e entfio supre os dados
convertidos para a se¢do de processamento de unificagdo 128.

A secio de processamento de unificagdo 128 corresponde a
secdo de processamento de multiplexag@o 113 e separa o sinal coletado para
um sistema em diversas espécies de sinais _@ (@ € 1 a N). No caso da
presente configuragdo de referéncia, por exemplo, diversos sinais de dados
coletados para o sinal de um sistema sdo separados em diversos sistemas de
sinais e os sinais separados s3o supridos para a unidade de fun¢do LSI 104.

Deve ser citado que, onde os sinais forem coletados para um
sistema por multiplexagdo por divisdo de frequéncia, um sinal elétrico de uma
onda milimétrica de uma faixa de frequéncia F_1+ ... +F_N apés o processo
de multiplexagdo de frequéncia tem que ser recebido e processado para cada
uma das faixas de frequéncia F_@. Para este fim, como mostrado na Fig. 2B,
a secfo de amplificagfo 224, a se¢fio de conversdo de frequéncia 225, a se¢éo
de demodulagdio 226 e a segdo de conversdo de em série-para-em paralelo 227
podem ser providas para cada uma das diversas espécies de sinais _@ e uma
secdo de separagio de frequéncia pode ser provida como a segdo de
processamento de unificagdo 228 no estagio precedente para cada uma das
secdes de amplificagio 224. Em seguida, o sinal elétrico de uma onda
milimétrica na faixa de frequéncia F_@ ap0s a separagio pode ser suprido a
um sistema da correspondente faixa de frequéncia F_@.

Se o chip semicondutor 103 for configurado de tal maneira
como descrito acima, entdo a conversio de em paralelo-para-em série €
realizada para o sinal de entrada e entdo o sinal convertido € transmitido para
o lado do chip semicondutor 203. Além disso, o chip semicondutor 203
realiza conversdo de em paralelo-para-em série de um sinal de recepgdo do
Jado do chip semicondutor 103. Consegiientemente, o nimero de sinais que €
um objeto de conversdo de onda milimétrica é diminuido.

Deve ser citado que, onde a forma de transmissdo de sinal
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original entre o primeiro aparelho de comunicagdo 100X e o segundo
aparelho de comunicagdo 200X ¢ uma forma em série, a se¢do de conversio
em paralelo-para-em série 114 e a se¢fo de conversdo de em série-para-em
paralelo 127 pode néo ser provida.

Segundo Aparelho de Comunicacio

O segundo aparelho de comunicacdo 200X geralmente tem
uma configuracio funcional similar aquela do primeiro aparelho de
comunicacio 100X. Os caracteres de referéncia no nivel 200 sdo aplicados as
secBes de fungdo e os caracteres de referéncia nos niveis 10 e 1 os mesmos
como aqueles do primeiro aparetho de comunicagdo 100X sfo aplicados a
secdes de fungdo similares e parecendo-se com aquelas do primeiro aparelho
de comunicacdo 100X. Uma se¢do de envio é configurada de uma se¢do de
producdo de sinal do lado remetente 210 e uma se¢@o de acoplamento de linha
de transmissdo 208 e uma se¢do de recepgdo é configurada de uma segéo de
producdo de sinal do lado receptor 220 e uma se¢do de acoplamento de linha
de transmissdo 208.

Deve ser citado que, onde o segundo aparelho de comunicagdo
200X ¢ aplicado na forma de um cartio de memoria, uma segéo de fungéo de
memodria e uma se¢io de controle de memoéria sdo providas em uma unidade
de funciio LSI 204. A segdo de fungdo de memoria € um meio de
armazenagem n#do volatil, por exemplo, como uma memoria flash ou um
disco rigido. A se¢fo de controle de memoria realiza controle de leitura e
gravaciio de dados para a segfo de fun¢do de memoria, em resposta aos dados
do lado do primeiro aparelho de comunicagio 100X. A unidade de produgéo
de sinal 207 (se¢do de conversdo de sinal elétrico e uma segéo de producéo de
sinal de faixa de base) converte um sinal de onda milimétrica, que indica
dados do lado da secio de controle de cartdo de memoria e é recebido através
da linha de transmissio de sinal de onda milimétrica 9 dentro dos dados

originais (sinal de faixa de base) e entdo supre os dados convertidos para a
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secdo de controle de memoria.

Aqui, uma técnica de frequéncia convertendo e transmitindo
um sinal de entrada é usada comumente para radiodifusdo e comunicagdo sem
fio. Para as aplicagdes acabadas de serem descritas, transmissor e receptor
comparativamente complicados e assim em diante sio usados que podem
enfrentar tais problemas como o) em que comunicagio de faixa pode ser
realizada (problema da relagdo S/N com respeito a ruido térmico), ) como
enfrentar interferéncia de reflexio e multitrajetos, y) como suprimir
perturbaciio e interferéncia com um diferente canal. Por outro lado, as
unidades de produgio de sinal 107 e 207 usadas na presente forma de
realiza¢do sdo usadas com a faixa de onda milimétrica que é uma faixa mais
elevada do que uma frequéncia usada pelo transmissor e receptor complicados
e assim em diante, comumente usada em radiodifusfio e comunicagdo sem fio.

Uma vez que o comprimento de onda A é curto, uma unidade de produg&o de

sinal e usada em que a frequéncia é reutilizada facilmente e que € adequada

para comunicagdo entre um grande nimero de dispositivos localizados na
proximidade de cada outro.

Injecdo de bloqueio

Aqui, onde um sistema de transmissdo sem fio é configurado
de uma secfo de funciio de modulagdo 8300X e uma segdo de fungdo de
demodulacdo 8400X, ele tem as seguintes defeitos.

Primeiro, o sistema de transmissio sem fio tem o seguinte
defeito referente a um circuito de oscilagdo. Por exemplo, em comunicagio ao
ar livre (ar-aberto), é necessario levar em consideragdo multicanalizag¢Ges.
Neste exemplo, uma vez que uma influéncia de componentes de variagéo de
frequéncia de uma portadora ¢ tida na comunicag@o, uma solicitagdo para
especificagdes quanto a estabilidade de uma portadora no lado do remetente é
severa. Se for pretendido utilizar um tal método ordinario, como usado em

comunicacdo sem fio ao ar livre, quando os dados forem para ser transmitidos
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com uma onda milimétrica em transmissdo de sinal doméstica ou transmiss&o
de sinal inter-aparelhos, entdo um circuito de oscilagdo de uma onda
milimétrica tendo alta estabilidade, em que a estabilidade é requerida para a
portadora e o grau de estabilidade de frequéncia ¢ aproximadamente em ppm
(partes por milh&o) € necesséria ordem.

A fim de implementar um sinal de portadora, tendo
estabilidade de alta frequéncia, por exemplo, é uma idéia possivel
implementar um circuito de oscilaggo de uma onda milimétrica tendo uma
alta estabilidade em um circuito integrado de silicio (CMOS: Semicondutor
de 6xido-Metalico complementar). Entretanto, uma vez que o desempenho de
isolamento de um substrato de silicio usado para um dispositivo CMOS
comum é baixo, um circuito tanque tendo um alto valor Q (Fator de
Qualidade) ndo pode ser facilmente formado e o substrato de silicio acabado
de ser descrito nfio é facilmente implementado. Por exemplo, como descrito
no documento de referéncia A, onde um elemento de indutincia for formado
em um chip CMOS, o valor Q da induténcia é de aproximadamente 30 a 40.

O Documento de Referéncia A: A. Niknejad, “mm-Wave
Silicon Technology 60 GHz and Beyond” (particularmente 3. 1. 2 Indutores
pp 70 a 71), ISBN 978-0-387-76558-7.

Portanto, a fim de implementar um circuito de oscila¢éo tendo
alta estabilidade, por exemplo, é uma idéia possivel adotar um método em que
um circuito tanque, tendo um alto valor Q, é configurado por um oscilador de
cristal ou similar, no lado externo de um dispositivo CMOS em que uma parte
de corpo principal do circuito oscilador é configurada e o circuito tanque ¢
oscilado com uma baixa frequéncia e, além disso, uma saida de oscilagdo do
circuito tanque é multiplicada para aumentar a saida para a faixa de onda
milimétrica. Entretanto, onde uma fun¢fo para substituir transmisséo de sinal
por uma linha de fio, tal como LVDS (Sinalizagdo Diferencial de Baixa

Voltagem) ou similar, com transmissdo de sinal por uma onda milimétrica, €
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implementada, nio é preferivel prover tal tanque externo como descrito acima
em todos os chips.

Se um método para modular a amplitude, tal como OOK (On-
Off-Keying (chaveamento ligado-desligado), for usado, entdo uma vez que a
deteccio do envoltério pode ser realizada no lado receptor, o circuito de
oscilagdo nfio tem que ser provido e o numero de circuitos tanque pode ser
reduzido. Entretanto, a amplitude de recepgdo é reduzida quando a distincia
de transmissfo de um sinal aumenta e, em um sistema em que um circuito de
detecgio quadrado for usado, um exemplo de detecg@o de envoltdrio, uma vez
que a influéncia de redugdo da amplitude de recepgdo torne-se notavel e a
distor¢io do sinal tenha uma influéncia, o método descrito acima se torna
desvantajoso. Em outras palavras, o circuito de detecgio quadrado ¢
desvantajoso em sensibilidade.

Embora seja uma idéia possivel utilizar-se, como um diferente
método para implementar um sinal de portadora tendo um alto grau de
estabilidade de frequéncia, um circuito de multiplicagdo de frequéncia ou um
circuito PLL, tendo alta estabilidade, isto aumenta a escala do circuito. Por
exemplo, embora, no documento de referéncia B especificado abaixo, um
circuito de oscilacdo de fase oposta seja usado para eliminar um circuito de
oscilacdo de 60 GHz, para desse modo reduzir a escala do circuito, um
circuito de oscilacdo de 30 GHz, um divisor de frequéncia, um circuito de
deteccdo de frequéncia de fase (Detector de Frequéncia de Fase: PFD), um
circuito de referéncia externa (neste exemplo, de 117 MHz) e assim em diante
sfo requeridos. Portanto, aparentemente a escala do circuito torna-se grande.

O Documento de Referéncia B: “A 90 nm CMOS Low-Power
60 GHz Transceiver with Integrated Baseband Circuitry”, ISSCC
2009/SESSION 18/RANGING AND Gb/s COMMUNICATION /18. 5, 2009
IEEE International Solid-State Circuits Conference, pags. 314 a 316.

Uma vez que o circuito de detecgdo quadrada pode extrair um
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componente de amplitude de um sinal de recepgéo, o método de modulagio
que pode ser usado é limitado a um método (por exemplo, ASK tal como
OOK), para modular a amplitude e adogdo de um método para modular a fase
ou a frequéncia é dificil. A dificuldade na adogdo do método de modulagéo de
fase & conectada a um estado em que pode ser impossivel ortogonalizar um
sinal de modulacfo para elevar a taxa de transmisséo de dados.

Além disso, onde multi-canalizagdo ¢é implementada pelo
método de multiplexagdo por divisdo de frequéncia, um método em que o
circuito de detecgfio quadrada € usado tem uma falha descrita abaixo. Embora
um filtro de passagem de faixa para selegdo de frequéncia no lado receptor
tenha que ser disposto no estdgio precedente ao circuito de detecgéo quadrada,
implementacio de um filtro ingreme e de pequena passagem de faixa nfo ¢
facil. Além disso, onde um filtro ingreme de passagem de faixa for usado, as
especificagBes requeridas tornam-se severas com referéncia a estabilidade da
frequéncia portadora no lado do remetente.

Como um método de copiar para tais problemas como descrito
acima, uma secdo de conversio de frequéncia 125 e a segdo de demodulagéo
126 devem adotar um método de bloqueio por inje¢do. Onde um método de
bloqueio por injegdo é adotado, também um sinal de portadora de referéncia
usado como uma referéncia para bloqueio de inje¢do no lado receptor
correspondendo a um sinal de portadora usado para modulagdo € sinalizado
junto com um sinal modulado para a faixa de onda milimétrica pelo lado
remetente. Embora o sinal de portadora de referéncia tipicamente seja um
sinal de portadora ele préprio usado para modulago, ele ndo € limitado a isto
e, por exemplo, um sinal de alta frequéncia, tendo uma diferente frequéncia
sincronizada com o sinal de portadora usado para modulagfo, pode ser usado.

Um oscilador local é provido no lado do receptor ¢ o
componente de portadora de referéncia transmitido é bloqueado por mje¢édo

com o oscilador local e o sinal de modulagfio de onda milimétrica transmitido
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¢ demodulado usando-se um sinal de saida para restaurar um sinal objeto de
transmissdo. Por exemplo, um sinal de recepgfo € introduzido para o
oscilador local e sincronizado com a portadora de referéncia. A portadora de
referéncia e o sinal de recepgdo sdo introduzidos em um circuito de mistura
para produzir um sinal de multiplicagdo. Um componente de alta frequéncia
do sinal de multiplica¢do é removido por um filtro de baixa passagem, para
obter-se um sinal de faixa de base.

Utilizando-se o bloqueio por injecdo em uma tal maneira como
acima descrito, embora descri¢do detalhada ou descri¢do logica seja omitida
aqui, um oscilador tendo um baixo valor Q pode ser aplicado como o
oscilador local no lado do receptor e as especificagdes solicitadas podem ser
moderadas também com referéncia a estabilidade da portadora de referéncia
no lado do remetente. No lado do receptor, reproduzindo-se o sinal
sincronizado com o sinal de portadora usado para modulagdo no lado do
remetente e realizando-se a conversdo de frequéncia por detecgdo de
sincronizac¢do, mesmo se uma variacio de frequéncia A do sinal de portadora
aparecer, um sinal de transmissfio pode ser restaurado sem influéncia da
variacio de frequéncia A. Em um caso extremo, um filtro de passagem de
faixa como um filtro de selegdo de frequéncia ndo precisa ser provido no
estagio precedente para o circuito de conversdo de frequéncia, que ¢ um
conversor abaixador. Uma vez que o valor Q pode ser ajustado baixo, um
circuito tanque pode ser formado pelo semicondutor de silicio e o inteiro
circuito de oscilag¢do, incluindo o circuito tanque, pode ser integrado em um
chip. Além disso, usando-se a faixa de onda milimétrica, o circuito tanque
(particularmente um componente de indutincia) pode ser reduzido de
tamanho. Como resultado, uma func¢fo de recepgdo pode ser implementada
facil e simplesmente também com uma mais elevada frequéncia de portadora.
Junto com a aplicagdo de uma onda milimétrica, o circuito total pode ser

reduzido de tamanho e o tempo requerido para sincronizagdo pode ser
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reduzido. Consequentemente, o circuito torna-se adequado para transmissdo
de alta velocidade.

Conexdo e Operacdo: configuracio de referéncia

Com a configuracfio de referéncia, diferente de uma interface
de sinal que utilizava fiagdo elétrica no passado, a transmissdo de sinal &
realizada na faixa de onda milimétrica como descrito acima, a fim de
flexivelmente enfrentar a transmissio de alta velocidade e grande quantidade.
Por exemplo, na configuragfo de referéncia, somente aqueles sinais para os
quais transmissdio de alta velocidade e grande quantidade ¢é requerida sdo
tornados um objeto de comunicagfo da faixa de onda milimétrica e os
aparelhos de comunicagdo 100 e 200 incluem, em sua parte, uma interface
(conexdo por terminais e conectores) por fio elétrico do passado para sinais
para transmissdo de baixa velocidade e pequena quantidade e para suprimento
de forga.

A unidade de produgdo de sinal 107 processa um sinal de
entrada introduzido nele pela unidade de fungdio LSI 104, para produzir um
sinal de uma onda milimétrica. A unidade de produg@io de sinal 107 ¢
conectada a uma secfo de acoplamento de linha de transmissdo 108 por uma
linha de transmissdo, tal como, por exemplo, uma linha de microtarja, uma
linha de tarja, uma linha coplanar ou uma linha de intervalo, de modo que o
sinal gerado da onda milimétrica é suprido para a linha de transmiss&o de
sinal de onda milimétrica 9, através da se¢fo de acoplamento de linha de
transmissao.

A seciio de acoplamento de linha de transmissfo 108 tem uma
estrutura de antena e tem uma funcfio de converter um sinal de uma onda
milimétrica, transmitido para ela em uma onda eletromagnética e sinalizar a
onda eletromagnética. A segfio de acoplamento de linha de transmissdo 108 €
acoplada & linha de transmiss@o de sinal de onda milimétrica 9 e a onda

eletromagnética obtida pela conversdo pela segfo de acoplamento de linha de
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transmissdo 108 é suprida a uma extremidade da linha de transmissdo de sinal
de onda milimétrica 9. A se¢fio de acoplamento de linha de transmissdo 208
do lado do segundo aparelho de comunicagdio 200X ¢ conectada a outra
extremidade da linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9. Uma vez
que a se¢do de acoplamento de linha de transmissdo 108 do lado do primeiro
aparelho de comunicagio 100X e a seg¢do de acoplamento de linha de
transmissdo 208 do lado do segundo aparelho de comunicagdo 200X, a onda
eletromagnética da faixa milimétrica é propagada ao longo da linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9.

A secfo de acoplamento de linha de transmissdo 208 do lado
do segundo aparelho de comunicagio 200X ¢ acoplada a linha de transmisséo
de sinal de onda milimétrica 9. A se¢do de acoplamento de linha de
transmissdo 208 recebe uma onda eletromagnética transmitida para a outra
extremidade da linha de transmissio de sinal de onda milimétrica 9, converte
a onda eletromagnética em um sinal de uma onda milimétrica e supre o sinal
da onda milimétrica para a unidade de produgdo de sinal 207. A unidade de
producio de sinal 207 processa o sinal da onda milimétrica obtida pela
conversio pela segdo de acoplamento de linha de transmissdo 208 para
produzir um sinal de saida e suprir o sinal de saida para a unidade de fun¢&o
LSI204.

Embora a descrigdo precedente seja dirigida a transmisso de
sinal pelo primeiro aparelho de comunica¢do 100X para o segundo aparelho
de comunicagfio 200X, também onde os dados exibidos pela unidade de
funcdio LSI 204 do segundo aparelho de comunicag@o 200X séo transmitidos
para o primeiro aparelho de comunicagdo 100X, operagdes similares podem
ser realizadas. Consequentemente, um sinal de onda milimétrica pode ser
transmitido bidirecionalmente.

Configuracfo Funcional: exemplo comparativo

Com referéncia a Fig. 3, um sistema de transmisséo de sinal
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1Z do exemplo comparativo é configurado de modo que um primeiro
aparelho 100Z e um segundo aparelho 200Z sejam acoplados entre si por uma
interface elétrica 9Z para realizar transmissdo de sinal. O primeiro aparelho
100Z inclui um chip semicondutor 103Z, que transmite um sinal através de
um fio elétrico, e também o segundo aparelho 200Z inclui um chip
semicondutor 203Z, que pode transmitir um sinal através de um fio elétrico.
No sistema de transmissio de sinal 1Z, a linha de transmissfo de sinal de
onda milimétrica 9 da configuragdo de referéncia ¢ substituida pela interface
elétrico 9Z.

A fim de obter-se transmissdo de sinal através de um fio
elétrico, o primeiro aparelho 100Z inclui uma unidade de converséo de sinal
elétrico 107Z em lugar da unidade de produgdo de sinal 107 e da segfo de
acoplamento de linha de transmiss@o 108, e o segundo aparelho 200Z inclui
uma unidade de conversio de sinal elétrico 207Z em lugar da unidade de
producdo de sinal 207 e da segfo de acoplamento de linha de transmisséo 208.

No primeiro aparelho 100Z, a unidade de fungfo LSI 104
realiza controle de transmissdo de sinal elétrico da unidade de conversdo de
sinal elétrico 107Z através da interface elétrica 9Z. No interim, o segundo
aparelho 200Z, a unidade de conversio de sinal elétrico 207Z ¢ acessada
através da interface elétrica 9Z e adquire dados transmitidos para ela a partir
do lado da unidade de fun¢do LSI 104.

Aqui, o sistema de transmissdo de sinal 1Z do exemplo
comparativo que adota a interface elétrica 9Z tem os seguintes problemas.

i) Embora transmissdo de alta velocidade de uma grande
quantidade de dados de transmissdo seja exigida, um fio elétrico tem uma
limitagdo na velocidade de transmiss&o e na quantidade de transmiss&o.

ii) Parece uma idéia promissora aumentar, a fim de enfrentar o
problema transmissio de alta velocidade de dados de transmissdo, o numero

de fios elétricos, para desse modo diminuir a velocidade de transmiss&o por
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uma linha de sinal por transmissdo paralela de um sinal. Entretanto, esta
contramedida d4 origem ao aumento do numero de terminais de entrada e de
saida. Isto requer complicagdo de uma placa impressa e um esquema de fiagéo
de cabo e aumento do tamanho fisico da se¢do conectora e da interface
elétrica 9Z. Isto d4 origem a um problema de as se¢des conectoras € a
interface elétrica 9Z serem de formato complicado, resultando em
deterioracdo da confiabilidade dos componentes e também em aumento do
custo.

iii) Quando a largura de faixa de um sinal de faixa de base
aumenta junto com aumento drastico da quantidade de informag&o de imagens
de filme e imagens de computador, o problema da compatibilidade
eletromagnética (EMC) torna-se mais tangivel. Por exemplo, onde um fio
elétrico for usado, a linha atua como uma antena e um sinal correspondendo a
uma frequéncia de sintonizagdo da antena sofre interferéncia. Também
reflexfio ou ressonancia causada por desigualdade da impedéancia de uma linha
torna a causa de radiacfo desnecessdria. Se ressonincia ou reflexfo existirem,
entdo & provével darem origem a radiagdo e também o problema de
interferéncia eletromagnética (EMI) torna-se sério. Uma vez dque
contramedidas s3o tomadas contra tais problemas como descrito acima, o
aparelho eletromagnético torna-se de configuragdo complicada.

iv) Além de EMC e EMI, se ocorrer reflexdo, entdo também
um erro de transmissdo por interferéncia entre simbolos e um erro de
transmissdo por salto de perturbagdo no lado do receptor tornam-se
problemas.

v) Onde um terminal for exposto, isto da origem a um
problema de colapso de eletricidade estatica.

A fim de enfrentar os problemas descritos, o sistema de
transmissio sem fio 1X da configuracdo de referéncia é configurado de modo

que as unidades de conversdo de sinal elétrico 107Z e 207Z, do exemplo
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comparativo, sfo substituidas pelas unidades de produgéo de sinal 107 e 207 e
pelas secdes de acoplamento de linha de transmissdo 108 e 208, de modo que
a transmissio de sinal é realizada nfo por um fio elétrico, mas utilizando-se
uma onda milimétrica. Os dados a serem transmitidos pela unidade de fungéo
LSI 104 para a unidade de fungfio LSI 204 so convertidos em um sinal de
onda milimétrica e o sinal de onda milimétrica é transmitido através da linha
de transmissfo de sinal de onda milimétrica 9 entre as se¢es de acoplamento
de linha de transmissdo 108 e 208.

Uma vez que transmisso sem fio é adotada, nio ha
necessidade de dar atencdo ao formato de uma linha e a posicdo de um
conector e, portanto, restri¢des para o esbogo ndo ocorrem muito. Uma vez
que fios e terminais podem ser omitidos para um sinal cuja transmisséo €
substituida por transmissdo de sinal por uma onda milimétrica e, portanto, o
problema de EMC ou EMI é eliminado e também o problema de colapso
eletrostatico é eliminado. Geralmente, uma vez que qualquer outra se¢do de
funcdo que utilize uma frequéncia na faixa de onda milimétrica nfo exista nos
aparelhos de comunicagdo 100 e 200, a contramedida contra EMC e EMI
pode ser implementada prontamente.

Além disso, uma vez que a transmissdo do sinal por uma onda
milimétrica é transmissdo sem fio em um estado em que o primeiro aparelho
de comunicacio 100 e o segundo aparelho de comunicagdo 200 s&o
posicionados em suas vizinhangas ou fixados mutuamente e transmissdo sem
fio entre as posi¢des fixadas ou em uma relagdo posicional conhecida, as
seguintes vantagens podem ser obtidas.

1) E facil projetar apropriadamente o canal de propagacgo (a
estrutura de guia de ondas) entre o lado do remetente e o lado do receptor.

2) Onde uma estrutura dielétrica de partes de acoplamento de
linha de transmissdo para selar o lado remetente e o lado receptor e o canal de

propagacéo (a estrutura de guia de ondas da linha de transmisséo de sinal de
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onda milimétrica 9) sdo projetadas juntas, boa transmissdo de mais elevada
confiabilidade do que aquela de transmissdo de espago livre pode ser
antecipada.

3) Uma vez que também controle de um controlador para
controlar a transmissio sem fio (no exemplo descrito da unidade de fungéo
LSI 104) nfo tem que ser realizado frequentemente, dindmica e ativamente
como no caso de comunicagio sem fio geral, o overhead por controle pode ser
reduzido em comparagio com a comunicagdo sem fio geral. Como resultado,
a reducfio de tamanho, redugdo de consumo de for¢a e aumento da velocidade
podem ser antecipados.

4) Se, na fabricagdo ou projeto, um ambiente de transmiss&o
sem fio for calibrado para agarrar uma dispersdo e assim em diante de
produtos individuais, entfo comunica¢do de alta qualidade pode ser
antecipada se os dados forem referidos para transmiss&o.

5) Mesmo se existir reflexdo, uma vez que esta seja reflexéo
fixada, a influéncia da reflexfio pode ser removida prontamente no lado
receptor, usando-se um pequeno equalizador. Também ajuste do equalizador
pode ser realizado por pré-ajuste ou controle estitico e pode ser
implementado prontamente.

Além disso, uso de comunica¢do de onda milimétrica pode
obter as seguintes vantagens.

a) Uma vez que uma grande largura de faixa de comunicago
pode ser usada em comunicagfo de onda milimétrica, uma mais elevada taxa
de dados pode ser usada prontamente.

b) E possivel separar a frequéncia a ser usada para transmiss&o
das frequéncias para outro processamento de sinal de faixa de base, e
interferéncia de frequéncia entre um sinal de onda milimétrica e sinais de
faixa de base é mais provavel ocorrer e é facil de implementar multiplexag&o

por divisdo de espago a seguir descrita.
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¢) Uma vez que a faixa de onda milimétrica inclui um
comprimento de onda curto, uma antena ou uma estrutura de guia de ondas
que dependa do comprimento de onda pode ser formada em um tamanho
reduzido. Além disso, uma vez que a transmiss3o de onda milimétrica exibe
uma grande atenuagio de faixa e pequena difragdo, a blindagem
eletromagnética pode ser realizada prontamente.

d) Em comunicagdo sem fio comum, restrigdes severas sdo
aplicadas a estabilidade de uma portadora, a fim de evitar interferéncia. A fim
de implementar uma portadora tendo alta estabilidade, uma parte de
referéncia de frequéncia, um circuito de multiplicagdo, um circuito de lago
bloqueado em fase (PLL) e assim em diante, que tém alta estabilidade, podem
ser usados. Entretanto, uma onda milimétrica pode ser mascarada e pode ser
evitada de vazar para o lado externo prontamente (particularmente onde for
usada junto com transmissdo de sinal entre posigdes fixas ou em uma relagéo
posicional conhecida), e uma portadora tendo baixa estabilidade pode ser
usada para transmissio e aumento de escala de circuito pode ser suprimido. A
fim de utilizar um pequeno circuito no lado receptor para demodular um sinal
transmitido com uma portadora cuja estabilidade seja moderada, um método
de bloqueio por injecéio é adotado, preferivelmente.

Entretanto, a fim de transmitir uma pluralidade de sistemas de
sinais com uma onda milimétrica, o mecanismo da configuragfo de referéncia
aplica uma de multiplexagdo por divisdo de tempo e multiplexa¢do por
divisdo de frequéncia, A multiplexagdo por divisio de tempo tem uma
desvantagem pelo fato de comunicagdo simultdnea para transmissdo e
recepgdo ndo poder ser realizada, enquanto a multiplexag@io por divisdo de
frequéncia tem outra desvantagem pelo fato de que a largura de faixa de
transmissdo ter que ser aumentada, como descrito acima. Portanto, na forma
de realizagio da presente invengdio descrita abaixo, um novo mecanismo

elimina os problemas da multiplexagdo por divisio de tempo e a
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multiplexagdo por divisio de frequéncia e pode transmitir uma pluralidade de
sistemas de sinais empregando uma onda milimétrica. A seguir, é provida
descrigdo detalhada.

Sistema de Transmissdo sem Fio: Forma de realizacdo

As Figs. 4A a 6 mostram uma interface de sinal em um sistema
de transmissdo de radio da presente forma de realizagdo. Em particular, as
Figs. 4A a 4F ilustram esquemas (figuras de imagem) da “multiplexacdo por
divisdo de espago” adotada na presente forma de realizagdo. As Figs. 5A a 5C
ilustram uma apropriada condigéo (condi¢do de aplicagdo) da “multiplexacio
por divisdo de espago”. A Fig. 6 mostra uma configuragdo funcional de uma
interface de sinal do sistema de transmissdo sem fio da presente forma de
realizagdo.

Com referéncia as Figs. 4A a 6, o sistema de transmiss@o sem
fio 1A da presente forma de realizagdo é caracterizado pelo fato de uma
pluralidade de pares de segdes de acoplamento de linha de transmiss&o 108 e
208, independentes entre si, serem usadas e, em consequéncia, uma
pluralidade de sistemas de linha de transmiss&o de sinal de onda milimétrica 9
ser provida. As linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 sdo

dispostas a fim de nfo interferir espacialmente entre si (a fim de serem livres

“da influéncia de interferéncia) e podem realizar comunica¢io usando a mesma

frequéncia ao mesmo tempo em transmissdo de sinal de diversos sistemas.
Que uma pluralidade de sistemas de sinais “ndo interfere espacialmente”
significa que uma pluralidade de sistemas de sinais pode ser transmitida
independentemente entre si.

Na seguinte descrigdo da forma de realiza¢éo, tal mecanismo
como acabado de ser descrito é referido como “multiplexagéo por divisdo de
espaco”. Quando se pretende utilizar multiplos canais para transmisséo, onde
a multiplexagio por divisdo de espago ndo € aplicada, parece uma idéia

promissora aplicar, por exemplo, multiplexa¢&o por divisdo de frequéncia



10

15

20

25

42

para empregar diferente frequéncia para cada canal. Entretanto, onde a
multiplexa¢do por divisdo de espago for aplicada, mesmo se a mesma
frequéncia portadora for usada, a transmissdo de sinal pode ser realizada sem
ser influenciada por interferéncia.

Em resumo, a “multiplexac¢fo por divisdo de espago” pode ser
multiplexagio por divisio onde uma pluralidade de sistemas de linhas de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9, sistemas estes independentes entre
si, é formada em um espago tridimensional em que um sinal de onda
milimétrica (onda eletromagnética) pode ser transmitida mas ndo € limitada a
configuracio em que uma pluralidade de sistemas de linhas de transmiss&o de
espago livre 9B é formada em um espago livre, enquanto mantendo-se uma
distdncia entre estes sistemas através da qual interferéncia nfo ocorre
(reportar-se a Fig. 4A).

Por exemplo, onde uma pluralidade de sistemas de linhas de
transmissdo de espaco livre 9b é provida em um espago livre, como mostrado
na Fig. 4B, a fim de suprimir interferéncia entre canais de transmisséo, uma
estrutura para perturbar a propagacdo de ondas de radio (membro de bloqueio
de onda milimétrica MX) pode ser disposta entre os canais de transmiss&o.
Nio importa se o membro de bloqueio de onda milimétrica MX € um
dielétrico.

Cada um dos diversos sistemas de linhas de transmissdo de
sinal de onda milimétrica 9 nfio é limitado a um espago livre, mas pode ter
uma forma de estrutura de confinamento de onda milimétrica. Para a estrutura
de confinamento de onda milimétrica, por exemplo, uma linha de transmiss&o
dielétrica 9A, configurada incluindo um material dielétrico como mostrado na
Fig. 4C, pode ser adotada. Onde as linhas de transmissdo dielétricas 9A sdo
formadas em uma estrutura de confinamento de onda milimétrica, o membro
de bloqueio (membro de bloqueio de onda milimétrica MY) de um condutor

tal como um membro metalico para suprimir radiagdo externa de um sinal de
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onda milimétrica pode ser provido em uma periferia externa de cada linha de
transmissio dielétrica 9A, como mostrado na Fig. 4D, de modo que a radiagfo
externa de uma onda milimétrica é suprimida. O membro de bloqueio de onda
milimétrica MY ¢é preferivelmente ajustado em um potencial fixo na placa
(por exemplo, o potencial terra).

Como outro exemplo da estrutura de confinamento de onda
milimétrica, um guia de ondas oco 9L, que € circundado em uma sua
circunferéncia por um membro de bloqueio e € oco em seu lado interno, pode
ser usado. Por exemplo, como mostrado na Fig. 4E, o guia de ondas oco 9L €
estruturado de modo a ser circundado em uma sua circunferéncia por um
condutor MZ, que é um exemplo de um membro de bloqueio e € oco em seu
lado interno. O envoltério do condutor MZ pode ser provido em qualquer uma
das duas placas dispostas em uma relagéo oposta entre si. A distdncia L entre
o envoltério pelo condutor MZ e a placa oposta (o comprimento de um v&o de
uma extremidade do condutor MZ & placa oposta) ¢ ajustada em um valor
suficientemente baixo em comparagdo com o comprimento de onda da onda
milimétrica. De acordo com contraste entre as Figs. 4B e 4E, embora o guia
de ondas oco 9L tenha uma estrutura similar a uma estrutura em que o
membro de bloqueio de onda milimétrica MX ¢ disposto na linha de
transmissdo de espaco livre 9B, € diferente pelo fato de o condutor Mz, que €
um exemplo do membro de bloqueio de onda milimétrica, ser provido em tal
maneira de modo a circundar a antena. Uma vez que o condutor MZ € oco,
nfo ha necessidade de utilizar um material dielétrico e, consequentemente, as
linhas de transmissfo de sinal de onda milimétrica 9 podem ser configuradas
pronta e facilmente em um baixo custo. O condutor MZ € preferivelmente
ajustado em um potencial fixo na placa (por exemplo, no potencial terra).

O guia de ondas oco 9L pode ser formado ndo por formagdo de
um envoltério pelo condutor MZ na placa, mas pela formagdo de um furo

(que pode ser um furo atravessante ou um furo com base, formado em uma
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placa um tanto espessa, a fim de utilizar a face da parede do furo como um
envoltério. O furo pode ter um formato de segfo transversal arbitraria, tal
como um formato circular, um formato triangular ou um formato
quadrangular. Neste exemplo, a placa funciona como um membro de
bloqueio. O furo pode ser provido em uma ou em ambas das duas placas
dispostas em uma relagfo oposta entre si. A parede lateral do furo pode ser
coberta ou pode nfo ser coberta com um condutor. Onde o furo for formado
como um furo atravessante, uma antena deve ser disposta na (anexada na)
face traseira de um chip semicondutor. Onde o furo néo for formado como um
furo atravessante, porém interrompido no trajeto (formado como um furo
cego), uma antena deve ser provida na base do furo.

Uma vez que uma onda milimétrica é confinada na linha de
transmissdo dielétrica 9A ou no guia de ondas oco 9L pelo envoltério, a linha
de transmissdo dielétrica 9A e o guia de ondas oco 9L obtém tais vantagens
que a perda de transmissfo da onda milimétrica é pouca e transmisséo
eficiente pode ser conseguida, que radiagfo externa da onda milimétrica ¢
suprimida e que uma contramedida EMC € facilitada.

Como um outro exemplo da estrutura de confinamento de onda
milimétrica, onde o espaco tridimensional, que pode transmitir um sinal de
onda milimétrica (na forma de um onda eletromagnética), ¢ formado de um
material dielétrico (entidade tangivel), uma pluralidade de sistemas de linhas
de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 (particularmente linhas de
transmissdo dielétricas 9A: neste pardgrafo, isto ¢ usado a seguir),
independentes entre si, pode ser formada no material dielétrico. Por exemplo,
uma placa impressa em que partes de circuito eletrdnico sdo montadas, €
formada de um material dielétrico e é utilizada como uma linha de
transmissdo dielétrica 9A. Neste exemplo, uma pluralidade de linhas de
transmissdo dielétricas 9A, independentes entre si, pode ser formada dentro da

placa.
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As Figs. SA a 5C ilustram uma maneira de pensar de uma
condicdo apropriada da “multiplexagfo por divisdo de espago”. Como visto na
Fig. 5A, a perda de propagagdo L de um espago livre pode ser representada,
onde a distdncia é representada por d e o comprimento de onda por A, como
“L [dB] = 10logyo ((4nd/X) ) ... (A).”

Duas espécies de comunicagdo de multiplexagdo por divisdo
de espaco sdo adotadas como visto nas Figs. SA a 5C, um transmissor ¢
representado por “TX” e um receptor ¢ representado por “RX”. Um caractere
de referéncia “ 100” indica o lado do primeiro aparelho de comunicagéo 100
e outro caractere de referéncia “200” indica o lado do segundo aparelho de
comunicagdo 200. Na Fig. 5B, o primeiro aparelho de comunicag¢@o 100 inclui
dois sistemas de transmissores TX_ 100 1 e TX 100_2 e o segundo aparelho
de comunicagio 200 inclui dois sistemas de receptores RX 200_1 e
RX 200 2. Em particular, a transmissio de sinal do lado do primeiro
aparelho de comunicagio 100 para o lado do segundo aparelho de
comunica¢io 200 ¢ realizade entre o transmissor TX 100_1 e o receptor
RX 200 1 e entre o transmissor TX_100_2 e o receptor RX 200_2. Em
resumo, a transmissio de sinal do lado do primeiro aparelho de comunicag&o
100 para o lado do segundo aparelho de comunicagio 200 € realizada em dois
sistemas.

Por outro lado, na Fig. 5C, o primeiro aparelho de
comunicacdo 100 inclui um transmissor TX_100 e um receptor RX 100,
enquanto o segundo aparelho de comunicagdo 200 inclui um transmissor
TX 200 e um receptor RX_200. Em particular, a transmisséo de sinal do lado
do primeiro aparelho de comunicago 100 para o lado do segundo aparelho de
comunicagio 200 é realizada entre o transmissor TX 100 e o receptor RX_ 200
e a transmissdo de sinal do lado do segundo aparelho de comunicagdo 200
para o lado do primeiro aparelho de comunicagdo 100 € realizado entre o

transmissor TX_ 200 e o receptor RX_100. Em resumo, diferentes canais de
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comunica¢io sio usados para transmissdo e para recepg¢do e, em outras
palavras, comunicagfo totalmente plena (Totalmente duplex), em que
transmissdo (TX) e recepgdo (RX) de dados podem ser realizadas
simultaneamente pelas partes opostas, ¢ conseguida.

Aqui, a relagdo entre uma estrutura de antena d; e uma
distancia de canal espacial d, (particularmente uma distdncia entre as linhas
de transmissdo de espago livre 9B), necessdria para obter-se uma relagdo
necessaria DU [dB] (uma relagdo entre a onda desejada e onda desnecessaria)
¢ fornecida pela expressdo (A), como “dy/d; = 10PY20 __(BY”.

Por exemplo, onde DU = 20 dB, dy/d; = 10 e a distancia de
canal espacial requerida d, é igual a dez vezes a distincia de antena d;. Uma
vez que uma antena usualmente tem alguma diretividade, mesmo com as
linhas de transmiss&o de espaco livre 9B, a distincia de canal espacial d, pode
ser estabelecida mais curta. Em outras palavras, em aplicagdo de
multiplexagio por divisdo de espago, ¢ uso de uma antena que exibe alta
diretividade em uma direcdo de transmissdo porém exibe baixa diretividade
nas outras diregdes (tipicamente em uma dire¢fio perpendicular) é meio eficaz
para reduzir a distancia do canal. Nesta figura, é dada atengio a diretividade
bidimensional. Entretanto, a aplicagio da multiplexagéo por divisdo de espago
ndo é limitada a um espaco bidimensional, porém pode ser aplica também a
uma espaco tridimensional. No ultimo caso, a distancia de canal baseia-se na
diretividade tridimensional.

Por exemplo, se a distdncia das antenas para as antenas da
parte oposta da comunicagio for curta, entfio a poténcia de transmissdo das
antenas pode ser suprimida baixa. Se a poténcia de transmissdo for
suficientemente baixa e os pares de antena poderem ser dispostos em posi¢oes
afastadas suficientemente entre si, entio mesmo se o membro de bloqueio de
onda milimétrica MX n#o for provido entre os canais, a interferéncia entre os

pares de antena pode ser suprimida suficientemente baixa. Particularmente,
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em comunicacio de onda milimétrica, uma vez que a onda milimétrica tem
um curto comprimento de onda, mesmo se a atenuagdo de distancia for grande
e a difracdo for pouca, a multiplexagdo por divisdo de espago pode ser
implementada facilmente. Por exemplo, mesmo se as linhas de transmiss&o de
espaco livre 9B, a distancia de canal espacial (uma distdncia espacial entre as
linhas de transmissdo de espaco livre 9B) d, pode ser estabelecida menor do
que dez vezes a distincia de antena d; sem o membro de bloqueio de onda
milimétrica MX.

No caso de uma linha de transmissfo dielétrica ou um guia de
ondas oco tendo uma estrutura de confinamento de onda milimétrica, uma vez
que uma onda milimétrica pode ser contida no lado interno e transmitida ao
longo da linha de transmissdio, a distdncia de canal espacial (uma disténcia
entre as linhas de transmissio de espaco livre) d, pode ser ajustada menor do
que 10 vezes a distincia de antena d;. Particularmente, ao contrario das linhas
de transmissfo de espacgo livre 9B, a distincia de canal pode ser reduzida
mais.

Como mostrado na Fig. 6, o sistema de transmiss@o sem fio 1A
da presente forma de realizagdo a que a “multiplexacdo por divisédo de
espago” é aplicada, inclui sistemas “N1 + N2” de se¢des de acoplamento de
linha de transmissio 108 e 208, cada uma das quais inclui terminais de
transmissio de ondas milimétricas, fios de transmissdo de ondas milimétricas,
antena e assim em diante, e sistemas “N1 + N2” de linhas de transmiss@o de
sinal de onda milimétrica 9. Cada um dos elementos mencionados tem um
caractere de referéncia “ @ adicionado nele (onde @ varia de 1 a N1 + N2).
Pela configuracio acabada de descrever, um sistema de transmissdo
totalmente duplex, em que transmissdo de onda milimétrica para transmissdo
e recep¢do ¢ realizada independentemente, enquanto os canais individuais
utilizam a mesma frequéncia.

Na Fig. 6, o primeiro aparelho de comunicagdo 100A ¢
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mostrado com a sec¢do de processamento de multiplexagfo 113 e a seglo de
processamento de unificagdo 128 removida e o segundo aparelho de
comunicacio 200A €& mostrado com a segcdo de processamento de
multiplexagéio 213 e a se¢fo de processamento de unificagdo 228 removida.
No exemplo mostrado, todos os sinais s#o determinados como um objeto de
transmissdo por uma onda milimétrica, exceto o suprimento de for¢a. Deve
ser observado que, embora a configuragdo de circuito mostrada na Fig. 6
pareca aquela para a multiplexagfo por divisdo de frequéncia descrita acima
com referéncia a Fig. 2B, ela € diferente pelo fato de que um niimero de tais
secdes de producio de sinal lateral de remetente 110 e de se¢Ses de produgdo
de sinal lateral de receptor 220, como descrito acima, correspondendo a
sistemas N1, é provido e um nimero de tais se¢des de produgdo de sinal
lateral de remetente 210 e secdes de produgdo de sinal lateral de receptor 120,
como descrito acima, correspondendo a sistemas N2, € provido.

Embora uma configuraciio basica seja descrita aqui, este € um
mero exemplo e a forma de acomodagdo das segdes de produgéo de sinal
lateral de remetente 110, secSes de produgdo de sinal lateral de receptor 120 e
de secBes de produgdio de sinal lateral de remetente 220 dentro dos chips
semicondutores 103 e 203, respectivamente, nfo € limitada aquela mostrada
na figura. Por exemplo, o sistema pode ser configurado utilizando-se um chip
semicondutor 103, que inclui somente um sistema da unidade de produgéo de
sinal 107, que inclui a se¢Ses de produgdo de sinal lateral de remetente 110 e
a secdes de produgdo de sinal lateral de receptor 120 e outro chip
semicondutor 203, que inclui somente o sistema da unidade de produgéo de
sinal 207, que inclui um sistema da se¢des de produgdo de sinal lateral de
remetente 210 ¢ a secdes de produgio de sinal lateral de receptor 220. Ou a
secdo de producdo de sinal lateral de remetente 110 e se¢@o de produgdo de
sinal lateral de receptor 120 e a se¢do de produgfo de sinal lateral de

remetente 210 e a se¢do de produgfo de sinal lateral de receptor 220 s&o
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acomodadas nos diferentes chips semicondutores 103 e 203, para configurar o
sistema. Dependendo de uma modificagio delas, o sistema pode ser
configurado em que N1 =N2 = N.

Além disso, com respeito a de que maneira as segdes de
funcdo a serem acomodadas nos chips semicondutores 103 e 203 sdo
configuradas, elas nio tém ser providas em par entre o lado do primeiro
aparelho de comunicagdo 100A e o lado do segundo aparelho de comunicagao
200A, mas uma combinaco arbitraria pode ser usada. Por exemplo, o lado do
primeiro aparelho de comunicagdo 100A pode ter uma forma em que os
componentes dos sistemas N1 do lado do remetente e os componentes dos
sistemas N2 do lado do receptor sdo acomodados em um chip, enquanto o
lado do segundo aparelho de comunicagéo 200A tem outra forma em que as
secdes de produgio de sinal lateral de receptor 220 sdo acomodadas em chips
semicondutores 203.

Basicamente, a frequéncia de portadora dos diferentes sistemas
pode ser a mesma ou pode ser diferente. Por exemplo, no casoe das linhas de
transmissdo dielétricas 9A ou guias de ondas oco, uma vez que uma onda
milimétrica é confinada no lado interno, a interferéncia da onda milimétrica
pode ser evitada e, portanto, ndio ha problema mesmo se a mesma frequéncia
for usada. No caso das linhas de transmissdo de espago livre 9B, se as linhas
de transmissdo de espaco livre forem afastadas em uma certa distincia entre
si, entio a mesma frequéncia pode ser usada sem qualquer problema.
Entretanto, onde as linhas de transmissdo de espago livre forem dispostas em
uma curta distincia, é melhor utilizarem-se frequéncias diferentes. Entretanto,
¢ considerado que, onde a mesma frequéncia ndo for usada, ndo a
multiplexagdo por divisdo de espago mas a multiplexag¢@o por divisdo de
frequéncia ¢ aplicada.

Na multiplexagiio por divisdo de espago a mesma faixa de

frequéncia pode ser usada ao mesmo tempo para transmisséo de sinal de uma
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pluralidade de sistemas. Portanto, uma forma em que uma pluralidade de
canais é usada a0 mesmo tempo para aumentar a velocidade de comunicagdo
pode ser realizada e também a simultaneidade de combinagdo bidirecional,
em que a transmissio de sinal para N1 canais do primeiro aparelho de
comunicagio 100A para o segundo aparelho de comunicagdo 200A e
transmissdo de sinal para canais N2 do segundo aparelho de comunicagéo
200A para o primeiro aparelho de comunicagdo 100A s#o realizadas
simultaneamente pode ser conseguida. Particularmente, uma onda milimétrica
tem o comprimento de onda curto e um efeito de atenuac@o, dependendo da
distdncia, pode ser antecipado. Assim, a interferéncia € menos provavel
ocorrer mesmo com um pequeno deslocamento (mesmo se a distincia
espacial entre os canais de transmissfo for pequena, e € facil implementar um
canal de transmissdo que difira, dependendo do lugar.

Por exemplo, a fim de implementar combinagdo bidirecional,
um sistema que utiliza multiplexagdo por divisdo de tempo, multiplexagéo por
divisdo de frequéncia e assim em diante pode ser aplicado como descrito aqui
antes com relacdio a configuragfo, além da multiplexacdo por divisdo de
espago.

Na configuragio de referéncia, como um método que
implementa transmissdo e recepgdo de dados utilizando um sistema da linha
de transmissio de sinal de onda milimétrica 9, um método semi-duplex, em
que comutago entre transmissdo e recepgio € realizada por multiplexagéo por
divisio de tempo e um método totalmente duplex, em que transmisséo e
recepgio sdo realizadas simultaneamente por multiplexagfo por divisdo de
frequéncia.

Deve ser mencionado, entretanto, que a multiplexagcdo por
divisdo de tempo tem o problema de que a transmisséo e recepgdo ndo podem
ser realizadas em paralelo. No interim, a multiplexagdo por divisdo de

frequéncia tem o problema de que a largura de faixa das linhas de transmiss&o



10

15

20

25

51

de sinal de onda milimétrica 9 tem que ser aumentada, como descrito acima
com referéncia as Figs. 2A a 2C.

Ao contrario, no sistema de transmissdo sem fio 1a da presente
forma de realizacdo, a mesma frequéncia de portadora pode ser estabelecida
em uma pluralidade de sistemas de transmissdo de sinal (uma pluralidade de
canais) e reutilizagio de uma frequéncia portadora (uso das mesmas
frequéncias por uma pluralidade de canais) € facilitada. Mesmo se a largura
de faixa das linhas de transmissio de sinal de onda milimétrica 9 nido for
aumentada, transmissdo e recepgdo simultdneas de sinais podem ser
implementadas. Além disso, se uma pluralidade de canais de transmiss&o
forem usados para a mesma dire¢do e a mesma faixa de frequéncia for usada
a0 mesmo tempo, entdo aumento da velocidade de comunicago pode ser
conseguido.

Onde N linhas de transmissio de sinal de onda milimétrica 9
forem usadas para N (N = N1 = N2) sinais de faixa de base, a fim de realizar
transmissdo e recepcio bidirecional, multiplexagdo por divisdo de tempo ou
multiplexagdo por divisdo de frequéncia podem ser aplicadas com respeito a
transmissdo e recepgdo. Além disso, 2N sistemas de linhas de transmiss@o de
sinal de onda milimétrica 9 forem usados, entdo € possivel realizar também
transmissdo em que diferentes sistemas de linhas de transmissdo de sinal de
onda milimétrica 9 sdo usados para transmissdo e recepgéo bidirecional (todos
os fios de transmissdo independentes sfo usados). Em particular, onde N
sinais estiverem disponiveis como um objeto de comunicagio na faixa de
onda milimétrica, mesmo se tal processo de multiplexagdo como
multiplexagdo por divisdo de tempo, multiplexagdo por diviséo de frequéncia
ou multiplexacio por divisdo de codigo, é possivel transmitir os N sinais
utilizando-se diferentes sistemas 2N de linhas de transmiss&o de sinal de onda
milimétrica 9.

A seguir, exemplos particulares de uma estrutura em que a
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“multiplexagio por divisdo de espago” ¢ aplicada sdo descritos.

Estrutura de Transmissio de Onda Milimétrica por Divisdo de Espaco

As Figs. 7A a 7C mostram um primeiro exemplo da estrutura
de transmissdo de onda milimétrica por divisio de espago e o segundo
aparelho de comunicagio 200A e do primeiro aparelho de comunicag¢do 100A
(a seguir referidos como “na presente forma de realiza¢@o”). O primeiro
exemplo é um exemplo de aplicagdo da estrutura de transmissdo de onda
milimétrica por divisdo de espago, que implementa a configuragéo funcional
do sistema de transmissio sem fio 1A na primeira forma de realizag@o.
Particularmente, o primeiro exemplo é um exemplo de aplicagdo em uma
configuragdo de sistema em que o segundo aparelho de comunicagéo 200A ¢
um cartio de memoéria 201A_1 e o primeiro aparelho de comunicag@o 100A €
um aparelho eletrdnico 101A_1 tendo uma funggo de leitura para o cartdo de
memoria 201A 1.

A estrutura de intervalo 4A 1, que € uma estrutura de carga, €
provida para realizar carga e descarga do cartdo de memoria 201A 1 para
dentro do e do aparelho eletronico 101A_1 e tem fungdes de uma segéo de
conexdo para as linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 e uma
secio de fixagdo para o aparelho eletronico 101A_1 e o cartdo de memoria
201A_1. A estrutura de intervalo 4A_1 e o cartio de memoéria 201A_1 tém
uma estrutura de um formato concavo e convexo como uma segdo de
definicdo de posi¢io para definir um estado carregado do cartdo de memoria
201A 1 por uma estrutura de ajuste.

No sistema de transmissdo sem fio 1A da primeira forma de
realizacio, uma vez que uma pluralidade de pares de segdes de acoplamento
de linha de transmiss3o 108 ¢ 208 ¢ usada para prover uma pluralidade de
sistemas de linhas de transmissZo de sinal de onda milimétrica 9, também a
estrutura de transmissdo de onda milimétrica por divisdo de espago tem uma

contramedida pronta para os diversos sistemas de linhas de transmiss@o de
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sinal de onda milimétrica 9. Aqui, como um exemplo, o niimero de sistemas ¢
dois.

A estrutura de intervalo 4A_1 e o cartdo de memoria 201A_1
tém uma pluralidade de sistemas, cada um incluindo uma linha de transmiss&o
de sinal de onda milimétrica 9 (linha de transmissdo dielétrica 9A), um
terminal de transmiss3o/recepgio de onda milimétrica 132 ou 232, uma linha
de transmissio de onda milimétrica 134 ou 234 e uma antena 136 ou 236. Na
estrutura de intervalo 4A_1 e no cartdo de memoria 201A_1, as antenas 136 e
236 sdo dispostas na mesma face de placa e justapostas horizontalmente. Pela
configuragdo, um sistema de transmissdo totalmente duplex, em que a
transmissdo de onda milimétrica na transmissdo e recepgdo é realizada
independentemente, ¢ implementado.

Por exemplo, um exemplo da estrutura do aparelho eletrdnico
101A_1 é mostrado como uma vista atravessante horizontal e uma vista
atravessante seccional na Fig. 7B. No chip semicondutor 103, os terminais de
transmiss&o / recepgio de onda milimétrica 132_1 e 132_2, para acoplamento
as linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9_1 ¢ 9_2 (linhas de
transmissdo dielétricas 9A_1+ e 9A 2) sfo providos em posi¢cdes afastadas
entre si. Em uma das faces de uma placa 102, linhas de transmiss@o de onda
milimétrica 134 1 e 134_2 e antenas 136_1 e 136_2, conectadas aos terminais
de transmissdo/recepcio de onda milimétrica 132 1 e 131_2,
respectivamente, sio formadas. O terminal de transmiss@o/recepgdo de onda
milimétrica 132_1, linha de transmissfo de onda milimétrica 134_1 e antena
136_1 configuram uma se¢fo de acoplamento de linha de transmisséo 108 _1
e o terminal de transmissdo/recepcio de onda milimétrica 132_2, linha de
transmissio de onda milimétrica 134 2 e antena 136_2 configuram uma se¢&@o
de acoplamento de linha de transmissdo 108_2.

Além disso, em um recinto 190, dois sistemas de canais de

guia de ondas dielétrico cilindrico 142_1 e 142_2 como uma configuragdo de
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formato convexo 198A._ 1, sdo dispostos em paralelo entre si, correspondendo
ao arranjo das antenas 136 1 e 136_2. Os dois sistemas de canais de ondas
dielétricos 142 1 e 142 2 sdo formados cilindricamente em um condutor
unitério 144 e configuram as linhas de transmissdo dielétricos 9A_1 e 9A 2,
respectivamente. O condutor 144 evita interferéncia de onda milimétrica entre
os dois sistemas das linhas de transmissfo dielétricos 9A_1 e 9A_2. O
condutor 144 tem uma fungfio também como um membro de bloqueio de onda
milimétrica para suprimir radiagdo externa de uma onda milimétrica
transmitida nos tubos de guia de ondas dielétrico 142.

Um conector do lado de recepgdo 180 ¢ provido em uma
posicio de contato da estrutura de intervalo 4A_1 com um terminal do cartdo
de memoéria 201A_1. Os sinais cuja transmissdo ¢ mudada para transmisséo
de onda milimétrica nfio requerem terminais conectores (pinos conectores).

No presente exemplo, que implementa a configuragdo
funcional do sistema de transmissio sem fio 1A da primeira forma de
realizaco, somente os terminais conectores para o suprimento de forca (e um
correspondente potencial de referéncia: o potencial terra) tém que ser
preparados.

Deve ser citado que, no lado do aparelho eletrénico 101A_1 (a
estrutura de intervalo 4A_1), terminais conectores também para sinais cuja
transmissdo é mudada para transmissio de onda milimétrica, podem ser
providos. Neste exemplo, onde o cartdo de memoria 201A_1, inserido na
estrutura de intervalo 4A 1, é de um tipo da técnica relacionada, a que a
estrutura de transmissio de onda milimétrica do primeiro exemplo néo €
aplicada, a transmissfo de sinal pode ser realizada através de fios elétricos
como na técnica relacionada.

Um exemplo da estrutura do cartio de memdria 201A 1
(como uma vista atravessante em planta e uma segdo transversal de visdo

atravessante) é mostrada na Fig. 7A. Em um chip semicondutor 203 de uma
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placa 202, os terminais de transmissdo/recepgdo de onda milimétrica 232_1 e
232 2 para acoplamento a uma pluralidade de (dois na Fig. 7A) de sistemas
de linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 1_ e 9_2 (linhas de
transmissfo dielétricas 9A 1 e 9A_2) sfo providos em posi¢des afastadas
entre si. Em uma das faces da placa 202, as linhas de transmissdo de onda
milimétrica 234 1 e 234 2 e antenas 236_1 e 236_2 conectadas aos terminais
de transmissdo/recepcio de onda milimétrica 232_1_ e 232 2,
respectivamente, sio formadas. O terminal de transmissio/recepgéo de onda
milimétrica 232_1, linha de transmissdo de onda milimétrica 234_1 e antena
236 1 configuram uma segdo de acoplamento de linha de transmisséo 208_1
e o terminal de transmissdo/recep¢io de onda milimétrica 232_2, linha de
transmissio de onda milimétrica 234 2 e antena 236_2 configuram outra
secio de acoplamento de linha de transmissdo 208_2.

No cartio de memoéria 201A_1, uma configuragdo de formato
concavo 298A 1, correspondendo a um formato seccional da configuragio de
formato convexo 198A 1 (condutor 144) do lado do aparelho eletr6nico
101A_1, é formada em um recinto 290. A configuragfo de formato céncavo
298A 1 é usada para fixar o cartio de memoria 201A 1 na estrutura de
intervalo 4A_1 e posicionar o cartio de memoria 201A_1 com respeito as
linhas de transmissfo dielétricas 9A 1 e 9A 2 providas na estrutura de
intervalo 4A_ 1, para acoplamento para a transmissdo de comprimento de
onda milimétrica.

Embora tanto as linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 1 como 9_2 aqui sejam formadas como a linha de transmiss&o
dielétrica 9A, por exemplo, uma das linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 1 e 9 2 pode ser formada como uma linha de transmissfo de
espaco livre ou um guia de ondas oco ou ambas podem ser formadas como
linhas de transmissdo de espaco livre ou guias de ondas ocos.

No aparelho eletrénico 101A_1, a se¢do de acoplamento de
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linha de transmissdo 108 (particularmente a segdo de acoplamento de antena)
é disposta em uma parte das configuragdes de formato convexo 198A 1 e
198A_2 e no cartio de meméria 201A_1, a segio de acoplamento de linha de
transmissdo 208, particularmente a se¢fio de acoplamento de antena, é
disposta em uma parte das configuragdes de formato concavo 298A 1 e
298A 2. Em particular, o cartio de memoéria 201A_1 ¢ disposto no aparelho
eletronico 101A_1, de modo que, quando as partes concavas e convexas sdo
encaixadas entre si, as secdes de acoplamento de linha de transmissdo 108 e
208 exibem uma elevada caracteristica de transmiss@o de onda milimétrica.

Por uma tal configuracdo como descrito acima, quando o
cartio de meméria 201A 1 é carregado dentro da estrutura de intervalo 4A_1,
a fixagdo e posicionamento do cartdo de memoria 201A_1 para a transmissdo
de sinal de onda milimétrica, podem ser realizados simultaneamente. Embora
no cartio de memoéria 201A 1 o recinto 290 seja intercalado entre as linhas de
transmissdo dielétricas 9A 1 e 9A 2 e as antenas 236_1 e 236_2, uma vez
que o material das configuragdes de formato concavo 298A 1 e 298A 2 éum
dielétrico, no & tida influéncia significativa sobre a transmissdo de uma onda
milimétrica.

Desta maneira, a estrutura de transmissdo de onda milimétrica
do primeiro exemplo adota uma configuragdo em que a linha de transmiss&o
dielétrica 9A, incluindo os tubos de guia de ondas dielétrico 142, € interposta
entre as secdes de acoplamento de linha de transmissdo 108 e 208
(particularmente entre as antenas 136 e 236). Confinando-se um sinal de onda
milimétrica na linha de transmissdo dielétrica 9A, melhoria da eficiéncia da
transmissdo de sinal de velocidade pode ser antecipada.

Como uma maneira de pensar, também ¢ possivel formar a
linha de transmissio de sinal de onda milimétrica 9 (linha de transmissdo
dielétrica 9A) de modo que a antena 136 ¢ a antena 236 sejam opostas entre si

em um local que néo o local da estrutura de encaixe da estrutura de intervalo
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4A_1 para carga de cartfo (entre a configuragéo de formato convexo 198 ea
estrutura de formato concavo 298). Entretanto, neste exemplo, hd uma
influéncia do deslocamento posicional. Contra isto, uma influéncia do
deslocamento posicional pode ser eliminada com certeza provendo-se a linha
de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 na estrutura de encaixe da
estrutura de intervalo 4A_1 para carga de carto.

Além disso, com a estrutura de transmissdo de onda

milimétrica do primeiro exemplo, uma vez que o sistema de transmissdo sem

fio 1A da primeira forma de realizagdo pode ser implementado, a mesma

faixa de frequéncia pode ser usada ao mesmo tempo por multiplexagéo por
divis&o de espago. Portanto, a velocidade de comunicagéo pode ser aumentada
e a simultaneidade da comunicac¢io bidirecional, em que a transmissdo de
sinal é realizada simultaneamente, pode ser assegurada. Configurando-se uma
pluralidade de sistemas de linhas de transmissio de sinal de onda milimétrica
9 1 e 9 2 (linhas de transmissfio dielétricas 9A_1 e 9A_2), transmissdo
totalmente plena pode ser conseguida e a melhoria da eficiéncia em
transmissdo e recepgio de dados pode ser antecipada.

Além disso, embora, no exemplo descrito acima, uma
pluralidade de sistemas seja usado para transmissdo de sinal, também ¢
possivel, como uma modificagdo, utilizar um sistema entre os diversos
sistemas de linhas de transmissio de sinal de onda milimétrica 9 para
transmissdo de forca e uso dos sistemas restantes para transmisso de sinal, tal
como transmissio de sinal de alta velocidade e grande quantidade e
transmissio de sinal de baixa velocidade e pequena quantidade. Neste
exemplo, uma vez que a mesma faixa de frequéncia pode ser usada ao mesmo
tempo, transmissdo de for¢a e transmissdo de sinal podem ser realizadas em
paralelo na mesma faixa de frequéncia. A simultaneidade da transmissdo de
forca e transmissdo de sinal pode ser assegurada sem dar origem a uma queda

da quantidade de comunicag@o ou da velocidade da transmiss&o de sinal.
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Além disso, trés ou mais sistemas podem ser providos, de
modo que um deles seja usado para transmissdo de forga, enquanto os
diversos sistemas restantes sejam usados para transmissdo de sinal (onde
quatro ou mais sistemas s@o usados, diversos deles podem ser usados para
transmissdo de forga). Neste exemplo, uma vez que a mesma faixa de
frequéncia pode ser usada ao mesmo tempo para transmissdo de sinal, a
velocidade de comunicagdo pode ser elevada e a simultaneidade da
comunica¢fo bidirecional, em que a transmiss@o de sinal ¢ realizada ao
mesmo tempo, pode ser assegurada. Além disso, a transmissdo totalmente
plena torna-se possivel e melhoria da eficiéncia de transmissédo e recepgéo de
dados pode ser antecipada. Além disso, se trés ou mais sistemas forem
usados, de modo que um deles seja usado para transmiss@o de sinal, enquanto
os diversos sistemas restantes sejam usados para transmissdo de forga, entdo
também é possivel lidar com um caso em que o consumo de for¢a no cartfo
de memoria 201 A 1 é elevado.

Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica por Divisio de Espaco:

segundo exemplo

As Figs. 8A a 8C mostra um segundo exemplo da estrutura de
transmissdo de onda milimétrica por divisdo de espago da presente forma de
realizagdo. O segundo exemplo é uma aplicag@o da estrutura de transmissdo
de onda milimétrica, que implementa a configuragdo funcional do sistema de
transmissdo sem fio 1A da forma de realizagdo, similarmente ao primeiro
exemplo.

O segundo exemplo é diferente do primeiro exemplo pelo fato
de que uma antena 236 de um cartdo de memoéria 201A 2 ser disposta em
uma relagdo oposta a cada uma das faces da placa 202 e, correspondente a
isto, uma estrutura de intervalo 4A_2 ¢ configurada de modo que uma antena
136 é disposta em cada um dos substratos 102 providos nas faces internas nos

lados opostos de uma abertura 192. Também o segundo exemplo implementa
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um sistema de transmissdo totalmente duplex, em que a transmissdo de onda
milimétrica para transmiss#o e recepgio € realizada independentemente.

Por exemplo, um exemplo da estrutura do cartdo de memoria
201A_1 (como uma vista atravessante horizontal e uma vista atravessante de
secdo transversal) é mostrado na Fig. 8A. No chip semicondutor 203, os
terminais de transmissdo/recepgio de onda milimétrica 232_1 e 232 2, para
acoplamento as linhas de transmisséo de sinal de onda milimétrica 9_1 e 92
(as linhas de transmissdo dielétricas 9A_1 e 9A_2) sfo providas em uma
relaciio substancialmente oposta nas faces opostas da placa 202. Embora seja
dificil reconhecer através da vista atravessante em planta, o chip
semicondutor 203 e o terminal de transmissdo/recep¢do de onda milimétrica
232 2 sdo conectados entre si por um padrdo de furo atravessante 231 na
forma de um furo de contato (via furo) como pode ser reconhecido pela vista
atravessante seccional..

Em uma das faces da placa 202 (em que os chips
semicondutores 203 s3o dispostos), uma linha de transmissdo de onda
milimétrica 234 1 e uma antena 236_1, conectadas ao terminal de
transmissdo/recepcio de onda milimétrica 232_1, sdo formadas. Na outra face
da placa 202, a linha de transmissdo de onda milimétrica 234_2 e a antena
236_2, conectadas ao terminal de transmiss&o/recep¢do de onda milimétrica
232 2, sdo formadas. Embora seja dificil reconhecer através da vista
atravessante em planta, como pode ser reconhecido pela vista atravessante
seccional, também as linhas de transmissfo de onda milimétrica 234_1 e
234 2 e as antenas 236_1 e 236_2 sdo dispostas em posi¢des nas faces da
frente e de tras da placa 202, que substancialmente opdem-se.

Onde a placa 202 for feita de, por exemplo, vidro ou resina
ep6xi, também ¢é imaginado que a placa seja um dielétrico e tenha uma
propriedade que transmite uma onda milimétrica através dela e, portanto,

ocorre interferéncia entre as ondas milimétricas nas faces da frente e traseira.
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Em tal exemplo, uma tal contramedida, como, por exemplo, para dispor uma
camada de aterramento nas camadas internas correspondendo as linhas de
transmissdo de onda milimétrica 234 1 e 234 2 e as antenas 236_1 e 263_2
da placa 202, deve ser realizada para evitar interferéncia de onda milimétrica
nas faces da frente e traseira. Em resumo, a estrutura de encaixe ¢ provida
com uma estrutura para reforgar o isolamento entre os elementos de antena.

O terminal de transmissfo/recepcdo de onda milimétrica
232 1, linha de transmissio de onda milimétrica 234_1 e antena 236_1
configuram uma se¢do de acoplamento de linha de transmissfo 208_1, e o
terminal de transmissdo/recep¢io de onda milimétrica 232 2, linha de
transmissdo de onda milimétrica 234 2 e antena 236_2, linha de transmiss&o
de onda milimétrica 234 2 e antena 236 2 configuram uma seg¢do de
acoplamento de linha de transmissdo 208_2.

Uma configura¢io de formato concavo 298A_2a é formada em
uma posi¢do na face do recinto 290 correspondendo a antena 136_1, e uma
configuragdo de formato cdncave 298A_2b ¢é formada em uma posigdo na
face do recinto 290, correspondendo a antena 136 2. Em resumo, as
configuragdes de formato cOncavo 298A 2a e 298A_2b sfo formadas em
posicdes nas faces da frente e traseira do recinto 290, que correspondem as
antenas 236 1 e 236 2, respectivamente.

Um exemplo da estrutura de um aparelho eletrénico 101A_2
(como uma vista atravessante em planta e uma vista atravessante em se¢&o
transversal) é mostrado na Fig. 8B. No segundo exemplo, as placas 102_1 e
102 _2 sdo ligadas nas faces laterais opostas do recinto 190 no lado oposto
(lado externo) da abertura 192 pelos membros de suporte 191, de modo que
ondas milimétricas emitidas separadamente pelas faces dianteira e traseira do
cartio de memoria 201 A 2 podem ser recebidas pelas placas 102_1 e 102_2.

A placa 102 1 tem um chip semicondutor 103_1_ em uma de

suas faces opostas (adjacente & abertura 192). O terminal de
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transmissdo/recep¢do de onda milimétrica 132 1 para acoplar a linha de
transmissdo dielétrica 9A 1 é provida no chip semicondutor 103_1. A linha
de transmissio de onda milimétrica 134_1 e a antena 136_1_ conectada ao
terminal de transmissdo/recep¢do de onda milimétrica 132_1 s&o formadas em
uma das faces da placa 102_1. O terminal de transmissdo/recepgdo de onda
milimétrica 132_1 , linha de transmisséo de onda milimétrica 134_1 e antena
136 1 configuram a se¢do de acoplamento de linha de transmiss&o 108_1.

A placa 102 2 tem um chip semicondutor 103_2 em uma de
suas faces opostas (adjacente a abertura 192). O terminal de
transmissdo/recep¢do de onda milimétrica 132_2, para acoplamento a linha de
transmissdo dielétrica 9A_2, € provido no chip semicondutor 103_2. A linha
de transmissdo de onda milimétrica 134 2 e a antena 136 2, conectadas ao
terminal de transmissdo/recep¢do de onda milimétrica 132_2 s@o formadas em
uma das faces da placa 102 2. O terminal de transmissfo/recep¢do de onda
milimétricas 132 2, linha de transmiss@o de onda milimétrica 134_2 e antena
136 2 configuram a se¢fo de acoplamento de linha de transmissdo 108_2.

Além disso, uma configura¢do de formato convexo 198A 2a é
formada em uma parte do recinto 190, correspondendo & posi¢do de arranjo
da antena 136 1, de modo que configure a linha de transmissdo dielétrica
9A ‘1 e uma configuragdo de formato convexo 198A_2b ¢ formada na parte
do recinto 190 correspondendo & posi¢do de arranjo da antena 136_2, de
modo que configure a linha de transmiss8o dielétrica 9A_2. As configuragBes
de formato convexo 198A 2 e 198A 2b (as linhas de transmissdo dielétrica
9A 1 e 9A_2) sdo configuradas formando-se os canais de guia de onda
dielétricos 142 1 e 142 2 nos condutores tubulares 144 1 e 144 2,
respectivamente, e s3o dispostas fixamente, de modo que os centros dos
canais de guia de onda dielétricos 142 _1 e 142 2 coincidem com aqueles das
antenas 136 1 e 136_2 ou as partes de acoplamento de linha de transmissio

108 1¢108_2.
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A configuragio de formato concavo 298A 2a ou do cartdo de
memoéria 201A 2 € configurada em um formato complementar comum
formato de secio transversal da configuragdo de formato concavo 198A_2a (o
condutor 144 1) do lado do aparelho eletrénico 101A_2. A configuragfo de
formato coéncavo 298A 2a posiciona a linha de transmissdo dielétrica 9A_1
ou a estrutura de intervalo 4A_2 para acoplamento para transmissdo de onda
milimétrica, quando o cartio de memoéria 201A_2 é para ser montado a
estrutura de intervalo 4A_2.

A configuracio de formato coéncavo 298A_2b do cartdo de
memoria 201A 2 ¢ configurada em um formato complementar com um
formato de sego transversal da configurago de formato convexo 198A_2b (o
condutor 144 2) do lado do aparelho eletrénico 101A_2. A configuragdo de
formato concavo 298A_2b posiciona a linha de transmissdo dielétrica 9A_2_
da estrutura de intervalo 4A_2 para acoplamento para a transmisséo de onda
milimétrica quando o cartio de memoéria 201A_2 ¢ para ser montado a
estrutura de intervalo 4A_2.

Embora tanto as linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 1 como 9 2 aqui sejam formadas coma as linhas de
transmissdo dielétricas 9A, uma das linhas de transmissfo de sinal de onda
milimétrica9 1 _e 9 2 podem ser formadas como uma linha de transmisséo
de espago livre ou um guia de ondas oco ou ambos podem ser formados como
linhas de transmissdo de espago livre ou guias de onda ocos.

Uma vez que, também na estrutura de transmissio de onda
milimétrica do segundo exemplo, o sistema de transmissdo sem fio 1A da
primeira forma de realizagio possa ser implementado, a mesma faixa de
frequéncia pode ser usada ao mesmo tempo pela multiplexagio por divis@o de
espaco e, consequentemente, a velocidade de comunicagdio pode ser
aumentada e a simultaneidade da comunicag¢@o bidirecional, em que a

transmissdo de sinal é realizada ao mesmo tempo, podem ser asseguradas.
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Transmissdo bidirecional totalmente plena e assim em diante torna-se possivel
e melhoria da eficiéncia da transmisséo e recep¢do de dados pode ser obtida
configurando-se uma pluralidade de sistemas de linhas de transmissdo
dielétricas 9A. O segundo exemplo é eficaz onde um espago para dispor uma
pluralidade de antenas nfo pode ser assegurado na mesma face de uma placa
por restri¢des do esbogo.

Estrutura de Transmissio de Onda Milimétrica por Divisdo de Espaco:

terceiro exemplo

As Figuras 9A a 12D mostram um terceiro exemplo da
estrutura de transmissdo de onda milimétrica por divisio de espago da
presente forma de realizagdo. Em particular, as Figs. 9A a 9C mostram um
exemplo comparativo com o terceiro exemplo e as Figs. 10A a 12D mostram
a estrutura de transmissio de onda milimétrica por divisdo de espago do
terceiro exemplo.

O terceiro exemplo é, similarmente aos primeiro e segundo
exemplos, um exemplo de aplicagdo em que a estrutura de transmissdo de
onda milimétrica por divisio de espago implementa uma estrutura funcional
do sistema de transmissiio sem fio 1A da primeira forma de realizagéo.
Particularmente, o terceiro exemplo é uma aplicagdo em um aparelho de
captagio de imagem em que um dispositivo de captagdo de imagem fixa ou
elemento de captagdo de imagem é movido para realizar corregfio de tremor
de cdmera. Em particular, o terceiro exemplo € uma aplicagdo em uma
configuracdo de sistema em que o segundo aparelho de comunicagéo 200A ¢
uma placa de captagio de imagem 502C, em que um, dispositivo de captagio
de imagem de estado s6lido € montado e o primeiro aparelho de comunicagéo
100A é uma placa principal 602C, em que um circuito de controle, um
circuito de processamento de sinal e assim em diante sdo montados.

Em um aparelho de captagdo de imagem (por exemplo, uma

camera digital) desordem aparece em uma imagem captada por um tremor de
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camera por um operador, por vibragdo do aparelho de captagdo de imagem
integral com um operador, e assim em diante. Por exemplo, em uma camera
digital do tipo de reflexo de lente Unica, uma imagem passando através de
uma lente em um estagio de preparagfo de captagdo de imagem ¢é refletida por
um espelho principal e focalizada em uma placa focal provida em uma segéo
de pentaprisma em uma parte superior da cdmera, de modo que o usudrio
confirme pela imagem na placa focal se ou nfo a imagem estd em um estado
em foco. Em seguida, se um estdgio de captagdo de imagem for introduzido,
entdio o espelho principal € retirado do trajeto de luz e a imagem passando
através da lente é focalizada no e gravada pelo dispositivo de captagéo de
imagem de estado solido. Em particular, o usuario nfo pode diretamente
confirmar no estigio de captagio de imagem se ou nfo a imagem estd
focalizada exatamente no dispositivo de captagdo de imagem de estado sélido
e se a posi¢io do dispositivo de captaciio de imagem de estado sdlido na
direcdio do eixo geométrico Optico deve ser instavel, em seguida a imagem €
captada em um estado fora de foco.

Portanto, um mecanismo de um aparelho de captagdo de
imagem, em que, por exemplo, o dispositivo de captagdo de imagem de
estado solido é movido para realizar corregdo contra um tremor de cimera, €
conhecido como um mecanismo de corregdo de tremor de cdmera (geralmente
referido como um mecanismo de correg¢do de tremor de m&o), para suprimir
tal desordem de uma imagem captada como descrito acima. Este método ¢
adotado também no terceiro exemplo e no exemplo comparativo como
terceiro exemplo.

No mecanismo de corre¢do de tremor de cdmera, em que O

dispositivo de capta¢do de imagem de estado solido € movido para realizar

corregio de tremor de cdmera, o proprio dispositivo de captagdo de imagem
de estado so6lido é mudado em um plano perpendicular ao eixo geométrico

6ptico sem acionar a lente no tambor de lente. Por exemplo, em uma cdmera



10

15

20

25

65

em que o mecanismo de corregfo de tremor de cdmera € provido em um corpo
principal, se uma agitagdo do corpo de cémera for detectada, entdo o
dispositivo de captagdo de imagem de estado solido ¢ movido no corpo em
resposta a0 movimento do corpo de cdmera, de modo que uma imagem a ser
formada no dispositivo de captagdo de imagem de estado soélido pode ser
fixada ou imé6vel no dispositivo de captagio de imagem de estado sélido.
Uma vez que este método move o, dispositivo de captagdo de imagem de
estado s6lido em paralelo para realizar corre¢do de tremor de cémera, um
sistema 6ptico para uso exclusivo nio é necessério e o dispositivo de captagio
de imagem de estado sélido é leve e o método € adequado particularmente
para um aparelho de captag@o de imagem, que envolve substitui¢do da lente.

Exemplo Comparativo

Por exemplo, a Fig. 9A mostra uma se¢fio transversal do
aparelho de captagfio de imagem 500X (na forma de uma cimera) como visto
lateralmente (por cima ou por baixo). Se um recinto 590 (um corpo de
aparelho) tremer, entfio a posi¢@o focal de um fluxo de lux incidente atraveés
de uma lente 592 é deslocada. O de acordo com a presente invengdo 500X
detecta o tremor e aciona uma se¢do de acionamento de corre¢do de imagem
510 (incluindo um equipamento ou um atuador), para adaptativamente mover
um dispositivo de captagdo de imagem de estado solido 505 (particularmente
uma placa de captagio de imagem 502X, em que o dispositivo de capta¢do de
imagem de estado s6lido 505 é montado) para realizar corre¢do de tremor de
camera, de modo que o deslocamento do ponto focal ndo ocorra. Uma vez que
um mecanismo para tal corre¢do de tremor de cdmera, como acabado de ser
descrito é conhecido, descricdo detalhada do mesmo ¢ omitida aqui.

A Fig. 9B mostra uma vista em planta da placa de captagéo de
imagem 502X. Com referéncia a Fig. 9B, a placa de captagdo de imagem
502X é estruturada de modo que o dispositivo de captagdo de imagem de

estado sélido 505 seja movido por diversos mm para cima, para baixo, para a
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esquerda e para a direita integralmente com a placa de captagfo de imagem
502X indicada por hachuras dentro de um corpo pela segdo de acionamento
de correcio de tremor 510, disposta em uma sua periferia. A placa de
captagio de imagem 502X, sobre a qual o dispositivo de captagfo de imagem
de estado sélido 505 é montado, é conectada a um corpo principal 602X, em
que um equipamento de processamento de imagem 605, que € um dispositivo
semicondutor (incorporando um circuito de controle, um circuito de
processamento de imagem e assim em diante) sdo montados, geralmente por
um fio flexivel (uma interface elétrica 9Z), tal como um fio impresso flexivel.

No exemplo da Fig. 9B, dois fios impressos flexiveis 9X 1 e
9X 2 sio usados como um exemplo da interface elétrica 9Z. Os fios
impressos flexiveis 9X 1 e 9X_2 sfo conectados na outra sua extremidade a
uma placa principal 602X, sobre a qual o equipamento de processamento de
imagem 605, mostrado na Fig 9A, é montado. Um sinal de imagem emitido
pelo dispositivo de captagfo de imagem de estado sélido 505 € transmitido
para o equipamento de processamento de imagem 605 através de fios
impressos flexiveis 9X 1 e 9X_2.

A Fig. 9C mostra uma configuragio funcional de uma
interface de sinal entre a placa de circuito impresso 502X e a placa principal
602X. Com referéncia a Fig. 9C, no exemplo mostrado, um sinal de imagem
emitido pelo dispositivo de captagdo de imagem de estado sélido 505 &
transmitido como um sinal sub LVDS (Sinaliza¢do Diferencial de Sub-Baixa
Voltagem) de 12 bits para o equipamento de processamento de imagem 605.

Também outros sinais de baixa velocidade, tais como sinal de
controle ¢ um sinal de sincronizagdo do equipamento de processamento de
imagem 605 (incluindo, por exemplo, um sinal de controle de entrada/saida
em série SIO e um sinal de liberagdo CLR), for¢a suprida por uma segfo de
suprimento de forga e assim em diante sdo transmitidos pelos fios impressos

flexiveis 9X.
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Entretanto, onde o dispositivo de captagdo de imagem de
estado solido 505 for movido para realizar corregdo de tremor de cdmera, o0s
seguintes problemas sfo encontrados.

i) Além da miniaturizagdo de um mecanismo de corregdo de
tremor de cAmera, a interface elétrica 97 (um fio ou cabo elétrico) para
conectar uma placa de captagio de imagem em que o dispositivo de captacéo
de imagem de estado s6lido € montado e outra placa (uma placa principal)
sobre a qual os outros circuitos sdo montados entre si, requer uma margem
que permita tal movimento do dispositivo de captagdo de imagem de estado
sélido 505. Portanto, um espago para acomodar a interface elétrica 9Z em um
estado deformado é necessdrio e torna-se um obstaculo para obtencdo em
miniaturizagdo, para assegurar tal espago excedente. Por exemplo, restri¢des
ao formato e comprimento do fio impresso flexivel 9X dado origem a uma
restri¢do para o esbogo e também o formato e arranjo de pino de um conector
para o fio impresso flexivel 9X dfo origem a uma restrigdo para o esbogo.

ii) A interface elétrica 9Z (incluindo o fio impresso flexivel
9X) é conectada em uma sua extremidade & placa de captagdo de imagem
502X, em que o dispositivo de captagdo de imagem de estado sélido movel
505 é montado. Portanto, a interface elétrica 9Z pode possivelmente ser
deteriorada por influéncia de estresse mecanico.

iii) Uma vez que um sinal de alta velocidade ¢ transmitido pelo
fio, uma contramedida EMC € necessaria.

iv) Embora a taxa de transmisséo de um sinal de imagem seja
aumentada mais e mais por mais refinamento do dispositivo de captacdo de
imagem de estado s6lido 505 e aumento da velocidade de projegdo, ha uma
restricdo a taxa de dados por um fio e somente um fio pode ndo tornar-se
capaz de lidar com o sinal de imagem. Portanto, se for pretendido elevar mais
a taxa de dados, entdio é uma contramedida possivel para aumentar o nimero

de fios e diminuir a velocidade de transmissdo por um fio de sinal por
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transmissdo paralela de sinais. Entretanto, esta contramedida d4 origem a tais
problemas como complicagdo de uma placa impressa e um esquema de fiag8o
de cabo, aumento do tamanho fisico da segfo conectora e da interface elétrica
97 e assim em diante.

Terceiro Exemplo

Portanto, como o terceiro exemplo, um novo mecanismo para
uma interface de sinal entre a placa de captagdo de imagem 502C e a placa
principal 602C é proposto que transmite sinais (preferivelmente todos os
sinais incluindo suprimento de forga), empregando-se uma onda milimétrica.
Particulares do novo mecanismo sdo descritos abaixo.

O novo mecanismo & aplicado, por exemplo, a um caso em que
o dispositivo de captagdo de imagem de estado sélido 505 é uma unidade
CCD (Dispositivo Acoplado por Carga) e é montada sobre a placa de
captacio de imagem 502C junto com se¢des de acionamento (incluindo uma
unidade horizontal e uma unidade vertical) ou em que o dispositivo de
captagio de imagem de estado s6lido 505 é um sensor CMOS (Semicondutor
de Oxido Metélico Complementar).

As Figs. 10A a 12D mostram o mecanismo do terceiro
exemplo. As Figs. 10A a 12D sfo vistas seccionais esqueméaticas do aparetho
de captacio de imagem 500C e ilustra a montagem entre placas similares a da
Fig. 9A. Nas Figs. 10A a 12D, é dada aten¢do a transmissio de ondas
milimétricas de sinais e aquelas partes que nfo tém relagdo com transmiss&o
de ondas milimétricas sio omitidas adequadamente. Na seguinte descrigdo,
para aquelas partes que nfo sdo mostradas nas Figs. 10A a 12D, o exemplo
comparativo mostrado nas Figs. 9A a 9C devem ser referidos.

No recinto 590 do aparelho de captagio de imagem 500C, a
placa de captagdio de imagem 502C e a placa principal 602C s&o dispostas. O
primeiro aparelho de comunicagdo 100 (o chip semicondutor 103) € contido

na placa principal 602C, que executa transmissdo de sinal para e da placa de
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captagio de imagem 502C sobre a qual o dispositivo de captagdo de imagem
de estado sélido 505 é montado, e o segundo aparelho de comunicagdo 200 (o
chip semicondutor 203) é montado sobre a placa de capta¢do de imagem
502C. Como descrito acima, as unidades de produgéo de sinal 107 e 207 ¢ as
secdes de acoplamento de linha de transmissdo 108 e 208 sdo providas nos
chips semicondutores 103 e 203, respectivamente.

O dispositivo de captagio de imagem de estado solido 505 e as
secdes de acionamento de capta¢do de imagem sdo montados sobre a placa de
captag¢do de imagem 502C. Se¢des de acionamento de corre¢do de tremor 510
sdo dispostas em torno da placa de captagdo de imagem 502C. Embora ndo
mostrado o equipamento de processamento de imagem 605 ¢ montado na
placa principal 602C. Uma se¢do de operagdo e varios sensores néo mostrados
sdo conectados a placa principal 602C. A placa principal 602C pode ser
conectada a um aparelho periférico, tal como um computador pessoal ou uma
impressora por uma interface externa, ndo mostrada. A se¢cdo de operagdo
inclui, por exemplo, um comutador de suprimento de forca, um dial de ajuste,
um dial basculante, um comutador de determinac¢do, um comutador de zoom,
um comutador de liberagfo e assim em diante.

O dispositivo de captagéo de imagem de estado s6lido 505 e as
secdes de acionamento de captacdo de imagem correspondem as se¢des de
funcdo de aplicagdo da unidade de fung¢do LSI 204 do sistema de transmissdo
sem fio 1A. A unidade de produgdo de sinal 207 e a secdo de acoplamento de
linha de transmissdo 208 podem ser acomodadas no chip semicondutor 203
separado do dispositivo de captagdo de imagem de estado solido 505 ou
podem ser fabricadas integralmente com o dispositivo de capta¢do de imagem
de estado sdlido 505, se¢des de acionamento de captacdo de imagem e assim
em diante. Onde a unidade de produgéo de sinal 207 e a segdo de acoplamento
de linha de transmissdo 208 sfo formadas como membros separados do

dispositivo de captagdo de imagem de estado soélido 505 e segbes de
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acionamento de captagdo de imagem, transmissdo de sinal entre elas, (por
exemplo, entre diferentes chips semicondutores) podem possivelmente
ressentir-se de um problema surgindo da transmiss8o de um sinal por um fio
elétrico. Portanto, a unidade de produgio de sinal 207 e a seclo de
acoplamento de linha de transmissdio 208 s@o preferivelmente formadas
integralmente com o dispositivo de captagdo de imagem de estado sélido 505,
secBes de acionamento de captagfo de imagem e assim em diante. Aqui, ¢
presumido que a unidade de produgfio de sinal 207 e a sec@o de acoplamento
de linha de transmissio 208 sio formadas quando o chip semicondutor 203
separa-se do dispositivo de captagdo de imagem de estado sélido 505, se¢Ges
de acionamento de captacio de imagem e assim em diante. A antena 236 pode
ser disposta como uma antena de embutida fora dos chips e pode ser formada,
por exemplo, em um formato de F invertido em um chip.

O equipamento de processamento de imagem 605 corresponde
a uma secéo de funcdo de aplicagdo da unidade de fungdo LSI 104 no sistema
de transmissdo sem fio 1A e acomoda a se¢do de processamento de imagem
para processar um sinal de imagem captado, obtido pelo dispositivo de
captacio de imagem de estado sélido 505. A unidade de produgdo de sinal
107 e a segio de acoplamento de linha de transmiss@io 108 podem ser
acomodadas no chip semicondutor 103 separadas daquelas do equipamento de
processamento de imagem 605 ou podem ser fabricadas integralmente com o
equipamento de processamento de imagem 605. Onde a unidade de produg&o
de sinal 107 e a secdo de acoplamento de linha de transmissdo 108 forem
produzidas separadamente do equipamento de processamento de imagem 605,
a transmissdo de sinal entre elas (por exemplo, entre os diferentes chips
semicondutores) pode possivelmente ressentir-se de um problema surgindo da
transmissdo de um sinal por um fio elétrico. Portanto, a unidade de produgéo
de sinal 107 e a se¢do de acoplamento de linha de transmissdo 108 s&o

preferivelmente providas integralmente com o equipamento de processamento



10

15

20

25

71

de imagem 605. Aqui, é presumido que a unidade de produgdo de sinal 107 e
a secio de acoplamento de linha de transmissdo 108 sdo providas no chip
semicondutor 103 separadas do equipamento de processamento de imagem
605. A antena 136 pode ser disposta como uma antena embutida fora dos
chips ou pode ser formada, por exemplo, em um formato F invertido dentro
de um chip.

O equipamento de processamento de imagem 605 acomoda
uma seciio de controle de cimara incluindo uma CPU (Unidade de
Processamento Central), uma segdo de armazenagem (tal como uma memoria
de trabalho e uma ROM de programa) e assim em diante e uma secdo de
processamento de imagem. A se¢dio de controle de cimara exibe um programa
armazenado na ROM dentro da memoéria de trabalho e controla os
componentes do de acordo com a presente invengdo 500C de acordo com o
programa.

A secdo de controle de cimara controla ainda o inteiro de
acordo com a presente invengdo 500C com base nos sinais dos comutadores
da secfio de operagio e controla a se¢do de suprimento de forga para suprir
forca aos componentes. Além disso, a se¢fo de controle de cimara realiza
comunicagio tal como transferéncia de dados de imagem com um aparelho
periférico através de uma interface externa.

Além disso, a se¢fio de controle de cAmara realiza controle de
sequéncia referente a captagio de imagem. Por exemplo, a segdo de controle
de cAmara controla uma operagfo de captagdo de imagem do dispositivo de
captagio de imagem de estado s6lido 505 através de uma secdo de geragio de
sinal de sincronizagio e se¢des de acionamento de captagdo de imagem. A
secdo de geragdo de sinal de sincronizagfio gera um sinal de sincronizagéo
bésico, necessario para processamento de sinal. As se¢des de acionamento de
captagiio de imagem recebem o sinal de sincronizagdo gerado pela segdo de

geracdo de sinal de sincronizagfo e um sinal de controle da segéo de controle
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de cAmara para gerar sinais de sincroniza¢io detalhados para acionar o
dispositivo de captag¢io de imagem de estado sélido 505.

Um sinal de imagem (um sinal de imagem captada) a ser
remetido do dispositivo de capta¢dio de imagem de estado solido 505 para o
equipamento de processamento de imagem 605 pode ser qualquer um de um
sinal analégico e um sinal digital. Onde um sinal digital for usado, se o
dispositivo de captagdo de imagem de estado sélido 505 for formado como
um membro separado de uma se¢do de conversio AD, entdo a seglo de
conversdo AD é montada em uma placa de captagdo de imagem 502A.

A fim de realizar corregio de tremor de cimera, a placa de
captagio de imagem 502C ¢ disposta para movimento nas dire¢Ges
ascendente, descendente, para a esquerda e para direita (nas diregdes
ascendente, descendente, para a frente e para tras) com respeito ao plano da
figura, em resposta a um tremor do corpo de cdmera sob o controle da sec¢do
de acionamento de correcdo de tremor 510. No interim, a placa principal
602C ¢ fixada no recinto 590.

A deteccio de um tremor de cAmera é realizada pela detecgéo
e aceleracfo de trés componentes de guinada, arfagem e balango por meio de
uma secdo de detecgfio de tremor de cdmera, ndo mostrada configurada, por
exemplo, usando-se um giroscopio. A segdo de acionamento de correg¢io de
tremor 510 balanca o dispositivo de captagdo de imagem de estado s6lido 505
em um plano perpendicular ao eixo geométrico éptico com base em um
resultado da deteccdio usando-se um equipamento ou um acionador. A se¢éo
de deteccdo de tremor de cimera e a segio de acionamento de correcéo de
tremor 510 configuram uma seg¢@io de corre¢do de tremor de camera para
realizar corregdo de tremor de camera.

Na placa de captagfo de imagem 502C, a unidade de produgéo
de sinal 207 e a secdo de acoplamento de linha de transmissdo 208 s&o

montadas além do dispositivo de captagdo de imagem de estado sélido 505, a
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fim de implementar o sistema de transmiss&o sem fio 1A da presente forma de
realizacdo. Similarmente, na placa principal 602C, a unidade de produgfo de
sinal 107 e sec¢do de acoplamento de linha de transmissdo 108 sdo montadas a
fim de implementar o sistema de transmissio sem fio 1A da presente forma de
realizacdo. A segfio de acoplamento de linha de transmiss&o 208 do lado da
placa de captagdo de imagem 502C e da segfo de acoplamento de linha de
transmissdo 108 sobre o lado da placa principal 602C sdo acopladas entre si
por uma linha de transmissio de sinal de onda milimétrica 9.
Conseqﬁentemente, a transmissdo de sinal na faixa de onda milimétrica €
realizada bidirecionalmente entre a seg¢o de acoplamento de linha de
transmissdo 208 do lado da placa de captagfo de imagem 502C e a segéo de
acoplamento de linha de transmissdo 108 sobre o lado da placa principal
602C.

Onde comunicacgio de uma dire¢o for aplicavel, as segdes de
produgdo de sinal do lado remetente 110 e 210 podem ser dispostas no lado
do remetente, enquanto as se¢des de produgdo do lado do receptor 20 e 220
sdo dispostas no lado do receptor e os lados do remetente e receptor sio
conectados entre si pelas segdes de acoplamento de linha de transmisséo 108 e
208 e a linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9. Por exemplo, se
somente um sinal de imagem captada, adquirido pelo dispositivo de captagdo
de imagem de estado s6lido 505, for para ser transmitido, entdo o lado da
placa de captagdo de imagem 502C pode ser determinado como o lado
remetente, enquanto o lado da placa principal 602C € determinado como o
lado receptor. Se somente sinais para controlar o dispositivo de captagio de
imagem de estado sélido 505 (por exemplo, um sinal de relégio mestre de alta
velocidade, um sinal de controle ou um sinal de sincronismo) forem para ser
transmitidos, o lado da placa principal 602C pode ser determinado como o
lado remetente, enquanto o lado da placa captagdo de imagem 502C ¢

determinado como o lado receptor.
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Um sinal de imagem, obtido pelo dispositivo de captagdo de
imagem de estado sélido 505 através da transmissfio de sinal de onda
milimétrica realizada entre as duas antenas 136 e 236, e transportado em uma
onda milimétrica através da linha de transmissfo de sinal de onda milimétrica
9 entre as antenas 136 e 236 e transmitido para a placa principal 602C. No
interim, varios sinais de controle para controlar o dispositivo de captagZio de
imagem de estado s6lido 505 sdo transportados em uma onda milimétrica
através da linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9, entre as
antenas 136 e 236 e transmitidos péra a placa de captagfo de imagem 502C.

A linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 pode ter
uma forma em que as antenas 136 e 236 s#o dispostas em uma relagdo oposta
entre si, como visto nas Figs. 10A a 10F, outra forma em que as antenas 136 e
236 sdo dispostas em uma relagdo deslocada em uma dire¢do do plano da
placa, como mostrado nas Figs. 11A a 11D ou uma outra forma que ¢ uma
combinacdo das duas formas como visto nas Figs. 12A a 12D. Na forma em
que as antenas 136 e 236 s@o dispostas-em uma relagdo oposta entre si, uma
antena tendo diretividade em uma dire¢8o normal a placa, por exemplo, um
antena embutida, deve ser usada. Na forma em que as antenas 136 e 236 séo
dispostas em uma relagfo deslocada em uma dire¢@o do plano da placa, uma
antena tendo diretividade em uma diregdo do plano da placa, por exemplo,
uma antena dipolo, uma antena Yagi-Uda ou uma antena tipo F invertido
pode ser usada.

Cada uma das linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 pode ser uma linha de transmissdo de espago livre 9B, como
mostrado nas Figs. 10A, 11A e 12A, Fig. 10E e Fig. 11D. Ou tal linha de
transmissdo dielétrica 9A, como mostrado nas Figs. 10B, 11B e 12B e Figs.
10C, 11C e 12C ou um tal guia de ondas oco 9L, como mostrado na Fig. 12D,
pode ser usado.

Onde a linha de transmissfo de espago livre 9B for usada, se
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uma pluralidade de sistemas de linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 for provido intimamente entre si, entdo a fim de suprimir
interferéncia entre os sistemas, preferivelmente uma estrutura para evitar
propagac¢io de ondas de radio (um membro de bloqueio de ondas milimétricas
MX) deve ser disposta entre os sistemas mostrados nas Figs. 10A e 11A. O
membro de bloqueio de onda milimétrica MX pode ser disposto em uma da
placa principal 602C e da placa de captagdo de imagem 502C ou em ambas.
Se ou ndo o membro de bloqueio de onda milimétrica MX dever ser disposto
pode ser determinado pela distincia espacial e o grau de interferéncia entre os
sistemas. Uma vez que o grau de interferéncia referir-se também a poténcia de
transmissdo, é determinado considerar sinteticamente a distdncia espacial,
poténcia de transmissfo e grau de interferéncia.

Na linha de transmissfo dielétrica 9A, por exemplo, como
mostrado nas Figs. 10B, 11B e 12B, as antenas 136 e 236 podem ser
conectadas entre si por um material dielétrico mole (flexivel) como, por
exemplo, um material tipo de resina de silicone. A linha de transmissdo
dielétrica 9A pode ser circundada por um membro de bloqueio (por exemplo,
um membro dielétrico). A fim de aproveitar ao méximo a flexibilidade do
material dielétrico, também o membro de bloqueio deve ser flexivel. Embora
o material de bloqueio seja conectado na linha de transmisséo dielétrica 9A,
uma vez que seu material € mole, a linha de transmissdo dielétrica 9A pode
ser colocada como um fio elétrico e ndo prover restrigdo ao movimento do
dispositivo de captagdo de imagem de estado sélido 505 (a placa de captag@o
de imagem 502C).

Como outro exemplo da linha de transmissdo dielétrica 9A, a
linha de transmissdo dielétrica 9A pode ser fixada a antena 136 da placa
principal 602C, enquanto a antena 236 da placa de captagdo de imagem 502C
move-se se deslizando sobre a linha de transmissfo dielétrica 9A como visto

nas Figs. 10C, 11C e 12C. Também a linha de transmisséo dielétrica 9A deste
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exemplo pode ser circundada em uma sua circunferéncia externa por um
membro de bloqueio (tal como um membro condutivo). Diminuindo-se a
friccdo entre a antena 236 do lado da placa de captagéo de imagem 502C e
linha de transmissfo dielétrica 9A, nenhuma limitagdo €& aplicada ao
movimento do dispositivo de captagdo de imagem de estado so6lido 505 (a
placa de captagio de imagem 502C). Deve ser citado que a linha de
transmissdo dielétrica 9A pode ser fixada no lado da placa de captagfo de
imagem 502C contrariamente. Neste exemplo, a antena 136 da placa principal
602C é configurada a fim de deslizavelmente mover-se sobre a linha de
transmissdo dielétrica 9A.

O guia de ondas oco 9L tem que ser estruturado somente de
modo que seja circundado em uma sua circunferéncia externa por um membro
de bloqueio e ser oco. Por exemplo, como mostrado nas Figs. 10D e 12D, o
guia de ondas oco 9L ¢ estruturado de modo que seja circundado por um
condutor MZ, que é um exemplo de um membro de bloqueio e € oco. Por
exemplo, um envoltério do condutor MZ ¢ ligado a placa principal 602C de
tal forma que circunde a antena 136. A antena 236 do lado da placa de
captacio de imagem 502C for disposta de modo que o centro de seu
movimento seja posicionado em uma posi¢do opondo-se a antena 136. Uma
vez que o condutor MZ ¢é oco, ndo ha necessidade de utilizar-se material
dielétrico e a linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 pode ser
configurada simples e facilmente em um baixo custo.

O envoltério do condutor MZ pode ser provido em qualquer
um do lado da placa principal 602C e do lado da placa de captagdo de imagem
502C. Em qualquer caso, a distancia L entre o envoltério do condutor MZ e a
placa de captagfio de imagem 502C ou a placa principal 602C (o comprimento
de um vio de uma extremidade do condutor MZ a uma placa oposta) ¢
ajustada suficientemente pequena em comparagdo com o comprimento de

onda da onda milimétrica. Entretanto, a distdncia L é ajustada a fim de
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perturbar o movimento da placa de captagdo de imagem 502C (dispositivo de
captagdio de imagem de estado sélido 505).

O tamanho e formato do membro de bloqueio (o envoltério: o
condutor MZ) sdo ajustados considerando-se a faixa de movimento da placa
de captagio de imagem 502C. Em particular, o lado e o formato devem ser
ajustados de modo que, quando a placa de captagdo de imagem 502C move-
se, a antena 236 da placa de captagdo de imagem 502C pode néo sair da faixa
de oposi¢dio ao envoltério (condutor MZ) e antena 136. Dentro desta
limitagdo, o condutor MZ pode ter um formato arbitrario em planta, tal como
um formato circular, um formato triangular ou um formato quadrangular.

O guia de ondas oco 9L pode ser configurado de modo que,
em lugar de formar um envoltério do condutor Mz na placa, por exemplo, um
furo (que pode ser um furo atravessante ou um furo provido de base) €
formado em uma placa um tanto espessa, como visto na Fig. 10F, de modo
que uma face de parede do furo seja formada como um envoltério. Nesta
distAncia, a placa funciona como um membro de bloqueio. O furo pode ser
provido em uma da placa de captagdo de imagem 502C e placa principal 602
ou em ambas. A parede lateral do furo pode ou nfo ser coberta com um
condutor. No ultimo caso, uma onda milimétrica é refletida de acordo com a
relagio relativa a constante dielétrica entre a placa e o ar e ¢ distribuida
intensamente no furo. Onde o furo for formado como um furo atravessante, as
antenas 136 e 236 devem ser dispostas na (anexadas) face traseira dos chips
semicondutores 103 e 203, respectivamente. Onde o furo ndo for formado
como um furo atravessante, porém parado no meio (formado como um furo
cego), as antenas 136 e 236 devem ser dispostas na base do furo. O furo pode
ter um formato de secdio transversal arbitraria, tal como um formato circular,
um formato triangular ou um formato quadrangular. Qualquer formato que o
furo tenha, o tamanho do furo pode ser estabelecido similarmente como no

caso em que o guia de ondas oco 9L é formado do condutor MZ.
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No terceiro exemplo, um sinal de imagem adquirido pelo
dispositivo de captagio de imagem de estado so6lido 505 € transmitido como
um sinal de modulacdo de onda milimétrica para o lado da placa principal
602C e entdo transmitido para o equipamento de processamento de imagem
605. Também sinais de controle para operar o dispositivo de captagdo de
imagem de estado sélido 505 sdo transmitidos como sinais de modulagdo de
onda milimétrica para o lado da placa de captagdo de imagem 502C. Além
disso, também suprimento de forga para operar os componentes da placa de
captacio de imagem 502C pode ser suprido na forma de uma onda
milimétrica.

Conseqiientemente, as seguintes vantagens podem ser
conseguidas em comparagdo com um caso alternativo, em que a interface
elétrica 9Z (o fio impresso flexivel 9X) ¢ usada.

i) Um sinal a ser convertido em e transmitido como um sinal
de onda milimétrica n3o tem que ser mais transmitido entre placas através de
um cabo. Uma vez que um sinal cuja transmissdo ¢ mudada para transmiss&o
de ondas milimétricas é transmitido por transmissdo sem fio, tal degradagéo
de fio, que pode ser causada por tensdo mecénica e ocorre como no caso em
que a interface elétrica 9Z € usada, ndo ocorre. Uma vez que o numero de fios
elétricos pode ser reduzido, o espago do cabo pode ser reduzido e a carga para
a secfo de acionamento para mover o dispositivo de captacdo de imagem de
estado sdlido 505 (particularmente a placa de captagdo de imagem S502A
sobre a qual o dispositivo de captagdo de imagem de estado solido 505 é
montada) pode ser reduzida. Conseqiientemente, um mecanismo de corre¢do
de tremor de cAmera de um pequeno tamanho, cujo consumo de forga € baixo,
pode ser usado no aparelho de captagio de imagem 500C.

ii) Também €& possivel transmitir todos os sinais, incluindo
suprimento de for¢a por transmissio sem fio, e a necessidade de utilizar

conexdio de cabo ou conexfio de conector é eliminada. O problema de
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deterioragio de fios por tensdo mecédnica, como em um caso em que a
interface elétrica 9Z & usada, é eliminado. O problema de deterioragéo de fios
por tensdo mecdnica, como em um caso em que a interface elétrica 9Z S
usada, é eliminado totalmente.

iii) Uma vez que comunicagfo sem fio é usada, nfio ha
necessidade de preocupar-se com o formato dos fios ou a posi¢do de um
conector e restricdes ao esbogo ndo ocorrem muito.

iv) Uma vez que o comprimento de onda da faixa de onda
milimétrica é curto, a atenuacio de faixa é grande e a difragdo ocorre pouco e,
portanto, é facil aplicar blindagem eletromagnética.

v) Onde transmissdo sem fio ou transmissdo em um guia de
ondas dielétrico que utiliza uma onda milimétrica ¢ aplicada, a necessidade de
uma contramedida contra EMC, como no caso em que a interface elétrica 92
(o fio impresso flexivel 9X) ¢ usada, é diminuida. Além disso, uma vez que
um dispositivo que utiliza uma frequéncia dentro da faixa de onda milimétrica
geralmente nfio existe no lado interno da camera, também onde uma
contramedida EMC é requerida, a contramedida EMC pode ser implementada
prontamente.

vi) Uma vez que a comunicagdo de onda milimétrica permite
uma faixa de frequéncia de comunicagfo ser estabelecida larga, ¢ facilmente
possivel estabelecer uma elevada taxa de dados. Onde transmiss&o sem fio ou
transmissdo em um guia de ondas dielétrico, em que uma onda milimétrica €
usada, uma vez que a taxa de dados pode ser estabelecida consideravelmente
mais elevada do que aquela onde a interface elétrica 9Z ¢ usada, também ¢
possivel simplesmente lidar com um aumento da velocidade na transmissdo
de um sinal de imagem por refinamento do dispositivo de captagfo de
imagem de estado s6lido 505 ou aumento da velocidade de projegéo.

Estrutura de Transmissio de Onda Milimétrica por Divisdo de Espago: Quarto

Exemplo



10

15

20

25

80

As Figs. 13A a 14B mostra um quarto exemplo da estrutura de
transmissdo de onda milimétrica por divisdo de espago da presente forma de
realizacfio. Em particular, as Figs. 13A e 13B mostram uma configuragé@o
geral do quarto exemplo e as Figs. 14A e 14B ilustram uma concepgédo basica
da transmissdo dentro da placa da onda milimétrica adotada no quarto
exemplo.

No quarto exemplo, uma pluralidade de sistemas de linhas de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 (canais de transmissdo) € provida
em um sistema em que uma onda milimétrica é transmitida em uma placa
(sistema de transmiss&o dentro da placa de onda milimétrica).

Primeiro, um mecanismo do sistema de transmissfo dentro da
placa de onda milimétrica (aparelho de transmiss3o dentro de placa de onda
milimétrica) é descrito. No sistema de transmiss@o dentro da placa de onda
milimétrica (aparelho de transmissfo dentro de placa de onde milimétrica), o
chip semicondutor 103 do primeiro aparelho de comunicagdo 100 e o chip
semicondutor 203 do segundo aparelho de comunicag@o 200 sdo contidos na
mesma placa (aqui, em uma placa 702). Além disso, o sistema de transmiss&o
em placa de onda milimétrica ou aparelho de transmissdo em placa de onda
milimétrica é caracterizado pelo fato de que a placa 702, formada de uma
entidade tangivel (linha de transmissfo dielétrica 9A), tendo uma constante
dielétrica relativa dentro de uma faixa fixa e uma tangente de perda dielétrica
tand dentro de uma faixa fixa, é usada como a linha de transmiss&o de sinal de
onda milimétrica 9.

A “faixa fixa” significa uma faixa dentro da qual um efeito do
quarto exemplo é obtido com a constante dielétrica relativa ou a tangente de
perda dielétrica e a constante dielétrica relativa ou a tangente de perda
dielétrica podem ter um valor determinado antecipadamente dentro da faixa
fixada. A faixa fixada nfio pode ser determinada com base somente no proprio

material dielétrico, mas refere-se também ao comprimento da linha de
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transmisso 9 (o comprimento da linha de transmissdo) e o material dielétrico
da placa 702 pode ter uma caracteristica com que o efeito do quarto exemplo
¢ obtido. Embora uma decisdo definida ndo possa necessariamente ser feita,
como um exemplo, o seguinte método de decisdo é disponivel.

A fim de formar a linha de transmissfo de sinal de onda
milimétrica 9 na placa 702, de modo que uma onda milimétrica seja
transmitida na placa 702, é exigido que algum grau de perda seja causada
como aqui em seguida descrito. A expressdo “algum grau de perda” significa
um grau com que, por exemplo, a diferen¢a (S(2,1) — S(1,1) entre a
caracteristica de transmissdio S(2,1) (dB) e a caracteristica de reflexdo S(1,1)
(dB) na faixa de frequéncia de portadora ¢ menor do que 20 dB (por exemplo,
é aproximadamente 10 dB) e uma onda estaciondria ndo € conspicua na faixa
de frequéncia da portadora. Por outro lado, a expressdo “sem perda” significa
um estado em que, por exemplo, a diferen¢a (S (2,1) — S (1,1)) entre a
caracteristica de transmissdo S (2,1) (dB) e a caracteristica de reflexdo S (1,1)
(dB) na faixa de frequéncia da portadora excede 20 dB (por exemplo, ¢ de
aproximadamente 30 dB) e uma onda estacionéria é conspicua na faixa de
frequéncia da portadora.

Por exemplo, a constante dielétrica relativa de uma entidade
tangivel que forma a placa 702 € de aproximadamente 2 a 10 (preferivelmente
3 a 6) e a tangente de perda dielétrica da entidade tangivel € de
aproximadamente 0,001 a 0,1 (preferivelmente 0,01 a 0,5). O material
dielétrico que satisfaz as condigdes dadas acima devem incluir um de resinas
baseadas em epdxi, resinas baseadas em acrilico e resinas baseadas e
polietileno. Um material tendo uma constante de perda dielétrica menor do
que 0,001 (por exemplo, um material baseado em silicone) ¢ de perda de
constante dielétrica excessivamente baixa (isto é, em perda) e € considerada
ndo adequada como um material para a placa 702 do quarto exemplo.

As se¢des de acoplamento de linha de transmissdo 108 e 208
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sdo configuradas de um membro antena baseado no comprimento de onda A
de um sinal S de uma onda milimétrica e acopladas a uma entidade tangivel
de uma constante dielétrica relativa g. As se¢es de acoplamento de linha de
transmissio 108 e 208 podem, na maioria dos casos, ser implementadas
prontamente, mesmo se uma estrutura de ressonincia ou similar for utilizada
se a faixa especifica (= faixa de sinal/frequéncia de centro de operagéo) for de
aproximadamente 10 a 20%. Neste exemplo, uma regido da placa 702, tendo a
constante dielétrica € é usada como a entidade tangivel e a placa 702 tendo a
constante dielétrica relativa € configura a linha de transmissfo de sinal de
onda milimétrica 9, que provoca perda. Uma onda eletromagnética S’ de uma
onda milimétrica propaga-se na linha de transmiss@o de sinal de onda
milimétrica 9. Uma vez que a linha de transmiss@o de sinal de onda
milimétrica 9 provoca grande perda, também a reflex@o ¢ atenuada.

No quarto exemplo, uma pluralidade de sistemas de tais linhas
de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 € provida na placa 702 tendo a
mesma perda, para configurar um sistema de transmissdo em placa de onda
milimétrica 700. Por exemplo, no exemplo mostrado nas Figs. 13A e 13B,
quatro chips semicondutores 103_1, 103_2, 203_1 e 203_1 sfo dispostos na
placa 702, o que causa perda. Para uma regido a, os chips semicondutores
103 1 e 203 _1, que configuram um primeiro aparelho de transmissdo em
placa de onda milimétrica 701 1, sfo alocados e uma linha de transmissio de
sinal de onda milimétrica 9 1 € provido para transmissdo entre o chip
semicondutor 103 1 e chip semicondutor 203 1. Em uma se¢&o B, os chips
semicondutores 103 2 e 203 2, que configuram um segundo aparelho de
transmissdo em placa de onda milimétrica 701 2, s@io alocados para
transmissdo de ondas milimétricas entre o chip semicondutor 103_2 e o chip
semicondutor 203 2, e uma linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica
9 2 ¢é provido para transmiss@o de ondas milimétricas entre o chip

semicondutor 103_2 e o chip semicondutor 203 2.
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Uma técnica para configurar a linha de transmiss@o de sinal de
onda milimétrica 9 na placa 702, tendo a constante dielétrica relativa € ¢
provocando perda, € ilustrada nas Figs. 14A e 14B. Com referéncia as Figs.
14A e 14B, no exemplo mostrado, visto que a margem da relagdo S/N contra
o ruido térmico aumenta, uma placa de resina de uma resina baseada em epoxi
de vidro, que ndo é normalmente usada na faixa de onda milimétrica e
provoca grande perda ou similar, é usada de modo que a reflexdo,
multitrajeto, perturbagiio e interferéncia possam ser reduzidos. Para a placa
702, uma placa de folha de cobre de dupio lado, formada usando-se uma
resina epoxi de vidro como uma base de isolamento, € usada. A constante
dielétrica relativa € de uma resina ep6xi de vidro é aproximadamente de 4,0 a
5,0 (1 MHZ).

A linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 €
formado de uma regifio de transmissdo I, definida na placa de resina epdxi de
vidro em que o chip semicondutor 103_1 (103_2) e o chip semicondutor
203 1 (203_2) sdo montados. Para a linha de transmisséo de sinal de onda
milimétrica 9, é usada a placa 702 que tem uma tangente de perda dielétrica
(tangd) similar aquela de uma resina epoxi de vidro usada em placa de
circuito impresso comum e que foi considerada no passado inadequada para
transmissio de ondas milimétricas por causar elevada perda de transmisséo na
faixa de onda milimétrica.

A regifio de transmissdo I do presente exemplo € definida por
uma pluralidade de perfuragdes cilindricas ocas (furos atravessantes 704),
estendendo-se através da placa 702 mostrada na Fig. 14A. Por exemplo, na
placa 702 entre o chip semicondutor 103_1 (103_2) e o chip semicondutor
203 1 (203_2), uma pluralidade de furos atravessantes 704 sdo formados
linearmente em duas fileiras ao longo de uma dire¢do em que um sinal S de
uma onda milimétrica deve ser propagado (prover diretividade). O passo do

arranjo p entre um furo atravessante 704 e um furo atravessante 704 ¢
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estabelecido, por exemplo, menor do que A/2. Se a largura entre um furo
atravessante 704 e um furo atravessante oposto 704 for a largura w da regido
de transmiss#o I, entdo a largura w € estabelecida maior do que A/2. Para os
furos atravessantes 704, um membro cilindrico condutivo pode ser usado
além de um membro cilindrico oco. Aterrando-se o membro cilindrico
condutivo ou por meio similar, a fase do guia de ondas dielétrico pode ser
ajustado.

Desta maneira, a regido de transmisso I € definida por duas
fileiras de perfurages (uma se¢fio de cerca de furo atravessante 706).
Naturalmente, uma parte de painel de instrumentos, como um repetidor, pode
ser disposta a meio trajeto da placa 702, a fim de controlar a faixa de
transmiss@o do sinal S de uma onda milimétrica. Naturalmente, onde o sinal S
de uma onda milimétrica for recebido todo ao mesmo tempo pelo chip
semicondutor 203 _1 (203_2), centrado no chip semicondutor 103_1 (103_2) e
diversos outros chips semicondutores 203 1 (203_2), a secdo de cerca de furo
atravessante 706 pode ser omitida a fim de estabelecer a dire¢do de
transmissio do sinal S de uma onda milimétrica, a fim de ser ndo-direcional.

No aparelho de transmisséo em placa de onda milimétrica 70,
uma onda eletromagnética S’, baseada em um sinal transmitido para dentro da
placa 702 pelo membro de antena 711 mostrado na Fig. 14B, que configura a
secdo de acoplamento de linha de transmissdo 108, ¢ recebida por um
membro antena 712 mostrado na Fig. 4B, que configura a segdo de
acoplamento de linha de transmissfo 208. O membro antena 711 € conectado
a uma secdo de amplificagdo 117 do chip semicondutor 103_1 (103_2) e
disposto sobre ou dentro da placa 702, de modo que irradie a onda
eletromagnética S’ em dire¢do ao lado interno da placa 702. O membro
antena 711 é disposto, por exemplo, em uma parte de furo 708, formada na
placa 702. Uma antena tendo um comprimento maior do que

aproximadamente % comprimento de onda A, é usada para o membro antena
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711. Onde um membro antena maior do que aproximadamente 2 do
comprimento de onda A puder ser montado, também uma estrutura de guia de
ondas, tal como um canal de guia de ondas ou uma linha dielétrica, pode ser
implementada prontamente. Se uma estrutura de guia de ondas for usada,
entdo os objetos o a v, descritos acima com referéncia a radiodifusdo ou um
aparelho de comunicagfo sem fio podem ser moderados significativamente.

O membro antena 712 € conectado a uma segdo de
amplificagdo 124 do chip semicondutor 203_1 (203_2) e disposto sobre ou
dentro da placa 702 e recebe uma onda eletromagnética S’ de dentro da placa
702. Também o membro antena 712 é disposto em uma parte de furo 709
formada na placa 702. Conseqiientemente, a onda eletromagnética S’,
transmitida do chip semicondutor 103_1 (103_2) pode ser confinada na regido
de transmissdo I, definida pela segfo de cerca de furo atravessante 706. Além
disso, a onda eletromagnética S°, confinada na regido de transmisséo I, pode
ser recebida pelo membro antena 712 do chip semicondutor 203_1 (203_2).

Embora nfio mostrado, alguma placa produzida de uma resina
tendo tangente de perda dielétrica tand = aproximadamente 0,001, provoca,
quando a frequéncia de portadora aumenta em 1 GHz de 1 GHz a 100 GHz,
pouca perda e, quando o ganho de passagem na caracteristica de passagem dB
(S (2,1) quando a frequéncia de portadora é 60 GHz (2 Gbps) torna-se
aproximadamente —5 dB. Com um tal exemplo da caracteristicas de reflexéo
de uma placa acabada de ser descrita, uma onda estacionaria de um formato
de onda aparece. Desta maneira, com uma placa feita de uma resina tendo
uma tangente de perda dielétrica tand = 0,001, uma onda estacionaria ¢
provével aparecer, embora a perda seja baixa.

Por outro lado, com o exemplo de caracteristica de passagem e
a caracteristica de reflexdo exemplo da linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 da placa 702 de uma resina epéxi de vidro (que tem uma

tangente de perda dielétrica tand = aproximadamente 0,03), embora ndo
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mostrado, a onda refletida atenua e uma onda estaciondria torna-se menos
provével aparecer. Em resumo, com a placa 702 feita de uma resina ep6xi de
vidro de uma tangente de perda dielétrica tand = 0,03, uma onda estaciondria
é menos provavel aparecer e a perda é grande. Por exemplo, se o
comprimento da linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 na placa
702 (o comprimento da linha de transmiss&o) for aproximadamente de 10 cm,
entfio sua perda de transmissfo é de aproximadamente 31 dB. Tal placa 702
feita de uma resina epoxi de vidro, como acabamos de descrever, nfo foi
utilizada para transmiss#o de sinal na faixa de onda milimétrica no passado.

Entretanto, por exemplo, se a placa 702 tiver uma tangente de
perda dielétrica de aproximadamente 0,03 e exibir grande perda e o
comprimento da linha de transmissfo de sinal de onda milimétrica 9 para L =
aproximadamente de 10 cm, entdo se o chip semicondutor 103, tendo a
unidade de producdo de sinal 107, para transmissdo de sinal de uma onda
milimétrica, e o chip semicondutor 203, tendo a unidade de produgéo de sinal
207 para recepgdo de sinal de uma onda milimétrica, forem montados na
placa 702, entdo intensidade de sinal suficiente para executar um processo de
comunicagiio em placa de onda milimétrica, em comparagdo com o ruido
térmico, pode ser obtida.

No interim, onde a faixa de transmissio da linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 for representada por B Hz, a
constante de Boltzmann por k, a temperatura por T e a poténcia de ruido pelo
ruido térmico por P, a poténcia de ruido P é P =kTB e a poténcia de ruido por
1 GHz é -84 dBm em valor RMS. O valor RMS € obtido de uma voltagem de
ruido térmica de um elemento de resisténcia obtido de uma funcgfo da
resisténcia, temperatura e largura de faixa de frequéncia medida e corrente de
ruido equivalente. Onde for pretendido utilizar os chips semicondutores 103 e
203 para configurar as se¢Bes de amplificagdo 117 e 124 para baixo ruido, por

exemplo, na faixa de 60 GHz, as se¢des de amplificagdo 117 e 124, tendo um
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fator de ruido de aproximadamente 6 dB, podem ser implementadas
prontamente. Onde a unidade de produgéo de sinal 207 para recepgdo de sinal
de uma onda milimétrica for realmente configurada e a margem de 10 dB for
estabelecida, o piso do ruido torna-se —84 dBm + 10 dB + 6 dB = -68 dB.

Além disso, é facil projetar as se¢des de amplificagdo 117 e
124, pelas quais uma saida de 0 dBm é obtida em uma frequéncia de
portadora = 60 GHz, a fim de serem configuradas nos chips semicondutores
103 e 203, respectivamente. Por conseguinte, mesmo se a perda de
transmissdo da linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 na placa
702 feita de uma resina epdxi de vidro for de aproximadamente 30 dB, a
relagio S/N torna-se (0 dBm — 31 dB) — 68 dB = 37 dB e uma relagéo S/N
suficiente para comunicagio em um local da distdncia L da linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 = 10 cm.

Se esta saida dBm for controlada a uma relagdo S/N necessaria
minima, entfio é possivel minimizar a perturbacdo a um circuito periférico
(regifio). Se a tangente de perda dielétrica tand for grande como a placa 702
feita de uma resina ep6xi de vidro, entdo, uma vez que a onda eletromagnética
S’ de uma onda milimétrica que se propaga na linha de transmiss@o de sinal
de onda milimétrica 9 formada na placa 702 atenua na placa, a perturbagéo
para outras partes eletrdnicas que nfo se referem ao sinal pode ser reduzida
significativamente. Também se torna possivel suprimir o consumo de energia
do lado remetente.

Na linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9, que
provoca tal grande perda como descrito acima, quando a frequéncia da
portadora aumenta a perda de transmiss@o aumenta e a onda refletida atenua e
também a ma influéncia de uma onda estaciondria pela onda refletida pode ser
reduzida. Convertendo-se a frequéncia, um sinal de entrada dentro de um
sinal S de uma onda milimétrica por meio das seg¢des de conversdo de

frequéncia 116 e 125, a relagdo de (faixa de sinal) / (frequéncia central) pode
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ser reduzida. Portanto, também se torna facil configurar a unidade de
produgio de sinal 107 para transmissdo de sinal de uma onda milimétrica e a
unidade de produgio de sinal 207 para recepgdo de sinal de uma onda
milimétrica.

Portanto, uma vez que, na linha de transmissdo de sinal de
onda milimétrica 9, que exibe grande perda, a perda de transmissdo aumenta e
a onda refletida atenua quando a frequéncia da portadora aumenta, torna-se
possivel para um sinal de muito elevada velocidade ser transmitido através da
placa 702 da constante dielétrica relativa €, o que provoca grande perda. Além
disso, torna-se possivel realizar um processo de comunicagio de alta
velocidade somente dentro de uma certa faixa local da placa 702 da constante
dielétrica relativa €. Além disso, fora da faixa local da placa 702 tendo a
constante dielétrica € a atenuagdo aumenta e a perturbagfo para outros locais
da placa 702 para comunicagdo e a. parte da placa 702 da constante dielétrica
relativa € que nfo a regiio de comunicagdo podem ser reduzidas
significativamente. Assim, um sistema de transmissdo de um sinal de alta
velocidade que € menos provavel sofrer de perturbacdo ou reflexdo pode ser
implementado.

Por exemplo, também onde uma pluralidade de sistemas de
linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 é provida em tal placa
702 como mostrado nas Figs. 13A e 13B, o efeito de perda contribui. Em
particular, no sistema de transmissdo em placa de onda milimétrica 700,
mostrado nas Figs. 13A e 13B, um sinal S de uma onda milimétrica €
transmitido do chip semicondutor 103 1 (103_2) para o chip semicondutor
203 1 (203 _2) através da linha de transmiss@o de sinal de onda milimétrica
9 1 (9 2). Assim, um sistema em que o sinal S de uma onda milimétrica €
transmitido entre os chips semicondutores 103 1 (103_2) e 203_1 (203_2).
posicionados em diferentes locais independentes da mesma placa 702, €

construido.
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Uma vez que as linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 1 e 9 2 causa grande perda, também a reflexfio atenua. Uma
vez que as linhas de transmiss3o de sinal de onda milimétrica 9_1 e 9_2 s@o
formados na mesma placa 702, um meio de acoplamento 720 é formado entre
as linhas de transmisséo de sinal de onda milimétrica 9_1 e 9_2. Aqui, o meio
de acoplamento 720 significa um meio formado por vazamento de uma onda
milimétrica da linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9_1 do
aparelho de transmissfio em placa de onda milimétrica 701 para a linha de
transmissfo de sinal de onda milimétrica 9 2 através do meio de acoplamento
720 e um espago entre os chips da placa 702.

Entretanto, o vazamento de uma onda milimétrica da linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9_1 do aparelho de transmissdo em
placa de onda milimétrica 701_1 para a linha de transmiss&o de sinal de onda
milimétrica 9 2 do segundo aparelho de transmissdo a bordo de onda
milimétrica 701 2 através do meio de acoplamento 720 € atenuado porque a
perda no lado interno da placa 702 ¢ grande. Além disso, o estado de
acoplamento através de um espago (através do meio de acoplamento 720) ¢
fraco. Conseqilentemente, entre as linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 1 e 9 2, a perturbagio por uma onda milimétrica pode ser
reduzida muitissimo.

Por exemplo, em uma vista em planta esquematica mostrada
na Fig. 13A, o chip semicondutor 103_1 (103_2) e o chip semicondutor
203 1 (203 _2) sdo dispostos em uma relagdo afastada entre si por uma
distancia L (por exemplo, diversos mm a diversas dezenas de cm). A disténcia
L & substancialmente igual ao comprimento da linha de transmissdo de sinal
de onda milimétrica 9. A distdncia do arranjo Lab entre o chip semicondutor
103_1 (203_1) na regido A e o chip semicondutor 103_2 (203_2) na regido B
¢ estabelecida, por exemplo, a aproximadamente trés vezes a distdncia L e o

chip semicondutor 103_1 (103_2) é disposto na regido A, enquanto o chip
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semicondutor 103_2 (203_2) é disposto em uma diregfo transversal da regifo
B. A secfio de cerca de furo atravessante 706 pode ser provida a fim de definir
aregifio A e aregifo B (reportar-se a Fig. 14A).

O meio de acoplamento 720 é formado em um local da
distdncia de arranjo Lab. Entretanto, se a distdncia de arranjo Lab for
estabelecida a aproximadamente trés vezes a distdncia L para espacar o chip
semicondutor 103 1 (203 1) e o chip semicondutor 103_2 (203_2) mais
afastados entre si, entdo mesmo se um sinal S de uma onda milimétrica vazar
de um local entre os chips semicondutores 103_1 e 203_1 para outro local
entre os chips semicondutores 103_2 e 203_2 ele pode ser atenuado a meio
trajeto.

Em tal sistema de transmissdo em placa de onda milimétrica
700 como descrito acima, o estado de acoplamento através do meio de
acoplamento 72 no lado interno da placa 702 e o espago € assim e diante da
placa 702, o que causa grande perda, pode ser reduzido. Os componentes de
acoplamento de uma onda milimétrica pela placa 702 entre as linhas de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 1 e 9 2 podem ser ignorados. Em
comparagiio com uma placa que provoca pequena perda, o isolamento na
comunicacdo bidirecional entre os chips semicondutores 103_1 e 203_1 e
entre os chips semicondutores 103_2 e 203_2 pode ser melhorado
significativamente.

Em resumo, mesmo se a linha de transmissio de sinal de onda
milimétrica 9 1 na regifio A e a linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 2 da regifio B forem acopladas entre si pelo meio de
acoplamento 720, a perda de transmissdo da placa 702 ¢ grande, e os dois
sistemas da linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9_1 e da linha
de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9_2 formados na mesma placa
funcionam como fios de transmissdo substancialmente independentes entre si.

Conseqiientemente, mesmo se transmissdo de sinal de onda milimétrica na
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regidio A e transmissdo de ondas milimétricas na regido B forem realizadas
simultaneamente com a mesma frequéncia, sua interferéncia miitua pode ser
evitada, desse modo implementando um mecanismo para multiplexagdo por
divisdo de espago.

A Fig. 13A mostra um exemplo de montagem da estrutura
mostrada na Fig. 13B. Na mesma placa 702, feita de uma resina epoxi de
vidro que provoca elevada perda, os dois chips semicondutores 103_1 e
203 1 sfo dispostos na regifo A e os chips semicondutores 103_2 e 203_2
sdo dispostos na regifio B. A distincia espacial L_1 entre o chip semicondutor
103 1 e o chip semicondutor 203_1 e a distdncia espacial L_2 entre o chip
semicondutor 103 2 e o chip semicondutor 203_2 sdo diferentes entre si.
Além disso, a distancia do arranjo Lab_1 entre o chip semicondutor 103_1 e o
chip semicondutor 103 2 e a distdncia do arranjo Lab_2 entre o chip
semicondutor 103 2 e o chip semicondutor 203_2 sdo diferentes entre si. As
distancias espaciais I._1 e I._2 sfo diversos mm a diversas dezenas de cm. As
distancia de arranjo Lab_1 e Lab_2 s#o estabelecidas a aproximadamente trés
vezes as distancias espaciais I._1 e L_2, respectivamente. Embora as linhas de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 1 e 9 2 sejam formadas nfo
linearmente (porém em um estado um tanto curvo), isto nfo torna um
obstaculo ao avango de uma onda milimétrica (uma onda eletromagnética).

Também neste exemplo, o meio de acoplamento 720 pode ser
formado em locais das distincias de arranjo Lab_1 e Lab_2. Entretanto, se as
distancias de arranjo Lab 1 e Lab_2 forem estabelecidas a aproximadamente
trés vezes as distincias espaciais L._1 e L2, respectivamente, entdo mesmo se
um sinal S de uma onda milimétrica vazar de um local entre os chips
semicondutores 103 1 e 203_1 para um local entre os chips semicondutores
103 2 e 203 _2, isto pode ser atenuado a meio trajeto. Os componentes de
acoplamento de uma onda milimétrica pelo meio de acoplamento 720 entre as

linhas de transmissfo de sinal de onda milimétrica 9 1 e 9_2 podem ser
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ignorados.

Desta maneira, com o sistema de transmissdo em placa de
onda milimétrica 700, a que a estrutura de transmissfo de onda milimétrica
por divisdio de espago do quarto exemplo € aplicada, o primeiro aparelho de
transmissdo em placa de onda milimétrica 701_1 e o segundo aparelho de
transmissdo de placa de onda milimétrica 701_2 s3o formados sobre a mesma
placa 702 feita de uma resina ep6xi de vidro que provoca grande perda, € um
sinal S de uma onda milimétrica é transmitido pelo chip semicondutor 103_1

para o chip semicondutor 203_1 na regifio A, enquanto outro sinal S da onda

‘milimétrica é transmitido do chip semicondutor 103 2 para o chip

semicondutor 203_2 na regido B, que est4 em um local diferente independente
da placa 702. Neste momento, um componente de acoplamento da onda
milimétrica entre as linhas de transmisséo de sinal de onda milimétrica 9 _1 e
9 2 pela placa 702 pode ser ignorado. Por conseguinte, uma vez que o ajuste
de uma frequéncia de portadora do chip semicondutor 103_1 para o chip
semicondutor 203_1 da regifio A e o ajuste da frequéncia de portadora do chip
semicondutor 103_2 para o chip semicondutor 203_2 da regido B podem ser
tornados os mesmos utilizando-se a perda da placa 702, a reutilizagdo da
frequéncia da portadora ¢ facilitada.

Estrutura de Transmissio de Onda Milimétrica por Divisdo de Espaco: Quinto

Exemplo

As Figs. 15A a 16B mostram um quinto exemplo da estrutura
de transmissio de onda milimétrica por divisdo de espaco da presente forma
de realizacio. Em particular, as Figs. 15A e 15B mostram um exemplo
comparativo com o quinto exemplo e as Figs. 16A e 16B mostram uma
configuracdo geral de uma embalagem semicondutora 20j do quinto exemplo.

No quinto exemplo, um mecanismo da estrutura de
transmissdo de onda milimétrica por divisdo de espago da presente forma de

realizagfio é aplicado & transmissdio de sinal entre uma pluralidade de chips
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semicondutores em uma embalagem semicondutora. Em particular, um
envoltoério (por exemplo, de uma resina moldada) de uma embalagem
semicondutora é considerado como um recinto e uma pluralidade de sistemas
de linhas de transmissio de sinal de onda milimétrica 9, que s&o
independentes entre si, é construida entre uma pluralidade de chips
semicondutores do mesmo recinto. Mais particularmente, o quinto exemplo €
caracterizado pelo fato de que, em uma embalagem semicondutora 20j, uma
pluralidade de chips semicondutores 103 ¢ disposta em uma placa e uma
transmissdo de ondas milimétricas € realizada entre os chips semicondutores
103. Em particular, a transmiss@o de ondas milimétricas ¢ realizada entre os
chips semicondutores 103, embora eles estejam na mesma embalagem, ¢ a
prépria embalagem semicondutora 20j configura um aparelho de transmissao
em dielétrico de onda milimétrica.

A seguir, a fim de facilitar o entendimento do mecanismo do
quinto exemplo, um exemplo comparativo com o quinto exemplo ¢ descrito
primeiro e, em seguida, o quinto exemplo ¢ descrito.

Exemplo Comparativo

As Figs. 15A e 15B mostram uma embalagem semicondutora
20x de um exemplo comparativo a que o quinto exemplo néo € aplicado. Mais
particularmente, a Fig. 15a é uma vista em planta esquemética e a Fig. 15B é
uma vista seccional esquematica. Com referéncia as Figs. 15A e 15B, a
embalagem semicondutora 20x é formada como uma embalagem de multi-
chips, em que uma pluralidade de (trés na figura) chips semicondutores 2_1,
2 2 e 2 3, cada um na forma de um sistema LSI, sdo arranjados em paralelo
em um membro de embalagem tnica. Uma pluralidade de elétrodos almofada
3 é formada na superficie dos chips semicondutores 2_1,2_2 e 2_3.

A secdo transversal € realizada entre os chips semicondutores
2 1e?2 2etambém entre os chips semicondutores 2_1 e 2 _3 e a transmissdo

de sinal ¢ realizada também entre os chips semicondutores 2_2 e 2_3. Os fios
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de ligacdio 7 sfo usados para conex&o para transmissdo de sinal entre os chips
semicondutores 2 1 e 2 2, entre os chips semicondutores 2_1 e 2 3 e entre os
chips semicondutores 2_2 e 2_3. Todos os chips semicondutores 2_1e 2 2 e
2 3 sdo protegidos por uma embalagem LSI de uma resina (por resina de
molde 8) e sio montados em uma placa de interposi¢do 4x (uma placa de
embalagem LSI).

Junto com elevada funcionaliza¢do de um chip LSI de sistema
e aumento da quantidade de dados, o nimero de fios de ligagdo 7 para
conectar diferentes chips LSI de sistema € crescente € um aumento da area de
chip pelo aumento dos elétrodos almofada 3 torna-se um problema. Além
disso, quando a velocidade de comunicag¢do entre diferentes chips LSI de
sistema torna-se elevada, o retardo de fio por alongamento dos fios de ligagéo
7, reflexfio por desigualdade de impedancia e assim em diante torna-se um
problema. Uma vez que os chips LSI de sistema tém que ser conectados
proximamente pelos fios de ligagdo 7, também uma queda do grau de
liberdade no arranjo dos chips LSI do sistema torna-se um problema.

Configuracdo Geral do Quinto Exemplo

As Figs. 16A e 16B mostram uma configuragdo geral de um
quinto exemplo. Em particular, a Fig. 16A ¢ uma vista em planta esquematica
e a Fig. 16B € uma vista seccional esquematica.

A embalagem semicondutora 20j do quinto exemplo € uma
embalagem de multi-chips em que trés chips semicondutores 103_1, 103_2 e
103_3, que permitem transmissdo em dielétrico de onda milimétrica, sdo
arranjados em paralelo dentro de um membro de embalagem tunica. Diferente
do exemplo comparativo, os elétrodos almofada 3 ndo sfio formados na
superficie dos chips semicondutores 103_1, 103_2 ¢ 103_3.

Todos os chips semicondutores 103_1, 103_2 e 103_3 s&o
protegidos por uma embalagem LS1 feita de uma resina (por resina de molde

8) e sdo montados em uma placa de embalagem LSI 4j (em uma placa de
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interposigdo). A resina de molde 8 ¢ formada de um material dielétrico
incluindo um dielétrico que pode transmitir um sinal de onda milimétrica.

Embora nfio mostrado, os terminais de um suprimento de for¢a
e assim em diante, que nio sio um objeto de conversdo de um sinal de onda
milimétrica, sdo colocados de elétrodos almofadas dos chips semicondutores
103 1, 103 2 e 103_3 através de fios de ligagdo similarmente como no
exemplo comparativo.

Em cada um dos chips semicondutores 103_1, 103_2 e 103_3,
uma unidade de funcio LSI 104, uma unidade de produgdo de sinal 107 e uma
secdo de acoplamento de linha de transmissdo 108 sdo estabelecidas. Uma vez
que os chips semicondutores 103_1, 103_2 e 103_3 sdo arranjados em
paralelo em uma embalagem, como as antenas 136, preferivelmente uma
antena tendo diretividade em uma dire¢do planar da placa é usada, embora o
uso de uma antena que tenha uma dire¢iio no sentido da espessura (uma
normal) da placa (por exemplo, um antena embutida) ndo seja excluido.

Além disso, onde aplicagio de multiplexagdo por divisdo de
espago seja considerada, preferivelmente uma antena ¢ usada que tenha
diretividade em um plano X-Y (em um plano bidimensional), ndo em todas as
direcdes do plano bidimensional, mas somente em um, por exemplo, na
direcdo do eixo geométrico X e na dire¢éio do eixo geométrico Y ou, em
outras palavras, que tenha alta diretividade na dire¢éio do eixo geométrico X
ou Y, mas tenha baixa diretividade na outra ou dire¢do perpendicular. Por
exemplo, se uma antena de haste for usada, entdo ela tem diretividade em
todas as direcdes de um plano bidimensional. Entretanto, se uma antena
conformada-F invertido 136j for usada, entfio é possivel que a diretividade
seja tida somente em uma das diregdes dos eixos geométricos X e Y,
dependendo da dire¢dio do arranjo da antena conformada-F invertido 136j.
Isto é baseado no fato de que a antena conformada em F invertido tem

diretividade nio somente na direcio da espessura da placa (na normal: eixo
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geométrico Z), mas também na dire¢io planar perpendicular a diregdo
longitudinal do elemento de irradiacfo, sem ter diretividade na diregéo
longitudinal do elemento de irradiagéo.

Onde uma antena tendo diretividade na direcdo da espessura
(dire¢do normal) da placa (por exemplo, uma antena embutida) for usada, por
exemplo, se tal artificio quanto a prover uma placa refletora na resina de
molde 8, de tal maneira a formar a linha de transmissdo dielétrica 9A, for
feito, entfio a direcfio de avango de uma onda milimétrica pode ser variada a
fim de situar-se entre a antena 136, para elevar a eficiéncia de transmiss3o.

De acordo com o quinto exemplo, entre uma pluralidade de
chips semicondutores 103 da mesma embalagem, uma onda eletromagnética
irradiada pela antena conformada em F invertido 136j propaga-se na linha de
transmissfo dielétrica 9A provida pelo lado interno da resina de molde 8
formada de um material dielétrico. Um sinal de um milimetro é transmitido
através da linha de transmissdo dielétrica 9A entre dois chips semicondutores
103, em que as antenas conformadas em F invertido 136j opdem-se entre si.
Um processo de comunicagdo pode ser executado através da linha de
transmissdo dielétrica 9A formada na resina de molde 8 entre os chips
semicondutores 103.

A linha de transmissfo de sinal de onda milimétrica ao longo
da qual uma onda milimétrica é transmitida nfo é o ar (uma linha de
transmissdo de espago livre), mas é a linha de transmissdo dielétrica 9A
formada utilizando-se a resina de molde 8, formada de um material dielétrico
incluindo um dielétrico que pode transmitir um sinal de onda milimétrica.
Conseqiientemente, embora um grande nimero de fios de ligagdo 7 e
elétrodos almofada 3 sejam requeridos na embalagem semicondutora 20x do
exemplo comparativo, o nimero de fios de ligagdio 7 e elétrodos almofada 3
pode ser reduzido significativamente. Conseqiientemente, a area de chip pode

ser reduzida e o custo do chip pode ser reduzido. Além disso, uma vez que o
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grau de liberdade do arranjo de chip aumente, também aumento do projeto do
recinto pode ser antecipado. Além disso, substituindo-se a transmissfo de
sinal pelos fios elétricos, que utilizam os fios de ligagdo 7 e os elétrodos
almofada 3, com transmissfo de um sinal de onda milimétrica, os problemas
de retardo de linha e a desigualdade de impedéncia podem ser eliminados.

Além disso, arranjando-se a antena 136 e as linhas de
transmissio de sinal de onda milimétrica 9, a fim de ter-se diretividade em
uma direcfo para um lugar entre as antenas que sdo opostas entre si em um
plano bidimensional, multiplexa¢fo por divisdo de espago pode ser aplicada.
Por exemplo, combinando-se a antena conformada em F invertida 136j, que
tem diretividade em uma das dire¢des perpendiculares em um plano,
multiplexagdio por divisdo de espago pode ser aplicada facilmente. Em
particular, procedimentos de comunicagfo independente entre si podem ser
realizados ao mesmo tempo com a mesma frequéncia entre a antena
conformada em F invertido 136j, disposta em uma relagdo de oposi¢do entre
si na resina de molde 8, que forma a linha de transmiss@o de sinal de onda
milimétrica 9 (linha de transmissdo dielétrica 9A). Assim, uma pluralidade de
sistemas de linhas de transmissdo dielétrica 9A, independentes entre si, pode
ser configurada entre a antena conformada em F invertido 136, disposta em
uma relagdo de oposigdo entre si.

Estrutura de Transmissio de Onda Milimétrica por Divisdo de Espac¢o: Sexto

exemplo

As Figs. 17A a 18C mostram um sexto exemplo da estrutura
de transmissdo de onda milimétrica por divisdo de espago da presente forma
de realizacdo. Em particular, as Figs. 17A e 17B mostram um exemplo
comparativo com o sexto exemplo e as Figs. 18A a 18C mostram uma
configuragio geral do sistema de transmissdo em dielétrico de onda
milimétrica 600k do sexto exemplo.

No sexto exemplo, o mecanismo de transmiss@o de ondas
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milimétricas por divisdo de espago da presente forma de realizagéo € aplicado
3 transmiss3o de sinal entre uma pluralidade de embalagem semicondutora
(que podem ter qualquer nmimero de chips semicondutores em seu lado
interno). Cada uma das embalagens semicondutoras € considerada como um
aparelho e uma pluralidade de sistemas de linhas de transmissdo de sinal de
onda milimétrica 9, que sio independentes entre si nos diferentes aparelhos
(embalagem semicondutora) sfo construidos. Em particular, o sexto exemplo
é caracterizado pelo fato de que as duas embalagem semicondutora 20j_1 e
20j_2 do quinto exemplo em que uma pluralidade de chips semicondutores
103, que podem transmitir uma onda milimétrica, é disposta em uma relagéo
de oposi¢io entre si e a transmissdo de ondas milimétricas € realizada entre as
embalagens semicondutoras 20j_1 e 20j_2 (entre os chips semicondutores 103
das embalagens semicondutoras 20j_ 1 e 20j_2). Transmissfo de ondas
milimétricas é realizada entre os chips semicondutores 103 das diferentes
embalagens e uma linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 ¢
formada entre as embalagens semicondutoras 20j_1 e 20j_2 dispostos em uma
relagdo de oposigdo entre si.

A seguir, a fim de facilitar o entendimento do mecanismo do
sexto exemplo, um exemplo comparativo com o sexto exemplo ¢ descrito
primeiro e entfo o sexto exemplo € descrito.

Exemplo Comparativo

As Figs. 17A e 17B mostram um aparelho eletrénico 600x do
exemplo comparativo a que o sexto exemplo ndo é aplicado. O aparelho
eletrénico 600x é configurado de modo que as embalagens semicondutoras
20x_1 e 20x_2 sfo colocadas um sobre o outro. Em outras palavras, duas
embalagens de multi-chips sfio dispostas em uma relagdo superposta
ascendente e descendente. O aparelho eletronico 600x inclui uma pluralidade
dos (dois na figura) semicondutores 2_1 e 2_2, dispostos em cada uma das

embalagens semicondutoras 20x_1 e 20x_2.
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Similarmente como nas Figs. 15A e 15B, para transmissdo de
dados nas embalagens semicondutoras 20x_1 e 20x 2, cada um dos chips
semicondutores 2 1 e 2 2 de cada um das embalagens semicondutoras 20x_1
e 20x_2 tem uma pluralidade de elétrodos almofada 3 formados sobre sua
superficie, e fios de ligagdo 7 sdo usados para conexfo para transmissdo de
sinal. No interim, para transmissdo de dados entre as embalagens
semicondutoras 20x 1 e 20x_2, um conector 14 é provido em cada uma das
placas 4x 1 e 4x 2 e uma placa de transmisséo de dados 15x (que pode de
outro modo ser um cabo 15) € conectada entre os conectores 14.

Em uma tal configuracdo do exemplo comparativo como
descrito acima, é necessario realizar transmissio de dados entre as
embalagens semicondutoras 20x através dos conectores 14 e a placa de
transmissio de dados 15x. Portanto, o exemplo comparativo tem problemas
de complicagdo de colocagdo de fios de transmissfo de alta velocidade,
dificuldade de um conector em lidar com uma alta velocidade e queda do grau
de arranjo.

Configuracdo Geral do Sexto Exemplo

As Figs. 18A a 18C mostram uma configuracdo geral do
sistema de transmissio em-dielétrico de onda milimétrica 600k (aparelho
eletrdnico) de acordo com o sexto exemplo. Em particular, a Fig. 18A € uma
vista em planta esquemadtica e as Figs. 18B e 18C s@o vistas seccionais
esquematicas. Como pode ser reconhecido pela comparagdo com a
embalagem semicondutora 20j do quinto exemplo mostrado nas Figs. 16a e
16B, o sistema de transmissdo em-dielétrico de onda milimétrica 600k &
configurado de modo que uma pluralidade de embalagem semicondutora
28j 1 e 20j_2 de acordo com o quinto exemplo, sdo colocados um sobre o
outro em uma relagfo afastada por uma distdncia de embalagens h entre si.
Em particular, duas embalagens de multi-chips, a que o quinto exemplo é

aplicado, sfo colocados em uma relacdo de sobreposi¢do ascendente e
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descendente entre si.

Uma linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9, que
¢ um trajeto de propagagdo para uma onda milimétrica, ¢ formada entre as
embalagens semicondutoras 20j_1 e 20j 2. Embora a linha de transmissdo de
sinal de onda milimétrica 9 possa ser um trajeto de transmissdo de espaco
livre, preferivelmente é formada de uma estrutura de guia de ondas tendo uma
estrutura de confinamento de onda milimétrica, tal como um canal de guia de
ondas, um trajeto de linha de transmissfio, uma linha dielétrica ou o lado
interno de um dielétrico, de modo que possa ter uma caracteristica de que uma
onda eletromagnética da faixa de onda milimétrica ¢é transmitida
eficientemente. Por exemplo, a linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica 9 deve ser formada como uma linha de transmissdo dielétrica 9A
configurada de um material dielétrico que tenha uma constante dielétrica
relativa dentro de uma faixa fixa e uma tangente de perda dielétrica dentro de
uma faixa fixa.

A “faixa fixa” pode ser qualquer faixa dentro da qual um efeito
da presente forma de realizagdo pode ser conseguido pela constante dielétrica
ou a tangente de perda dielétrica ou o material dielétrico e um valor
determinado antecipadamente pode ser aplicado a faixa fixa. Em particular,
como o material dielétrico, um material que pode transmitir um sinal de onda
milimétrica e tenha uma caracteristica com que o efeito da presente forma de
realiza¢fio é conseguido pode ser aplicado. Embora a faixa fixa ndo possa
necessariamente ser determinada definitivamente, a faixa fixa é determinada
da seguinte maneira como um exemplo.

A fim de transmitir um sinal de uma onda milimétrica em uma
alta velocidade na linha de transmiss&o dielétrica 9A, é desejado estabelecer a
constante dielétrica do material dielétrico a aproximadamente 2 a 10
(preferivelmente 3 a 6) e estabelecer a tangente de perda dielétrica do material

dielétrico a aproximadamente 0,00001 a 0,01 (preferivelmente 0,00001 a
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0,001). Como um material dielétrico que satisfaz tais condi¢Bes como
acabamos de descrever, por exemplo, um material configurado de material
baseado em resina acrilica, baseado em resina de uretano, baseado em resina
epdxi, baseado em silicone, baseado em poliimida ou baseado em resina de
cianoacrilato pode ser usado. Deve ser citado que, como a linha de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 tendo uma configuragdo em que
um sinal de onda milimétrica é confinado na linha de transmissdo de onda
milimétrica 9, nfo somente a linha de transmiss&o dielétrica mas também um
guia de ondas oco, em que a periferia da linha de transmisséo € circundada
por um material de blindagem e o lado interno da linha de transmiss&o € oco,
pode ser aplicado.

A antena conformada em F invertido 136j da embalagem
semicondutora 20j tem diretividade nfo somente em uma dire¢do do plano de
placa (diregdo horizontal: no presente exemplo, a direg¢&o do eixo geométrico-
X), mas também um uma direcdo da espessura da placa (diregéo vertical: a
direcdo do eixo geométrico-Z). Por conseguinte, também a transmisséo de um
sinal de onda milimétrica entre os chips semicondutores 103, montados sobre
as embalagens semicondutoras 20j_1 e 20j_2, dispostos em paralelo ¢ em uma
relacdo de encamada entre si, é realizada entre as embalagens semicondutoras
20j 1e20j 2.

Isto é conveniente onde uma antena conformada em F
invertido 136j é usada para realizar transmissfo de ondas milimétricas néo
somente entre os chips justapostos em uma dire¢do de plano de placa, mas
também entre os chips dispostos em uma relagdo de oposigdo entre si. Em
particular, antena do mesmo formato pode ser usada para realizar
comunicacgio de diregdo horizontal e comunicagdo de diregdo vertical e uma
vez que a antena comum pode ser usada para comunicagfo dentro de uma
embalagem e entre embalagens, ha a vantagem de que a configuragdo ¢

simplificada. Entretanto, isto ndo é preferivel onde multiplexag&o por divisdo
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de espaco, em que diferentes procedimentos de comunicag@o independentes
entre si sio realizados ao mesmo tempo com a mesma frequéncia, € realizada.

Como uma contramedida contra isto, para transmisso de sinal
de onda milimétrica entre chips dispostos em uma relagdo oposta entre si,
uma antena tendo alta diretividade na direcio ¢ usada. Aqui, a antena
embutida 136k1 € usada como um exemplo.

Onde a antena conformada em F invertido 136j for usada para
transmissio de sinal de onda milimétrica entre chips justapostos em uma
direcio de plano de placa como mostrado nas Figs. 18A e 18B, um membro
de bloqueio de onda milimétrica MY ¢é provido para as outras dire¢des que
ndo a direcio em que os chips séo justapostos, de modo que a transmisséo de
sinal de onda milimétrica pode nfo ser realizado em qualquer diregéo
indesejada.

Ou, ndo a antena conformada em F invertido 136j, mas uma
antena tendo diretividade em somente uma diregdio planar de placa (direcdo
horizontal) pode ser usada para transmiss#o de sinal de onda milimétrica entre
chips justapostos em uma diregdo de plano de placa como mostrado na Fig.
18C. Por exemplo, uma antena linear 136k2, que permanece verticalmente
com respeito ao chip semicondutor 103 (por exemplo, uma antena de haste)
pode ser usada. A antena linear 136k2 n#o tem (nula) diretividade na diregdo
vertical e nfo realiza comunicacfio de onda milimétrica entre chips dispostos
em uma relacdo de oposicdo entre si. Além disso, uma vez que a antena linear
136k2 tem diretividade perpendicular aquela da antena embutida 136Kkl,
disposta no mesmo plano, basicamente ela nfo realiza comunica¢do de onda
milimétrica. Deve ser citado que um membro de bloqueio de onda milimétrica
MY deve ser colocado entre a antena embutida 136k1 e a antena linear 136k2
no mesmo chip por meio de precaugdio para evitar comunicagdo de onda
milimétrica entre elas com certeza.

Com o sistema de transmissdo em-dielétrico de onda
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milimétrica 600k do sexto exemplo, transferéncia de dados entre embalagens
de multi-chips, em cada um dos quais uma pluralidade de chips
semicondutores 103 (que sdo LSIs de sistema) ¢ disposta, ¢ realizada usando-
se uma onda milimétrica. Além disso, multiplexagdo por divisdo de espago
pode ser aplicada em um espago tridimensional.

A linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9, em que
uma onda milimétrica € transmitida, é uma linha de transmissdo de espago
livre, ou uma linha de transmissdo dielétrica ou um guia de ondas oco, que
tém uma fun¢do de onda milimétrica confinante. Embora muitos conectores
14 e muitas placas de transmissfo de dados 15x sejam necessarias no aparelho
eletronico 600x do exemplo comparativo para transmissdo de sinal entre
embalagens, eles podem ser reduzidos no aparelho eletrénico 600x do sexto
exemplo. Conseqiientemente, os problemas de complica¢do de colocagdo dos
fios de transmissdo de alta velocidade, dificuldade .de um conector em lidar
com uma alta velocidade e queda do grau de arranjo séo resolvidos.

Estrutura de Transmissio de Onda Milimétrica por Divisio de Espacos As

Figs. 19A e 19B mostram um sétimo exemplo da estrutura de transmissdo de
onda milimétrica por divisdo de espago da presente forma de realizagdo. No
sétimo exemplo, o mecanismo da transmissdo de ondas milimétricas por
divisio de espago da presente forma de realizagdo € aplicada a uma
transmissdo de sinal entre uma pluralidade de placas impressas em um recinto
de um aparelho. Mais particularmente, o sétimo exemplo € configurado de
modo que um membro de conexo (membro de suporte) provido de modo que
uma placa substancialmente suporte a outra placa ¢ utilizado como uma linha
de transmissio de sinal de onda milimétrica 9. Particularmente, onde uma
pluralidade de membros de conex&o existe, eles sdo utilizados como a linha
de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9, para implementar a
multiplexagdo por divisdo de espago.

Aqui, “uma placa substancialmente suporta a outra placa” €
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baseado no fato de que ndo importa em qual das dire¢Ses horizontal e vertical
as placas sejam dispostas. Por exemplo, se um membro de conexio for
provido entre uma pluralidade de placas em um estado em que as placas sdo
dispostas em uma dire¢do horizontal (arranjo transversal) com respeito a
superficie da terra, entdo a placa lateral inferior suporta a placa do lado
superior. Ao contrario, onde um membro de conexdo for provido entre uma
pluralidade de placas em um estado em que as placas sfo dispostas em uma
direcdo vertical (arranjo longitudinal) com respeito a superficie da terra,
embora nfo possa rigorosamente ser considerado que a placa do lado direito
suporta a placa do lado esquerdo (ou vice-versa), também isto ¢ incluido no
modo do sétimo exemplo.

Exemplo Comparativo

A Fig. 19A mostra uma configuragio geral (em uma vista em
perspectiva) de um aparelho de um exemplo comparativo a-que o sétimo
exemplo ndo é aplicado. O aparelho de transmissio de dados 800x do
exemplo comparativo inclui duas placas impressas 802_1 e 802_2 e quatro
membros de fixacio 893 para suporte comum. As placas impressas 802_1 e
802 2 sio montadas em paralelo entre si pelos membros de fixagdo 893 nos
quatro cantos das placas impressas 802_1 e 802_2. Para a fixagfo, um furo
atravessante 894 de um formato arbitrario é perfurado em cada um dos quatro
cantos das placas impressas 802_1 e 802_2 e os membros de fixagdo 893 sdo
montados aos furos atravessantes 894 nos quatro cantos, de tal maneira que
eles sejam intercalados pelas placas impressas 802_1 e 802_2.

Uma segfio de fungdo LSI 804 _1 e um conector 896_1 séo
providos na placa impressa 802_1 e conectados entre si por fio elétrico 898_1.
Outra secdo de fungdo LSI 804 1 e outro conector 896_2 sfo providos na
placa impressa 802_2 e conectados entre si pelos fios elétricos 898_2. Um
cabo 899 & conectado entre o conector 896 1 da placa impressa 802_1 e o

conector 896 2 da placa impressa 802_2.
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O aparelho de transmissfio de dados 800x é configurado
similarmente ao aparetho eletrénico 600x mostrado nas Figs. 17A e 17B e a
transmissdo de dados é executada através dos conectores 896, providos nas
placas impressas 802 _1 e 802_2 e o cabo 899. Com uma tal configuragdo
como acabada de ser descrita, a transferéncia de dados entre as placas tem que
ser realizada através dos conectores 96 e o cabo 899. Portanto, o exemplo
comparativo tem problemas de complicagdo de assentamento dos fios de
transmissio de alta velocidade e dificuldade de um conector e um cabo em
lidar com uma alta velocidade.

Configuracdo Geral do Sétimo Exemplo

A Fig. 19B mostra uma configuragéio geral (em uma vista em
perspectiva) de um aparelho de transmissdo de dados 800m de um sétimo
exemplo. Embora o sétimo exemplo seja similar ao sexto exemplo pelo fato
de uma pluralidade de placas sobre as quais chips semicondutores s&o
montados serem colocadas uma sobre a outra, é diferente pelo fato de uma
linha de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 ser configurado usando-se
um membro de fixacio que é um exemplo de um membro de conexdo. Aqui, a
fim de aplicar multiplexagdo por divisdo de espago, uma linha de transmiss&o
de sinal de onda milimétrica 9 é configurada em diversos numeros arbitrarios
(que so dois no minimo e ¢ igual ao nimero de membros de fixa¢do 831 no
méaximo) de diversos dentre uma pluralidade de membros de fixa¢éo 831 para
conectar as placas impressas 802. No presente exemplo, os membros de
fixacdo 831, dispostos nos quatro cantos (uma pluralidade) das placas
impressas 802 1 e 802_2 sfo usados como as linhas de transmiss&o de sinal
de onda milimétrica 9. Os membros de fixagfo 831 sfo independentes entre si
e, se os membros de fixacdio 831 forem utilizados para formar as linhas de
transmissdo de sinal de onda milimétrica 9, entfo as linhas de transmissdo de
sinal de onda milimétrica 9 tornam-se independentes entre si e a

multiplexagdo por divisdo de espago, pela qual a transmissdo de sinal de onda
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milimétrica pode ser realizada a0 mesmo tempo com a Unica frequéncia, ¢
implementada.

A fim de implementar a transmissdo de sinal de onda
milimétrica, uma se¢do de produciio de sinal 807, similar a unidade de
produgdo de sinal 107, é provida no estagio sucessivo a se¢do de fungéo LSI
804. Embora, nas Figs. 19A e 19B, a se¢fo de fung@io LSI 804 e a segéo de
producio de sinal 807 sejam formadas como blocos separados,
preferivelmente elas sdo integradas em um unico chip, de modo que elas nao
sdo conectados entre si pelos fios elétricos 898. As placas impressas 802 1 e
802 2 tém um tamanho de, por exemplo, um comprimento H, uma largura W
e uma espessura t.

Um sinal de onda milimétrica, produzido pela secdo de
producdo de sinal 807, é acoplado aos membros de fixagdo 831, dentro dos
quais a linha de transmiss&o de sinal de onda milimétrica 9 ¢ formada, através
das linhas de transmissdo 811. As linhas de transmissdo 811 podem ser
formadas como linhas de tarja, linhas de microtarja, linhas coplanares ou
linhas de intervalo na placa impressa 802.

No presente exemplo, no lado superior da placa impressa
802 1, as linhas de transmissdio 811 sdo dispostas na superficie (a parte da
face receptora) da placa impressa 802_1. No interim, na placa impressa lateral
inferior 802_2, as linhas de transmiss&o 811 sfo dispostas na face traseira (a
face nfo receptora de parte) da placa impressa 802 2 e nas linhas de
transmissdo 811 da face traseira e a secdo de produgio de sinal 807 da face da
frente sdo conectadas através de furos atravessantes 812.

Uma parte de acoplamento de antena 832 ¢é disposta na linha
de transmissdo 811 adjacente ao membro de fixagdo 831. A parte de
acoplamento de antena 832 acopla um sinal de uma onda milimétrica
transmitida para ela pela segfo de producdo de sinal 807, através da linha de

transmissdo 811 a uma extremidade do membro de fixag@o 831. Por exemplo,
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a parte de acoplamento de antena 832 converte um sinal de uma onda
milimétrica dentro de uma onda eletromagnética e irradia a onda
eletromagnética para o membro de fixag@o 831 no lado interno do qual a linha
de transmissdo de sinal de onda milimétrica 9 é formada.

Embora cada um dos membros de fixacdo 831 possa ser
formado oco, preferivelmente ele é cheio com um material dielétrico formado
de uma resina, tal como uma resina baseada em epdxi de vidro, baseada em
acrilico ou baseada em polietileno, a fim de formar uma linha de transmiss&o
dielétrica 9A. Neste exemplo, o0 membro de fixagéo 831 é formado usando-se
um membro barreira de resina moldado, por exemplo, em uma forma
cilindrica. O membro de fixagdo 831 pode ser coberto com um membro de
bloqueio de onda milimétrica em torno dele. Formando-se a linha de
transmissdo dielétrica 9A, em que um material dielétrico ¢ enchido, seu
didmetro pode ser reduzido. Deve ser citado que, a fim de transmitir uma
onda milimétrica eficientemente, preferivelmente o material dielétrico
provoca perda tdo baixa quanto possivel. No interim, a fim de suprimir uma
ma influéncia de reflexdo, o material dielétrico preferivelmente provoca
alguma perda. Onde o lado interno do membro de fixa¢do 831 € formado
como uma cavidade, por exemplo, um membro barreira metalico de um
formato cilindrico (um canal metalico) pode ser usado.

Por exemplo, um caso em que uma linha de microtarja €
aplicada as linhas de transmissdo 811 é descrito. Embora o membro de
fixacdo 831 e a parte de acoplamento de antena 832 sdo montados de tal
maneira de modo a intercalar a placa impressa 802 entre eles, uma abertura
(neste exemplo, a abertura pode ser oca ou um dielétrico pode ser enchido na
abertura) é formada na parte de encaixe entre eles. Em posi¢des montadas da
placa impressa 802 e o membro de fixagdo 831 e parte de acoplamento de
antena 832. uma extremidade das linhas de transmissio 811 (linhas de

microtarja) é provida nas proximidades de uma parte central da abertura da
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parte de encaixe. A extremidade das linhas de transmissdo 811 ¢ em seguida
referida como uma parte de converséo de sinal.

Por exemplo, a abertura é tornada uma cavidade para formar
um tubo de guia de ondas e um furo atravessante € perfurado na placa
impressa 802 em torno do tubo de guia de ondas. Uma parte de extremidade
do membro de fixacdo 831 é encaixada no furo atravessante. Uma parte de
terminacdo de linha de transmissfo dielétrica 830 (bloco curto) é montada a
parte extrema cilindrica do membro de fixagdo 831. A parte terminando na
linha de transmissfo dielétrica 830 tem um membro tampa (tendo um formato
de um boné ou um chapéu) com um teto e é montado (por meio de um
parafuso) em uma parte de extremidade superior do membro de fixagdo 831,
de modo que ela reflete uma onda eletromagnética irradiada pela linha de
transmissdo 811 ao tubo de guia de ondas. Além disso, o molde de formag&o
831 é montado em uma sua extremidade a placa impressa 802.

Onde a distincia entre a placa impressa 802 e a face de teto,
quando a parte terminando na linha de transmissdo dielétrica 830 ¢
aparafusada no membro de fixagdo 831, ¢ representada por D2, a distancia D2
é estabelecida em um quarto do comprimento de onda A de um sinal de uma
onda milimétrica no ar. Ajustando-se a distdncia D2, de modo que a onda
eletromagnética possa ser intensificada, um sinal de uma onda milimétrica
pode ser convertido em uma onda eletromagnética eficientemente.

Onde o aparelho de transmissdo de dados 800m for
configurado de tal maneira como descrito acima, a parte de acoplamento de
antena 813 acopla um sinal de uma onda milimétrica transmitido para ela pela
secdo de produgdo de sinal 807, através da linha de transmissdo 811 a uma
extremidade do membro de fixagdo 831. Conseqiientemente, uma onda
eletromagnética baseada em um sinal de uma onda milimétrica recebida de
uma extremidade do membro de fixagdo 831, que forma a linha de

transmissdo de sinal de onda milimétrica 9, pode ser transmitida para a outra
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extremidade do membro de fixagdo 831. Conseqiientemente, a transmissdo de
sinal por um sinal de onda milimétrica entre as placas impressas 802_1 e
802 2 pode ser implementada.

Estrutura de Transmissdo de Onda Milimétrica por Divisdo de Espago: oitavo

exemplo

As Figs. 20A e 20B mostram um oitavo exemplo da estrutura
de transmissdo de onda milimétrica por divisdo de espago da presente forma
de realizacdo. No aparelho de transmissdo de dados 800n do oitavo exemplo,
a multiplexagfio por divisio de espago da onda milimétrica na transmissdo em
placa do quarto exemplo € aplicada a transmissdo de sinal entre os chips de
cada um de uma pluralidade de placas impressas 802 com base no sétimo
exemplo.

A Fig. 20A ilustra uma situagfo em que a multiplexagdo por
divisdo de espaco & aplicada por cada uma das diversas placas impressas 802.
Esta propria figura é similar 4 vista em planta esquematica mostrada na Fig.
13A. Por exemplo, um chip semicondutor 103_1 (103_2) e outro chip
semicondutor 203 1 (203_2) sdo dispostos em uma relagdo afastada entre si
por uma distincia L (por exemplo, aproximadamente diversos mm a diversas
dezenas de cm). A distdncia de arranjo Lab entre o chip semicondutor 103_1
(203_1) na regifio A e o chip semicondutor 103_2 (203_2) na regido B ¢
estabelecida, por exemplo, a aproximadamente trés vezes a distdncia L, e o
chip semicondutor 103_1 (103_2) ¢ disposto na regido A, enquanto o chip
semicondutor 103_2 (203_2) ¢ disposto lateralmente ao chip semicondutor
103 2 (203 _2) naregido B.

Embora o meio de acoplamento 720 seja formado no local da
distancia de arranjo Lab, pelo ajuste da distdncia de arranjo Lab a
aproximadamente trés vezes a distancia L;, a interferéncia da transmissdo de
sinal de onda milimétrica entre os chips semicondutores 103_1 e 203_1 na

regifio A e os chips semicondutores 103_2 e 203_2 na regifio B pode ser
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evitada. Mesmo se a transmissio de ondas milimétricas na regido A e
transmissdo de sinal de onda milimétrica na regido B forem realizadas ao
mesmo tempo com a mesma frequéncia, interferéncia mutua pode ser evitada
e o mecanismo de multiplexa¢do por divisdo de espago ¢ implementado.

A Fig. 20B ilustra uma situacdo em que a multiplexagdo por
divisfo de espago € aplicada entre uma pluralidade de placas impressas 802.
Esta figura mostra o arranjo da vista em perspectiva da Fig. 19B em uma
forma modificada como uma vista elevacional lateral. Com referéncia a Fig.
20B, para transmiss3o de sinal entre as placas impressas 802, os diversos
ntmeros arbitrarios (dois no minimo e é igual ao numero de membros de
fixacdo 831 no méximo) dos de uma pluralidade de membros de fixagdo 331
sfo utilizados para aplicar a multiplexagdo por divisdo de espago.

Os mecanismos individuais s8o tais como descritos acima com
relacfio aos quarto e sétimo exemplos. Aqui, os pontos especificos particulares
ao oitavo exemplo sfo considerados. Como descrito acima em conexao com O
quarto exemplo, a fim de eficazmente implementar transmissdo de sinal de
onda milimétrica em uma placa, € importante formar as placas do material
dielétrico que provoca alguma perda. Em particular, embora seja impossivel
decidir com certeza, dependendo da distancia de transmissdo, € geralmente
considerado que o material dielétrico da placa impressa 802 preferivelmente
provoque mais elevada perda do que o material dielétrico da linha de
transmissio dielétrica 9A, que utiliza o membro de fixagdo 831 a que o sétimo
exemplo € aplicado.

Embora a presente invenc¢do tenha sido descrita com relagdo a
sua forma de realiza¢do preferida, o escopo técnico da presente invengdo ndo
¢ limitado a descri¢do precedente de sua forma de realizacdo preferida. A
forma de realiza¢do descrita acima pode ser alterada ou modificada sem
desvio do assunto da presente invengdo e tais formas alteradas ou modificadas

serfo incluidas no escopo técnico da presente invengao.
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Além disso, a forma de realizacio descrita acima nfo restringe
a invencfio como definida nas reivindicagdes e todas as combinagSes dos
aspectos descritos na descricdo da forma de realizagdo podem nao
necessariamente ser essenciais aos meios de resolver da presente invengdo. A
forma de realizacfio descrita acima inclui varios estdgios da inveng@o e vdrias
invencdes podem ser extraidas por combinagdes adequadas de uma
pluralidade de aspectos descritos aqui. Na medida em que um efeito similar ¢
conseguido, mesmo se alguns aspectos forem deletados de todos os aspectos
indicados pela forma de realizagdo, uma configuragdo que ndo inclua os
aspectos deletados pode ser extraida como uma forma de realizagdo da
presente invengao.

Como visto pelos varios exemplos da estrutura de transmissédo
de onda milimétrica por divisdio de espago descritos acima, o mecanismo da
estrutura de transmissdo de onda milimétrica por divisdo de espago da
presente forma de realizagio pode ser aplicado em vérias formas e os
exemplos sfio simples exemplos particulares de tais formas. Entretanto, em
um tal espaco em que a faixa de transmiss@o nfo pode ser limitada quando em
comunicacdo no ar aberto, uma pluralidade de fios de transmisséo
independentes nio pode ser construida. A este respeito, o objeto da aplicagéo
da presente invengio ¢ comunicagdo sem fio dentro de uma faixa mais estreita
do que a distincia entre os aparelhos de comunicagdo que s@o usados na
radiodifusdo ou em comunicagfo sem fio geral.

Portanto, a comunicagdo sem fio pode ser realizada dentro de
uma faixa dentro da qual a faixa de transmissfdo pode ser restringida e um
exemplo tipico de aplicagdo da presente invengdo € uma aplicagdo a
transmissdo sem fio (transmissio de ondas milimétricas), por exemplo, dentro
de um caixa (recinto) de um aparelho eletrénico. Entretanto, a aplicagfo néo ¢é
limitada a isto. Por exemplo, parece possivel construir-se, para transmisséo de

sinal entre equipamentos elétricos de um carro, um sistema de transmisséo de
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onda milimétrica no carro e aplicar o mecanismo de transmissdo de ondas
milimétricas por divisio de espago na presente forma de realizagdo. Além
disso, também ¢é possivel expandir a faixa de transmissdo, de modo que para
transmissdo de sinal de um aparelho eletrénico em uma casa ou outro prédio,
isto é, no lado interno de uma parede, um sistema de transmissdo de onda
milimétrica no lado interno da parede € construido e o mecanismo de
transmiss3o de ondas milimétricas por divisfo de espago na presente forma de
realizacdo € aplicado.

A presente aplicagdo contém assunto relacionado com aquele
descrito no Pedido de Patente de Prioridade Japonés JP 2009-187711,
depositado no Japan Patent Office em 13 de agosto de 2009, cujo inteiro

conteudo € por este meio incorporado por referéncia.
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REIVINDICACOES

1. Sistema de transmissdo sem fio, caracterizado pelo fato de
compreender:

uma pluralidade de sistemas de linhas de transmisséo de sinal
de onda milimétrica, capazes de individualmente transmitir informagdes em
uma faixa de onda milimétrica, independentemente entre si;

uma seco de envio disposta em um lado de extremidade de
cada um dos diversos sistemas de linhas de transmissfo de sinal de onda
milimétrica; e

uma se¢io de recepgdo disposta no outro lado de extremidade
de cada um dos diversos sistemas de linhas de transmisséo de sinal de onda
milimétrica;

dita secfio de envio sendo adaptada para converter um sinal de
um objeto de transmissdo em um sinal de onda milimétrica e suprir o sinal de
onda milimétrica a dita linha de transmisséo de sinal milimétrico;

dita se¢do de recepgdo sendo adaptada para receber o sinal de
onda milimétrica transmitido para ela através de dita linha de transmissdo de
sinal de onda milimétrica e converter o sinal de onda milimétrica recebido no
sinal do objeto de transmissao.

2. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a
reivindicacgfio 1, caracterizado pelo fato de compreender:

um primeiro aparelho de comunicagfo incluindo as segdes de
envio e as se¢des de recepgdo acomodadas em um mesmo recinto; €

um segundo aparelho de comunicagiio diferente de dito
primeiro aparelho de comunicago e incluindo as seg3es de envio e as se¢des
de recepgiio acomodadas em um mesmo recinto;

um primeiro sistema entre os diversos sistemas de linhas de
transmissdo de sinal de onda milimétrica sendo dispostos entre dita se¢do de

envio e dito primeiro aparelho de comunicagdo e dita segdo de recepgéo de
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dito segundo aparelho de comunicagéo;

um segundo sistema, diferente do primeiro sistema, dentre os
diversos sistemas de linhas de transmisso de sinal de onda milimétrica sendo
dispostos entre dita se¢fo de envio de dito segundo aparelho de comunicag&o
e dita sec¢do de recepgdo de dito primeiro aparelho de comunicagio;

transmissdo bidirecional totalmente plena sendo realizada
entre dito primeiro aparelho de comunicagdo e dito segundo aparelho de
comunicacio, empregando-se sinais de onda milimétricas dentro de uma
mesma faixa de frequéncia para transmissdo e recepgio.

3. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a
reivindicagdo 2, caracterizado pelo fato de

dito primeiro aparelho de comunicagfio ser configurado de
modo que dito segundo aparelho de comunicagdo possa ser montado no
mesmo, e

dito segundo aparetho de comunicacéo ¢ configurado de modo
que dito segundo aparelho de comunicagdo é montado na estrutura de
montagem do primeiro aparelho de comunicac@o, em um estado de modo que
ditas linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica sejam arranjadas para
transmisso de informagdo na faixa de onda milimétrica entre dito segundo
aparelho de comunicagfo e dito primeiro aparelho de comunicagio, o sinal de
onda milimétrica dentro do qual o sinal do objeto de transmiss&o é convertido
¢ transmitido através dos diversos sistemas de linhas de transmissdo de sinal
de ondas milimétricas entre dito primeiro aparelho de comunicagdo e dito
segundo aparelho de comunicago.

4. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a
reivindicago 2, caracterizado pelo fato de

as se¢bes de envio de ditos primeiro e segundo aparelhos de
comunicac¢do incluirem uma se¢fo de processamento de multiplexagfo para

transmitir sinais N (sendo um inteiro positivo igual a ou maior do que dois) de
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um objeto de transmissdo coletivamente como um sistema de sinais por um
processo de divisdo de tempo, e

as se¢des de recep¢o de ditos primeiro e segundo aparelhos
de comunicac¢do incluirem uma se¢do de processamento de unifica¢do para
transmitir os N sinais do objeto de transmisséo coletivamente como um
sistema dos sinais por um processo de divisdo de tempo.

5. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a
reivindicacdo 2,

caracterizado pelo fato de as se¢Bes de envio de ditos primeiro

e segundo aparelhos de comunicagéo incluirem uma se¢do de processamento
de multiplexagdo para transmitir N sinais (sendo um inteiro positivo igual a
ou maior do que dois) de uma objeto de transmissdo como sinais de ondas
milimétricas de diferentes frequéncias dentro da mesma faixa de frequéncia, e

as secdes de recep¢io de ditos primeiro e segundo aparelhos
de comunica¢do incluirem uma sec¢do de processamento de unificagdo para
transmitir os N sistemas de sinais do objeto de transmissfo como sinais de
onda milimétrica de diferentes frequéncias dentro da mesma faixa de
frequéncia.

6. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a

reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de compreender:

um primeiro aparelho de comunicagfo incluindo N tais se¢Oes
de envio individualmente providas para N (sendo um inteiro positivo igual a
ou maior do que dois) diferentes sinais de um objeto de transmiss#o, e

um segundo aparelho de comunicagdo diferente de dito
primeiro aparelho de comunicagfio e incluindo N tais se¢des de recepgdo
individualmente providas para os N diferentes sinais do objeto de
transmissao,

os N sinais do objeto de transmissio sendo transmitidos

simultaneamente entre ditas se¢des de envio de dito primeiro aparelho de
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comunica¢io e ditas segBes de recepgdo de dito segundo aparelho de
comunicacdo, que sfo individualmente dispostas nas extremidades opostas de
diferentes de ditas linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica,
empregando-se sinais de ondas milimétricas dentro da mesma faixa de
frequéncia.

7. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a

reivindicagdo 6, caracterizado pelo fato de:

dito primeiro aparelho de comunicagdo ser configurado de
modo que dito segundo aparelho de comunicagéo possa ser montado sobre ele
e

dito segundo aparelho de comunicagdo ser configurado de
modo que dito segundo aparelho de comunicac¢fo seja montado na estrutura
de montagem do primeiro aparelho de comunicagéo, em um estado em que
ditas linhas de transmissio de sinal de onda milimétrica sejam arranjados para
transmissdo de informacio na faixa de onda milimétrica entre ditos segundo
aparelho de comunicacfo e dito primeiro aparelho de comunicacéo, o sinal de
onda milimétrica no qual o sinal do objeto de transmissdo é convertido, €
transmitido através dos diversos sistemas linhas de transmissdo de sinal de
onda milimétrica entre dito primeiro aparelho de comunicacfo e dito segundo
aparelho de comunicagéo.

8. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a

reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de compreender:

um primeiro aparelho de comunicagéo incluindo N (sendo um
inteiro positivo igual a ou maior do que dois), tais se¢des de envio
individualmente providas para N diferentes sinais de um objeto de
transmissio e N tais sec¢des de recepgdo individualmente providas para os N
diferentes sinais do objeto de transmissdo, e

um segundo aparelho de comunicacdo diferente de dito

primeiro aparelho de comunicag@o e incluindo N tais se¢des de envio
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individualmente providas para os diferentes sinais N do objeto de transmissdo
e N tais se¢des de recep¢do individualmente providas para os N diferentes
sinais do objeto de transmiss?o,

os N sinais do objeto de transmiss@o sendo transmitidos por
transmissfo bidirecional totalmente plena, ditas se¢des de envio de dito
primeiro aparelho de comunicagdo e ditas se¢Oes de recepgéo de dito segundo
aparelho de comunicagdio, que s8o individualmente dispostas nas
extremidades opostas das diferentes de ditas linhas de transmisséo de sinal de
onda milimétrica e entre ditas se¢des de recepcdo de dito primeiro aparelho de
comunica¢do e ditas se¢des de envio de dito segundo aparelho de
comunicagio, que sfo individualmente dispostas nas extremidades opostas de
diferentes de ditas linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica,
empregando-se sinais de ondas milimétricas dentro da mesma faixa de
frequéncia para tanto transmissdo como recepgao.

9. Sistema de transmiss@o sem fio de acordo com a

reivindicagdo 8, caracterizado pelo fato de

dito primeiro aparelho de comunicagfo ser configurado de
modo que dito segundo aparelho de comunicagdo possa ser montado no
mesmo, e

dito segundo aparelho de comunicagdo ser configurado de
modo que dito segundo aparelho de comunicacédo seja montado na estrutura
de montagem do primeiro aparelho de comunicagdo, em um estado em que
ditas linhas de transmissfo de sinal de onda milimétrica sfo arranjadas para
transmissio de informac¢fo na faixa de onda milimétrica entre dito segundo
aparelho de comunicagio e dito primeiro aparelho de comunicagéo, o sinal de
onda milimétrica, dentro do qual o sinal do objeto de transmissdo ¢é
convertido, ¢ transmitido através dos diversos sinais de linhas de transmisséo
de sinal de onda milimétrica entre dito primeiro aparelho de comunicagdo e

dito segundo aparelho de comunicaggo.
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10. Sistema de transmissio sem fio de acordo com a

reivindicacdo 1, caracterizado pelo fato de cada uma de ditas linhas de

transmissdo de sinal de onda milimétrica ter uma estrutura para transmitir o
sinal de onda milimétrica, enquanto confinando o sinal de onda milimétrica na
linha de transmissao.

11. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a

reivindicacdo 10, caracterizado pelo fato de ditas linhas de transmisséo de

sinal de onda milimétrica ser uma linha de transmissfo dielétrica formada de
um material dielétrico tendo uma caracteristica capaz de transmitir o sinal de
onda milimétrica.

12. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a

reivindicacdo 11, caracterizado pelo fato de um membro de bloqueio para

suprimir a radiag@o externa do sinal de onda milimétrica ser provido em uma
periferia externa de dito material dielétrico.
13. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a

reivindica¢fio 10, caracterizado pelo fato de ditas linhas de transmissdo de

sinal de onda milimétrica incluirem um membro de bloqueio que configura
uma linha de transmissio para o sinal de onda milimétrica e suprime

irradiacdo externa do sinal de onda milimétrica, e ser formado como um guia

" de ondas oco, em que dito membro de bloqueio € oco.

14. Sistema de transmissio sem fio de acordo com a

reivindicacdo 10, caracterizado pelo fato de cada uma de ditas linhas de
transmissdo de sinal de onda milimétrica ser formada definindo uma faixa de
transmissdo do sinal de onda milimétrica em uma placa de circuito feita de
um material dielétrico sobre o qual ditas se¢des de envio e ditas seg¢des de
recep¢do sdo montadas.

15. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a

reivindicacfo 1, caracterizado pelo fato de compreender ainda uma antena

conectada a cada um dos sistemas de se¢des de envio e segdes € recepgio e
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tendo forte diretividade na direcdo de transmiss@o, porém tendo fraca
diretividade em qualquer outra direcdo que nfo a diregdo de transmisséo, ditas
linhas de transmissio de sinal de onda milimétrica sendo configuradas entre
dita antena em um espago livre.

16. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a

reivindicagdo 11, caracterizado pelo fato de dita antena tendo a diretividade

ter forte diretividade em uma das dire¢des perpendiculares de um plano
bidimensional e ter a fraca diretividade na outra das dire¢des perpendiculares.

17. Sistema de transmissio sem fio de acordo com a

reivindicagdo 1, caracterizado pelo fato de compreender ainda um recinto em
que os diversos sistemas de linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica
sdo providos e em que dita secdo de envio e dita se¢do de recepgdo sdo
acomodadas.

18. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a

reivindicagfio 1, caracterizado pelo fato de os diversos sistemas de linhas de

transmissdo de sinal de onda milimétrica serem providos em uma faixa de
uma placa de circuito, e dita se¢do de envio e dita segdo de recepgdo serem
montadas na mesma placa de circuito.

19. Sistema de transmissdo sem fio de acordo com a

reivindicagfo 1, caracterizado pelo fato de dita se¢fo de envio e dita segédo de

recep¢do serem acomodadas em recintos de diferentes aparelhos ou montadas
em placas de circuito diferentes entre si.

20. Método de transmissdo sem fio, caracterizado pelo fato de

compreender as etapas de:

converter um sinal de um objeto de transmissdo em um sinal
de onda milimétrica e suprir o sinal de onda milimétrica para uma pluralidade
de sistemas de linhas de transmiss@o de sinal de onda milimétrica, que sdo
capazes de individualmente transmitir informa¢Ses em uma faixa de onda

milimétrica independentemente entre si, em um lado de extremidade dos
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diversos sistemas de linhas de transmissdo de sinal de onda milimétrica; e
receber, no outro lado extremo dos diversos sistemas de linhas
de transmissio de sinal de onda milimétrica, o sinal de onda milimétrica
transmitido para o mesmo através das linhas de transmiss@o de sinal de onda
milimétrica e converter o sinal de onda milimétrica recebido no sinal do
objeto de transmiss3o.
21. Método de transmissdo sem fio de acordo com a

reivindicagdo 20, caracterizado pelo fato de a transmissfo ser realizada

simultaneamente através dos diversos sistemas de linhas de transmissdo de

sinal de onda milimétrica com a mesma frequéncia.
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RESUMO
“SISTEMA E METODO DE TRANSMISSAO SEM F10”

E descrito aqui um sistema de transmisso sem fio, incluindo:
uma pluralidade de sistemas de linhas de transmissdo de sinal de onda
milimétrica, capazes de individualmente transmitir informagdes em uma faixa
de onda milimétrica independentemente entre si; uma se¢do de envio disposta
em um lado extremo de cada um dos diversos sistemas de linhas de
transmissdo de sinal de onda milimétrica; e uma seg¢do de recepcdo disposta
no outro lado extremo de cada um dos diversos sistemas de linhas de
transmissfo de sinal de onda milimétrica. A se¢fo de envio € adaptada para
converter um sinal de um objeto de transmissio em um sinal de onda
milimétrica e suprir o sinal de onda milimétrica para a linha de transmissao de
sinal milimétrico. A se¢do de recepcdo é adaptada para receber o sinal de
onda milimétrica transmitido através da linha de transmissdo de sinal de onda
milimétrica e converter o sinal de onda milimétrica recebido no sinal do

objeto de transmiss&o.
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